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/ السنت الاولالعدد    لمجمة   يةــاديمــالأك2022يسعدنا ان نقدم لكم 
لكل من ساىم . أود أن اسجل شكري الجزيل لمجيود الكبيرة للهندست والعلىم

في إظيار ىذا العدد. كما أتقدم بالشكر لجميع الباحثين الذين دعموا المجمة من 
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نأمل أن تحقق مجمة الأكــاديمــية لميندسة والعموم، من خلال ىذه الطبعة،   

تطمعات الباحثين والميتمين، وأن نسعى، بعون الله تعالى، إلى تطوير مجمتنا نحو 
الأفضل، وأن يكون ليا حضورا عمميا متميزا إقميمياً وعالمياً، ونتطمع ان تكون 
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 من البند الثاني من قانونيا فأنيا: -2-لممادة  في الدول المتحضرة. ووفقاً 
: تتمتع نقابة الأكاديميين العراقيين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يمثميا )نقيب أولاً

 الأكاديميين العراقيين( أو من يخولو.
مصمحة النقابة : يكون مركز النقابة في بغداد وليا فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي ثانيااً

 إيجاد تمثيل.
: لأعضاء الييئات التدريسية في الجامعات والمعاىد العراقية المعترف بيا من وزارة التعميم العالي ثالثااً

 النقابة.  إلىوالبحث العممي الانتماء 
 :فأنًأهدافًتأسيسًالنقابةًهيً-3-ووفقااًلممادةً

 ممي لتحقيق رسالتيا في خدمة الوطن وأجيال الأمة.: الارتقاء بمينة التعميم العالي والبحث العأولاً
: التنسيق والتعاون مع وزارة التعميم العالي والبحث العممي والجيات ذات الصمة بما يحقق ميام ثانيااً

 النقابة.
 : تعزيز أخلاقيات مينة التعميم العالي والمحافظة عمى آداب وتقاليد وشرف المينة.ثالثااً
الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعميمية وعقد الدورات والندوات لرفع  : تشجيعرابعااً

 المستوى العممي والميني لتدريسي الجامعات والمعاىد العراقية.
 : تعزيز مكانة الأكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقيم ومصالحيم وكرامتيم.خامسااً
 .: النيوض والارتقاء بالأعضاء مينياً واقتصاديا وثقافياً واجتماعياً سادسااً
: تأسيس صندوق لمتكافل الاجتماعي لمساعدة أعضاء النقابة، يؤمن ليم ولأسرىم العيش الكريم سابعااً

 في حالات العجز الكامل أو الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرىم.
 العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثمة.: التعاون وتوطيد ثامنااً
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Abstract:  
A heterojunction n-Si/PSi/Al was fabricated for use in UV-visible photodetector 

operating at room temperature. Al/PSi/n-Si heterojunction were made by photo 
electrochemical etching technique (PECE) layer onto mono crystalline n-Si and using 
thermal evaporation technique to deposited Al thin film on n-Si substrate and porous 
silicon layer. The effect of the etching time on morphology and structural properties of 
porous silicon layer has been examined by using optical microscope and scanning electron 
microscope. The photocurrent-V of PSi/n-Si heterojunction photodetector are examined 
under (14 and 33 mw/cm

2
) power density of halogen lamp 150 watt. In this work, we 

examine that effect the etching time of porous silicon layer on the photocurrent of n-
Si/PSi/Al photodetector. Spectral responsivity result revealed that there are more than peak 
and position located in sensitivity spectrum depend on etching duration time. 
Keyword: Photo-electrochemical etching; heterojunction; photodetector; porous 
silicon 
 

  المستخلص
باستخذو تقُُاث   وانذٌ َعًم فٍ انًُطقت انًزئُت وفىق انبُفسجُتn-Si/PSi/Al  انهجٍُُتى تصُُع كاشف انًفزق 

انتًُُش انكهزوكًُُائٍ انضىئٍ وانتبخُز انحزارٌ تى انحصىل عهً طبقت انسُهُكىٌ انًسايٍ انًتشكهت عهً انبهىرة 

n-Si انقىاعذ انسُهُكىَُت  يوكذنك نتزسُب طبقت يٍ الانًُُىو عمn-Si  وطبقت انسُهُكىٌ انًسايٍ. باستخذاو انًجهز
تى فحص  انضىئٍ وانًاسخ الانكتزوٍَ تى دراست تاثُز سيٍ انتًُُش عهً يىرفىنىجُت سطخ طبقت انسُهُكىٌ انًسايٍ.

يهٍ واط /سى 33و 14عُذ قُى   PSi/n-Siانتُار انضىئٍ نكاشف انًفزق انهجٍُُ
2

نكثافت قذرة انضىء انًسهظ يٍ  
اظهزث  تاثُز سيٍ انتًُُش عهً انتُار انضىئٍ نهكاشف تى اختبارِ فٍ هذا انعًم. واط. 150يصباح هانىجٍُُ بقذرة 

 َتائج الاستجابُت انطُفُت اٌ هُانك اكثز يٍ قًت ويىقع فٍ طُف الاستجابُت اعتًادا عهً يذة سيٍ انتًُُش.
 

Introduction: 
Porous silicon is one of the generality favorable materials, because it’s very large and 
reactive internal surface. so, it has high sensitivity of physical and chemical properties [1]. 
The simple and inexpensive invention, correlating with the perfect optoelectronics 
properties of such samples, growing the scope of possibility applications of porous silicon 
in integrated optics and photonics even more [2]. Porous silicon is unique material; 
therefore it attracted lot attentiveness between researchers for developing optoelectronic 
devices [3]. The creation of porous silicon layers on silicon substrate by using photo 
electrochemical etching PECE, it is one of the simplest and most trustworthy techniques 
used to formation porous silicon PSi [4]. The properties of porous silicon layers are 
strongly concerning to its topography and morphology, and extremely interest was specific 
to control the structure, topography and morphology of porous silicon surface by variation 
the electrochemical etching parameters. On top of that, etching duration also plays an 
important parameter that affect the surface morphology of the anodized porous Si [5]. 
Numerous of the earlier studies of the porous silicon physical properties under a various 
range of parameter for the production of the electrochemical etching have been carried out. 
Al-Douri et al, [6] were studied the reliance of porous silicon morphology on fabrication 
conditions using electrochemical etching. Omar, Khalid and Khaldun A. Salman [7] were 
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applied 10, 20, and 30 min as etching time in order to produce porous silicon by 
electrochemical etching was carried out on crystalline silicon n-type (100) and (111) 
wafers. Sehati et al [8] confirmed that the depth, the width, and the roughness of porous 
silicon increased with the increasing of the etching time when using electrochemical 
etching technique. X. Yang et al [9] Study the relationship between preparation conditions, 
nanostructure and porous silicon surface crack behavior. Ayah A. Hafez et al [10] study 
the effect of etching time on optical measurements of the porous layer and demonstration 
that value of the energy gap is depend on the etching time. This work is purpose to study 
one of the most effect (Etching time) on the prepare nanocrystalline silicon methods and 
the related of optoelectronics properties. 
 

Experimental: 
Fig.1 show that the electrochemical etching cell containing (HF: Methanol) electrolyte. 

Used to manufacture of a porous silicon PSi. The porous silicon layer was fabricated on 
(111) mono-crystalline n-Si wafers of 11 Ω.cm resistivity. Acetone and alcohol are used 
commonly to clean the wafer by immersing it. At last, they are rinsed in distilled water 
treated ultrasonically followed by drying in a hot air stream. Al thin film was formed by 
thermal evaporation (vacuum pressure of 10−6 torr) on the bottom part of the n-Si 
substrate as ohmic metal and electrode before etching process. The etching current density 
used was 4mA/cm2 for duration etching time 2, 6 and 10min respectively. Porous silicon 
layer were created by photo electrochemical etching in a 1:1 blend of 40% HF: Methanol. 
A gold electrode was used as cathode in homemade Teflon cell. The electrochemical 
etching was carried with green laser (λ=532 nm and power of 88.25 mw/cm

2
) assist. In 

order to investigate the surface of the prepared porous silicon layers, a digital camera HD 
Samsung 5x is used. Scanning electron microscope type (Tescan-mira III) was used to 
examine the effect etching time on morphology of porous silicon layers. Dark and 
illumination current–voltage was carried out with DC power supply PS-306D and a uni-
tut61e Digital Multimeters at room temperature. The photocurrent measurement is done by 
using a halogen lamp 150W which is connected to a variac and calibrated by power meter. 
The spectral responsivity of the photodetector was examined by using monochromatic 
(Jobin–Yvon) with a halogen lamp as illumination source after power calibration with aid 
of accurate silicon power meter. E306 A manufactured by Edwards high vacuum was used 
to deposited Al thin films on the n-Si substrates. 

 
Figure 1: A) Top view of electrochemical etching cell  

B) lateral view electrochemical etching cell 
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Results and discussion: 
Figure 2 A, B, and C compares the effect of etching time on the surface structure and 

morphology of porous silicon PSi layers formed on Si substrate for 2, 6, and 10 minutes 
etching time by using optical microscope OM and scanning electron microscope SEM 
respectively. Optical microscope images show that a grey, silver and like brown color of 
the porous silicon surface at (2, 6 and 10) min anodization time respectively as shown in 
Figure 2 A, B, and C. Also, in the same figures SEM images shows the morphology of the 
porous silicon layers created by the photo-electrochemical etching technique of crystalline 
n-Si substrate in hydro fluoride acid–ethanol solution at 4 mA/cm

2
 for 2,6, and 10min 

etching time with green laser assist at room temperature. From SEM images, the varying 
shapes and sizes of the grains agglomerate from porous silicon formation showed the effect 
of the etching time during the electrochemical etching. The results display that in the same 
area the samples were a uniform porous silicon structure, but the other have been irregular 
shapes, this is related to the effect etching duration time during the anodization technique. 
An image of SEM shows that the silicon surface wholly was etching, and the grain and 
pore size are increasing with increase etching time and that agree with [5]. The average 
pore diameter about 37nm,78nm,and 119nm for 2 min, 6min,and 10min etching time 
during electrochemical etching respectively as shown in Figure (2) A, B, and C. Porous 
silicon has much different structures and its pore diameter varies from nanometer to 
micrometer, according to the etching conditions and that agreement with [11]. 

 
Figure 2: A, B, and C optical microscope and scanning electron microscope images of surface 

porous silicon layer formed by the different etching time fabrication process 
 

Dark and photocurrent of n-Si/PSi measurements at reverse bias voltage were taken on 
Al/n-Si/PS heterojunction in the (-10 – 0) V range at room temperature. Pore formation 
(thereby etching time) is strongly depending on the current –voltage measurement of the 
porous silicon layers samples. Therefore, the reveres dark current is increasing with 
increasing etching time as shown (black line) in the figures 3, 4, 5 and table1 respectively. 
Fig.3 shows the photocurrent-V curves of Al/n-Si/PS under two illumination condition a 
power density of 17 and 33mW/cm

2
 at 2min etching time. It is merit noted that the 
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photocurrent in the reverse bias is substantially enhanced by illumination condition. The 
value of the increase in the photocurrent is higher than of the dark current at a certain 
voltage and it was 196µA and 216 µA at 17 and 33mW/cm

2
 respectively for 2 minutes 

etching time. 

 
Figure 3: Dark and set of illumination I-V curves measured under different power density (17 

and 33 mW/cm
2
) at 2 min etching time. 

 
Fig.4 shows the photocurrent-V curves of Al/n-Si/PS under two illumination condition a 
power density of 17 and 33mW/cm

2
 at 6min etching time. It can be seen that the reverse 

current value at a certain voltage for the PSi/and-Si/Al heterojunction under illumination 
condition is higher than that in the dark. It increases with the increase of power density. 
The value of the increase in the photocurrent is higher than of the dark current at a certain 
voltage and it was 302µA and 718 µA at 17 and 33 mW/cm

2
 respectively for 6 minutes 

etching time. 
Figure 5 shows the photocurrent-V curves of Al/n-Si/PS under two illumination condition 
a power density of 17 and 33mW/cm

2
 at 10min etching time. There are increases in 

photocurrent at increasing etching time to 10min, this may adequate to the immoderate 
etching process which leads to growing of porosity of the porous silicon layer and 
enhancement the responsivity of the created junction between the n-Si and the porous 
silicon layer. The value of the increase in the photocurrent is higher than of the dark 
current at a certain voltage and it was 662µA and 2057 µA at 17 and 33 mW/cm

2
 

respectively for 10 minutes etching time. It is evident from Fig.5 the photocurrent 
increases distinctly with increasing power density at above voltage 9 volt which is very 
close to the avalanche. 
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Figure 4: Dark and set of illumination I-V curves measured under different power density 

(17and 33mW/cm
2
) at 6 min etching time. 

 

 
Figure 5: Dark and set of illumination I-V curves measured under different power density 

(17and 33mW/cm
2
) at 10 min etching time. 
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Table 1: photocurrent of of n-Si/P Si/Al photodetector as function of wavelength at the 
different etching times duration 

Etching time (min) Photocurrent (µA) 
at 17mW/cm

2
 

Photocurrent (µA)  
at 33mW/cm

2
 

2 196 216 

6 302 718 

10 662 2057 

 
Fig. 8 shows a comparison of the calculated spectral responsivity of Al/PSi/n-Si 
heterojunction photodetector for porous silicon samples were anodized at etching times of 
2min, 6min and 10min respectively. The spectral sensitivity or photo-responsivity is so 
paramount to determine the performance of the photodetector. The spectral responsivity of 
n-Si/PSi/Al photodetector measured in the wavelength range of 400 – 1000 nm with 2V 
bias and by Eq.1was calculated. The effect of the etching time on the spectral responsivity 
is evident from the Fig. 6. Responsivity is the ratio between the photocurrent produced to 
the power of the light incidental to the sample, the responsivity measured by equation:  

Rλs= Iph/Pin (A/watt)    (1) 
Where Rλs is Responsivity, Iph is photocurrent, Pin is incident light power.  
Fig.6 show a two peaks are observed depend of etching time for n-Si/P Si/Al 
heterojunction photodetector at 2 and 6 min. while one peak has a maximum responsivity 
of 0.85 A/W are observed at500 nm at 10min etching time, the photo response of device 
shaft toward the short-wavelength. A maximum responsivity of 0.6 A/W and 0.4A/W are 
observed at 460 nm and 600nm respectively for the n-Si/P Si/Al heterojunction 
photodetector at 6min etching time. A maximum responsivity of 0.36 A/W and 0.28A/W 
are observed at 600 nm and 700nm respectively for the n-Si/P Si/Al heterojunction 
photodetector at 2min etching time. 
From this figure and table 2, the spectral responsivity results confirmed that the formation 
porous silicon at 10min etching time was produced a good performance of photodetector 
response (wide range of spectral and high responsivity) compared to other photodetector 
which were synthesis at ≤ 10min etching time  
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Figure 5: The spectral responsivity of the Al/PSi/n-Si heterojunction photodetector with 

different etching time (2, 6, and 10) min was used to fabrication porous silicon layer 

 
Table 1: spectral responsivity of n-Si/P Si/Al photodetector as function of wavelength at the 

different etching times duration 

Etching time (min) Spectral responsivity 
(A/W) 

Wavelength (nm) 

2 0.36-0.28 600-700 

6 0.6-0.4 460-600 

10 0.85 500 

 
Conclusion: 
We have used the photo electrochemical etching technique and the thermal evaporation 
technique for making a porous silicon layers and deposited Aluminum thin film on porous 
silicon as electrode and semitransparent window of Al/PSi/n-Si photodetector. Porous 
silicon layers were created by photo electrochemical etching method with difference 
etching times. The porous silicon surface morphological measurement shows that they 
depend on the time of etching and it is found that a higher etching time causes increase in 
average pore diameter. The value of photocurrent of Al/PSi/n-Si heterojunction 
characteristics curves show a change depends on the etching time duration. It’s found that 
spectral responsivity of n-Si/porous silicon heterojunction depends on etching time. 
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Abstract 

Copper oxide thin films are annealed at numerous temperatures (400-550 °C) obtained 
by Chemical Spray Pyrolysis (CSP) Technique. XRD showed polycrystalline thin films 
due to the detected copper oxide peaks. All the films reveal the most favored orientations 
along (110), (111), (200) and (022) planes and dominant direction at (111), the crystallite 
size values increase from (10.14 to 11.34) nm with increased annealing temperatures, the 
value of dislocation density decreases from 97.25 to 77.76 with increased annealing 
temperatures. AFM results indicate a smooth surface roughness from 7.74 nm to 2.41 nm 
of (400, 450 and 500) 

o
C. AFM results showed average grain size was in the range between 

64.84 nm to 41.19 nm of (400, 450 and 500) 
o
C. All the films showed more than 85 % 

transparency across the entire visible region. Optical bandgap decrease with increasing 
annealing from.68 to 1.57 eV, the values, extinction coefficient and refractive index were 
decrease with increasing annealing also. 
Keywords: CuO thin films, annealing, XRD, AEM, Optical bandgap. 

 المستخلص:
دسجت يئىَت( ببسخخذاو طشَقت انخحهم  550-400حى حهذٍَ أغشُت أكسُذ انُحبط انشقُقت ػُذ دسجبث حشاسة يخؼذدة )   

انشقُقت انًحضشة راث حشكُب يخؼذدة  الأغشُتانكًُُبئٍ انحشاسٌ. يٍ خلال قُبسبث حُىد الاشؼت انسُُُت وجذ ببٌ 
( 110انخبهىس بسبب قًى أوكسُذ انُحبط انظبهشة. وجذ ببٌ جًُغ الأفلاو نهب احجبهبث الأكثش حفضُلاً ػهً طىل )

( َبَىيخش يغ 11.34إنً  10.14(، ار حضداد قُى انحجى انبهىسٌ يٍ )111( وببحجبِ سبئذ )022( و)200( و)111و)
يغ صَبدة دسجبث حشاسة انخهذٍَ. أكذ  77.76إنً  97.25خهذٍَ. حُخفض قًُت كثبفت الاَخلاع يٍ صَبدة دسجبث حشاسة ان

 400َبَىيخش ػُذ دسجت حشاسة ) 2.41َبَىيخش إنً  7.74يجهش انقىي انزسَت ببٌ قًُت خشىَت انسطح حُخفض يٍ 
َبَىيخش إنً  64.84فٍ حذود ( يئىَت. أظهشث َخبئج يجهش انقىي انزسَت أٌ يؼذل حجى انحبُبٍ كبٌ 500و 450و

( يئىَت. نقذ وجذ ببٌ َفبرَت الاغشُت فٍ يُطقت انطُف انًشئٍ 500و 450، 400َبَىيخش ػُذ دسجت حشاسة ) 41.19
فىنج، وحُبقصج قُى ويؼبيم  1.57إنً  68٪. حقم فجىة انطبقت انبصشَت يغ صَبدة انخهذٍَ يٍ 85كبَج أكثش يٍ 

 ة انخهذٍَ أَضًب.انخًىد ويؼبيم الاَكسبس يغ صَبد
طبقت حُىد الاشؼت انسُُُت، يجهش انقىي انزسَت، فجىة ان انخهذٍَ،أغشُت أوكسُذ انُحبط انشقُقت، : الكلمات المفتاحية

 .انبصشَت
Introduction 

Copper oxide (CuO) achieved a special attention of the researchers due to its 
semiconductor behavior that can be utilize is several applications such as photovoltaic 
solar cells [1]. In addition, CuO are known to be nontoxic, unexpensive fabrication, and 
large value of optical absorption coefficient [2]. Copper oxide is found to indirect optical 
gap ranging from 1.5 to 1.8 eV while the direct one is 1.9 eV which make it an appropriate 
material for solar cells [3-5]. Researchers investigated different properties of CuO films 
such as growth, optical properties, and electrical properties. Copper oxide thin films can be 
grown using a variety of deposition processes, including CVD, VE, electro-deposition, 
thermal oxidation, sputtering process, electron-beam evaporation, CSD, RF magnetron 
sputtering, SILAR, sol-gel techniques, PLD, plasma-based ion implantation and 
deposition. [6-15]. Chemical Spray Pyrolysis (CSP) technique has received a considerable 
attention due to Controlling the stoichiometry and fabrication is easy as well as it does not 
require high temperature for synthesis. Because of this technique is relatively new, one 
need a good knowledge and understanding to achieve a best quality of optimized thin film. 
Several researches reported that the grown thin films using CSP technique are 
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thermodynamically stable [16-20]. CuO thin films were produced using CSP process at 
different annealing temperatures (T) (400,450, and 500 °C). The influence of TA on the 
structural, topography and optical properties is then studied. 
 

Experimental 
CSP was used to deposit CuO thin films onto clean rectangular glass slides, 30.5×85.7 

mm, used as substrates. The substrates were washed for 10 to 15 minutes in a detergent 
solution (liquid containing sulfuric acid or hydrochloric acid), ultrasonically rinsed in 
distilled water for 15 minutes at 30 °C, and then blow-dried in a nitrogen environment. An 
aqueous solution of 0.1M Copper acetate dihydrate (Cu (CH3COO)2. 2(H2O)) was obtained 
from Sigma. At a temperature of 25°C, this solution was placed onto a glass substrate. The 
following are the ideal parameters: The distance between base and the spout was 28 cm; 
the spraying rate was 4 mL/min; and the spraying time was 10 seconds, followed by a 1.5-
minute pause to avoid overcooling. As shown in Figure 1a, the carrier gas was 99.85% 
nitrogen, and the formed Copper oxide film had a thickness of 350–30 nm.. The annealing 
processed for copper oxide thin films in deferent annealing temperatures (400, 450, 500, 
550 °C) carried out in a vacuum chamber 1×10

-3
 mTorr as shown in figure 1b for 1 h, After 

annealing, the cooling processes were slow. Film thickness measured using the gravimetric 
method to be 330 ± 25 nm. Structural properties were obtained by XRD. AFM (AA3000 
Scanning Probe Microscope) was employed to get morphology surface. UV-Visible 
spectrophotometer is utilized to study the absorbance spectra ranging from 300 to 900 nm.  
 

Results and Discussions 
Figure (1) reveals XRD pattern of films grown at various TA. The recorded peaks by XRD 

at 2θ≈ 32.40°, 38.62°, 53.38°and 65.79° which is equivalent to the (110), (111), (020) 

and (022) reflections of the copper oxide phase and dominant direction at (111), These 
results matched wurtzite, CuO (JCPDS card No 05-0661). The results show that peaks 
intensity is increased with increasing annealing while the peaks sharpness indicate 
polycrystalline and monoclinic nature of these films. The findings are consistent with 
previously published research. [21-23] 

 
Figure 1. XRD styles of grown films  

 

The XRD patterns also confirm significant increasing in the crystallite size when TA 
increases from 400 to 550°C, see Figure 2. Equation1, the Debye–Scherrer equation, 
would be used to calculate the crystallite size (D) [24]. 
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𝐷 =
0.9𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
    (1) 

Where 0.9 is shape constant, λ is XRD wavelength, β is FWHM in radian and θ is the 
reflection angle. It is worth noting that D of CuO samples annealed at 400,450 and 500 °C 
increased from (10.14, 10.65 and 11.34 nm) respectively. 
The dislocation density δ is obtained utilizing the Eq. (2) [25]: 

δ =
1

𝐷2  (2) 

The value of dislocation density δ decreases from 97.25 to 77.76 with increased annealing 
temperatures, the strain ε is calculated using the Eq. (3) [26]: 

ε =
𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃

4
   (3) 

The value of parameter decreases from 34.17 to 30.56 with increased annealing 
temperatures; the structural coefficients (Sc) are tabulated in Table 1. Figure 2 symbolizes 
Sc via TA.  

 
Table 1. D, optical bandgap and Sc of the intended films  

Annealing 
temp. 

○
C 

2  
(

o
) 

(hkl) 
Plane 

FWHM 
(

o
) 

bandgap 
(eV) 

D (nm) 
δ (× 10

14
)  

(lines/m
2
) 

Strain 
(× 10

-4
) 

400 38.62 111 0.83 1.68 10.14 97.25 34.17 
450 38.60 111 0.79 1.62 10.65 88.16 32.53 
500 37.58 111 0.74 1.57 11.34 77.76 30.56 

 
Figure 2. SC of the grown films 

 
Figure (3) depicted 3D AFM images of the CuO thin films surfaces. The packed grains of 
prepared thin films were tight and the surface were high homogeneous. The surface 
morphology as investigated by the AFM micrographs proves that the spherically shaped 
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grains are uniformly distributed. From Fig. 3 (a3, b3 and c3). The average grain size, 
average roughness and root-mean-square (RMS) decreases with increasing TA as shown in 
Table 2.  
 

 
Figure 3. AFM images (a1, b1 and c1), granularly distributed (a2, b2 and c2) and diversity of 

AFM parameters against doping (a3, b3 and c3). 
 

Table 2. AFM parameters of intended films.  

Annealing 
temp. 

○
C 

Average Particle size 
nm 

Ra 

 (nm) 
R. M. S. 

 (nm) 

400 64.84 4.78 7.74 
450 46.82 4.21 7.27 
500 41.19 2.14 2.41 

 
Figure 4 reveals the transmittance (T) spectra, the findings demonstrate that CuO thin films 
have a high transmittance in the Vs. area (75–85%), which increases when the wavelength 
is raised above 400 

o
C. The absorption coefficient α is obtained by equation [27]: 

α = (2.303×A)/t (4) 
Where (t) is film thickness. Figure (5) offers α, it is found that α increase with increased 
annealing temperatures in hν and this attributed to the effect of the annealing [28]. 
The value of the optical band gap Eg is obtained using Tauc equation [29]:  

 𝛼ℎ𝜈 = 𝐴 ℎ𝜈 − 𝐸𝑔 
1
2           5  
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Where A is constant, the value  which suggest an allowed direct transition [30]. Figure 6 

reveals the variation of (αhv)
2
 as a function of (hv). Eg is found to be ranging from 1.57 to 

1.68 eV which is larger than the reported data of other works for bulk CuO [31-33]. 

 
 

Figure 4: T of the intended films Figure 5: α as a function of hν of the 
prepared films 

 

The Extinction coefficient (k) has been calculated using equation [34]: 

 (6) 

Figure (7) represents the extinction coefficient of the synthesized CuO films. The 
extinction coefficient was increase in UV region, then it is decreased gradually. As shown 
in Figure 7, which shows the extinction coefficient values decrement with increasing with 
increased annealing temperatures. Light absorption with a non-zero k at photon energies 
less than basic absorption edge is connected to the variance in extinction coefficient 
values. [35]. 

 

  

Figure 6. (αhν)
2
 as a function of hν of the 

prepared films 
Figure 7. k of the intended films 
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The refractive index (n) is obtained using the formula [36]:  

 (7) 

In the zone between UV and high values of visible light wavelength, n rose as the 
wavelength was raised. As shown in Figure 8, which shows the Refractive Index values 
decrement with increasing the annealing temperatures. The highest value obtained of 
refractive index reached (3.51) at temperature 400 

o
C. 

 
Figure 8. Refractive Index for grown films. 

  
Conclusion 

   Effects of annealing CuO thin films at various temperatures were investigated and 
successfully grown via low-cost SPT. XRD studies have confirmed films poly-crystallinity 
and have hexagonal structures with (111) preferred orientation. AFM results showed 
average grain size was in the range between 64.84 nm to 41.19 nm of (400, 450 and 500) 
o
C. The maximum absorption for the films occurred within the UV region. Transmittance 

decreases with increasing annealing temperatures. The band gap is 1.68–1.57 eV. 
Absorption coefficient is increased with increasing annealing temperatures, while 
Extinction coefficient and Refractive Index are decrement with increasing annealing 
temperatures. 
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Abstract:  
Cadmium sulphide doped with copper was effectively preparation using cadmium 

chloride, Thiuria, and Copper chloride as a source of copper ions at a concentration of 2%. 
Drop casting used to place it on Si and PSi substrates at a temperature of 60 degrees 
Celsius. The surface morphology of CdS;Cu thin films was examined using a scanning 
electron microscope, as well as electrical properties, optical properties, and Photodetector 
properties. X-ray diffraction investigation revealed that of the film was polycrystalline and 
cubic structure (111) being the favored orientation. (2.9) eV was the band gap. Hall 
mobility, and carrier density and conductivity evaluated by Hall Effect measurement. The 
maximum value of responsivity is around ≈ 0.32 and 0.37 A/W for Si and PSi respectively. 
An increase in responsivity and detectivity observed in the case of porous silicon, and this 
indicates the improvement of the properties. 
Keywords: Nanoparticles, UV–Vis absorption, CdS, copper, XRD. 
 

  المستخلص
، وكهىريذ انُحبص حى ححضيز كبزيخيذ انكبدييىو انًشبع ببنُحبص بشكم فعبل ببسخخذاو كهىريذ انكبدييىو، انثيىريب

 60عُذ درجت حزارة  PSiو Si٪. حسخخذو انظب انًخسبقطت نىضعهب عهً ركبئش 2كًظذر لأيىَبث انُحبص بخزكيش 
؛ حى فحض الأغشيت انزقيقت يٍ انُحبص ببسخخذاو انًجهز الإنكخزوَي CdSدرجت يئىيت. حى فحض انخشكم انسطحي نـ 

انخىاص انكهزببئيت وانخظبئض انبظزيت وخظبئض جهبس انكشف انضىئي. كشفج دراست حيىد  فضلا عٍانًبسح، 
( كبَج هي 2.9) eV( هى الاحجبِ انًفضم. 111الأشعت انسيُيت أٌ انفيهى عببرة عٍ هيكم يخعذد انبهىراث ويكعب )

قيبص حأثيز انقبعت. حبهغ انقيًت انقظىي فجىة انُطبق. حى حقييى قببهيت انخُقم في انقبعت وكثبفت انُبقم وانخىطيم بىاسطت 
عهً انخىاني. نىحظ سيبدة في الاسخجببت وانكشف في حبنت انسيهيكىٌ  PSiو Siنـ  A/W 0.37و 0.32نلاسخجببت حىاني 

 انًسبيي، وهذا يشيز إنً ححسٍ انخىاص.
 انكبدييىو، انُحبص، الأشعت انسيُيت.انًزئيت، -: انجسيًبث انُبَىيت، ايخظبص الأشعت فىق انبُفسجيتالكلمات المفتاحية

 

1-Introduction 
Semiconductors (II-VI) with dimensions in the nanometer range have piqued the 

curiosity of scientists and researchers alike. Because the surface-to-volume ratio of 
nanoparticles is generally a million times greater than that of bulk materials, many of their 
properties, including optical properties, are particularly sensitive to surface features. The 
crystallinity, melting point, and structural stability are all influenced by particle size. The 
quantum confinement effects caused by the reduction of band structure into discrete 
quantum levels as a result of the nanoparticles' small size are thought to have given rise to 
the nanomaterials' distinctive properties. The production of very high quality 
semiconducting nanocrystals of various forms has advanced dramatically in recent years, 
allowing researchers to comprehend first order solid-solid phase changes. The crystal 
structures of nanoparticles (NPs) have been discovered to have a significant impact on 
their intrinsic properties, including a shift in band gap, which leads to various optical 
properties [1-4]. CdS thin film has drawn a large interested among researchers in the field 
of transistors LEDs, photonics, photo catalysis, solar cell and NIR-detectors [5-9]. CdS 
thin films have been used as a material of detector; detector is absorbs electromagnetic 
radiation and emits out an electrical signal that is proportional to the intensity of the 
electromagnetic radiation, depending on the kind of detector and how it works; the output 
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signal may be either a current or a voltage. There are two type of detectors categorized 
based on their detection mechanisms; photonic and thermal detectors. It is possible to 
adjust the conductivity of CdS by introducing a suitable dopant [10-14]. porous silicon 
(PS) was extensively studied by researchers mainly because of its photoluminescence 
features and the potential applications [15,16]. The idea of etching silicon surfaces has 
gained a great importance in semiconductors and solar cells since it has a great role in 
improve and produce devices that have a wide range of applications. The etching process 
has progressed to nanotechnology, where the material acquires new properties as it reaches 
atomic dimensions, and it governed by quantum rather than classical rules [17]. Porous 
silicon (PSi) consists of a network of silicon wires and voids that are nanoscale in size. It is 
made in a variety of ways, including electrochemical etching of the surface of crystalline 
silicon in an aqueous solution of (HF) acid, where the preparation conditions (time - slice 
specifications - acid concentration) where that a suitable crystal structure can be obtained 
from the porous silicon having various porosity layers [18,19]. In the present work, we 
report the growth of nano-structure CdS:Cu thin films on silicon and PSi substrates in 
order to study Photodetector properties. 

 

2. Experimental part 
In the deposition of thin films, substrate cleanliness is crucial. Commercially available 

Si (p-type, orientation of (100) and 5 Ω/cm
2
) slides were cleaned by HF(40%) solution, 

which was then diluted at a 1:10 ratio to distilled water and ultrasonically cleaned with de-
ionized water for 10 minutes and finally dried in the air. Porous silicone was prepared by 
EC-etching of Si wafer surface, where a mixture of Hydrofluoric acid (45%) and absolute 
ethanol then the wafer of Si put in the bottom of the Teflon cells with ratio 1:1. an Au ring 
was utilized as an electrode, with a current density of 15 mA.cm

-2
, to produce an etched 

area of the sample of (0.785 cm
2
), as shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Diagram showing electrochemical arching 

 
3. Preparation of CdS:Cu Nps 

CdCl2, 2H2O (cadmium chloride), Thiuria and Copper chloride 0.916, 0.685 and 0.025) 
g respectively were dissolved in 50 ml distilled water to make the initial (precursor) 

solution, then mixture stirred under normal pressure of atmospheric for 30 min by a 
magnet stirrer, until homogenies obtained as in the Figure 2. 
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Figure 1. Diagram showing preparation of CdS:Cu method 

 
4. The Results  

Figure 3 shows the X-ray diffraction peaks of CdS:Cu NPs. XRD peaks are located at 
angles (2θ( of (26.5(, 28.34, 43.78 (card No.00.010-454 and there are no peaks matching to 
any copper compounds like CuxS or CuO. It is clear that copper merely diffuses into CdS 
and does not produce any chemical reaction with sulphur to form new compounds. In this 
case, crystallographic phase of copper-doped CdS film grown by heterogeneous process is 
cubic. The average crystalline size calculated using the Scherer formula was (16.93) nm. 
[20-22] 

 
 

Figure 3. X-ray diffraction of CdS:Cu thin film 
 

Figure 4 shows the optical transmittance of a CdS:Cu thin film, which peaks at roughly 
(51%) at UV and Vis-region wavelengths (300-600) nm and gradually increases above 
that, indicating that CdS:Cu nanoparticles can be used in reagent and solar cell 
manufacture. 
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Figure 3. Transmission of CdS:Cu thin film 
 

The CdS:Cu sample's calculated band gap is (2.9) eV. When compared to bulk CdS 
particles (Eg = 2.4 eV, evaluated by UV–visible spectroscopy), the CdS:Cu sample showed 
an increase in Eg of more than (0.5)eV. The production of nanocrystalline CdS:Cu is 
confirmed by the blue shift in the CdS:Cu film. The reason of increase in the optical band, 
gap of CdS:Cu quantum confinement effect when the particle is down to a few nanometers 
[23,24]. 

 
 

Figure 4. A plot of (hv)
2
 vs. hv of CdS:Cu thin film 

 
The SEM was used to investigate the morphological dimensions of produced CdS:Cu 
nanoparticles. The average size of the nanoparticles was determined to be (91.4) nm, with 
a spongy, rough surface shape and some particle aggregation. 
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Figure 3. SEM Image of CdS:Cu Nanoparticles 
 

At room temperature, the electrical properties of the CdS:Cu film (a Hall Effect 
measurement) are determined. The following are the steps in the experiment: The ohmic 
contacts to the four corners of CdS:Cu film are used in soldering Al metal as fig7. The 
magnitude of the magnetic field and typical values of the currents were carried as 0.54 
Tesla and one mA respectively. In order to obtain a certain reliability of the results, the 

Hall measurements of CdS:Cu film result was(Concentration 1.82 *10
13

 (cm
-3

), Mobility 

1.31* 10
2
 (cm

2
/V.s) and Conductivity 3.13*10

-3
 (.cm)

-1
). 

 

 
Figure 7. The ohmic contacts to the four corners CdS:Cu film 

 
Figure 8 shows fabrication of Photodetector. It notice from the figure 9a that there are two 
peaks in the spectral responsivity spectrum, the first at wavelength 500 nm represents the 
absorption edge of the film and the second at a wavelength of 780-950 and 750-960, which 
represents the absorption edge in silicon and PSi respectively. Thin film absorbs light in 
this wavelength and in the depletion region and on its two ends equal to the depth of the 
diffusion of minority carriers, as the depletion region has the ability to separate the pairs 
generated as a result of the internal electric field, as well as the lack of recombination 
process in this region. But after the wavelength is increased 550 nm, the film is 
transparent, so the spectral responsivity decreases until the absorption process by the 
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silicon begins, and this shown by the second peak 780-950 and750-960 nm, which 
represents the edge of the basic absorption of silicon and PSi respectively. As it can see 
from Figure 9a that with the increase in the wavelength from the value of 950 nm, the 
spectral responsivity decreases due to the approach of the wavelength in this region to the 
cut-off wavelength of silicon and PSi. The maximum value of responsivity is around ≈ 
0.32 and 0.37 A/W for Si and PSi respectively. An increase in responsivity and detectivity 
observed in the case of porous silicon, and this indicates the improvement of the 
properties. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 8. Diagram showing fabrication of photodertector 
 

 
Figure 9a: Specific responsivity as a function as a function of wavelength for  

CdS:Cu/Si and CdS:Cu/Psi/Si (left to right) 

 
 
Figure 9b shows the specific detectivity as a function as a function of wavelength from 400 
nm to1000 nm for CdS:Cu/p-Si and CdS:Cu/PSi/p-Si. The max. value of detectivity is 
around ≈ 4.5˟10

12
W

-1
.cm.Hz

-1 and 5˟10
12

W
-1

.cm.Hz
-1

for Si and Psi at wavelength 850 nm. 
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Figure 9b: specific detectivity as a function as a function of wavelength  

for CdS:Cu/Si and CdS:Cu/Psi/Si (left to right) 

5. Conclusions 
This work illustrated how CdS:Cu thin films might be made in a simple and 

inexpensive manner. The cubic structure of CdS:Cu was confirmed by XRD investigation. 
XRD measurements revealed that the average crystallite size was 16.93 nm. The SEM 
image revealed sponge-like particles with an average size of 91.47nm. From Hall Effect 
measurements, the film has n-type conductivity. The energy gap value (2.9) eV. In the case 
of porous silicon, there was a rise in responsivity and detectivity, indicating that the 
characteristics had improved. 
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Abstract:  
Cadmium telluride nanoparticles were prepared using pulsed laser ablation in methanol, 
which was deposited on silicon substrate by drop-casting, CdS prepared by chemical spray 
method, and deposited on CdTe/Si.CdS film was polycrystalline (cubic- hexagonal). XRD 
pattern of CdTe layer no other diffraction peaks except that of CdTe (111) peak observed. 
The optical energy band gap was calculated from optical properties, where it was (2.3 and 
3.5 eV) for CdS and CdTe respectively. Al/CdS/ CdTe/Si/Al Photodetector heterojunction 
have 2-peaks of response sited at 488 &780 nm with utmost sensitivity of around 0.9 A/W. 
Keywords: CdS, CdTe, nanoparticles, optical properties, structural properties XRD, 
Photodetector 

  المستخلص
، وكهىريذ انُحبص حى ححضيز كبزيخيذ انكبدييىو انًشبع ببنُحبص بشكم فعبل ببسخخذاو كهىريذ انكبدييىو، انثيىريب

 60عُذ درجت حزارة  PSiو Si٪. حسخخذو انظب انًخسبقطت نىضعهب عهً ركبئش 2كًظذر لأيىَبث انُحبص بخزكيش 
فحض الأغشيت انزقيقت يٍ انُحبص ببسخخذاو انًجهز الإنكخزوَي و؛ CdSدرجت يئىيت. حى فحض انخشكم انسطحي نـ 

انخىاص انكهزببئيت وانخظبئض انبظزيت وخظبئض جهبس انكشف انضىئي. كشفج دراست حيىد  فضلا عٍانًبسح، 
 فجىة انُطبقوواٌ ، ( هى الاحجبِ انًفضم111عببرة عٍ هيكم يخعذد انبهىراث ويكعب ) نغشبءاالأشعت انسيُيت أٌ 

قيبص حأثيز انقبعت. حبهغ انقيًت انقظىي . حى حقييى قببهيت انخُقم في انقبعت وكثبفت انُبقم وانخىطيم بىاسطت eV(2.9) كبَج
عهً انخىاني. نىحظ سيبدة في الاسخجببت وانكشف في حبنت  PSiو Siنـ  A/W 0.37و 0.32نلاسخجببت حىاني 

 انسيهيكىٌ انًسبيي، وهذا يشيز إنً ححسٍ انخىاص.
 انكبدييىو، انُحبص، الأشعت انسيُيت.انًزئيت، -: انجسيًبث انُبَىيت، ايخظبص الأشعت فىق انبُفسجيتالكلمات المفتاحية

 
1- Introduction 
The field of heterojunction semiconductors has developed rapidly and has grown in 
importance around the world because of the great change that this technology has taken- 
both quantitatively and qualitatively - in this field [1,2]. Therefore, the heterojunction were 
using in the manufacture of many semiconductor devices such as (transistors, solar cells 
with high efficiency, semiconductor lasers and reagents etc.) [3-8]. CdS semiconductor 
material Set (II-VI) in the periodic Table with direct Eg at 300 K (2.4) eV, which it has cut 
off-wavelength )0.52 μm( We conclude from this that the film is absorbent at the green and 
blue wavelengths while it acts window for long wavelengths (yellow and red) [9,10]. CdTe 
also belongs to group (II-VI) of the periodic Table. It characterized by a black color that is 
insoluble in water and decomposes to its compounds in humidity and at a high temperature 
[11-14]. In this report, we preparation and characterization of CdS and CdTe on Si with the 
purpose of study their suitability for the Photodetector device. 
 
2-Experimental part 
CdS were prepared by the chemical method using cadmium chloride and Thiuria in (0.1M) 
was dissolved in (100 ml) of distilled water by using Magnetic stirrer under normal 
atmospheric pressure, deposited on glass and silicon substrates using chemical spray 
pyrolysis, then the films subjected to heat at a temperature of )300-350 ͦ C(. Thickness of 
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(200nm± 25). While CdTe prepared by PLA in liquids. A first step the substance well 

grind then add a drop methanol as a link, the drop size almost (100  m) for every (5) g, it 
press with (5) ton for a period of (12) min and leave half an hour. When using the 
substance, it placed in a beaker containing the absolute methanol not exceeding (8) mm 
and not less than (5) mm, because if the distance increased, can't control the bombardment 
of the material and the infrared radiation is absorbed by the solution, if the distance 
reduced, the material will be scattered outside the beaker. The second step we used Nd–
YAG laser at 1.6 J/cm2 laser fluence , (1064)nm wavelength, width of pulse seven ns , (1) 
Hz repetition , ablation time was five min for CdTe target immersed Methanol and 
preferably the bombing angle (95o). The third step after obtaining the nanoparticles 
solution, it deposited on glass and silicon substrates using drop casting with thickness 
(600nm ± 25). 

 
Figure 1. a- diagram of PLAL system and b-drop casting method 

 
3- Results and Dissection  
To determine the crystalline nature and phase identification of CdS and CdTe 

nanocrystalline using X-ray pattern analysis,  XRD patterns for, CdS &CdTe compared 

with standard pattern cards (00.010-454, 00-041-1049 and 00-015-0770), the samples were 

recorded in the 2θ range from (20o-80o). Figure (2) explain the diffraction patterns of 

CdS & CdTe, the crystallite size can be determined by Debye-Schererr’s. The estimated 

crystallite size of the CdS, CdTe are (16.36, 29.61) nm and diffraction angle (26.47, 23.74) 

respectively. [15, 16] 

 

 
 

Figure 2. XRD patterns for the CdS and CdTe thin films 
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Eg of a Cds and CdTe can determine through equation flowing [17]: 

(αhv)2 = D(hv − Eg)
n … (1) 

D: Constant, n:(0.5) for direct allowed transition. 
The values Eg for CdS & CdTe membranes were (2.3 and 3.5) eV respectively. 

 

 
Figure 3. (αhv)

2
 against photon energy gap of CdS/CdTe thin films 

 
Figure (4) explain current-voltage characteristics of CdS/CdTe/Si in the dark, we note the 
difference clearly in the case of forward bias, current is higher than the reverse bias. In 
forward bias voltage at (2.50 V) approximately, a current arises from a recombination of 
(e-h) pair, while high voltages can driver the electrons with sufficient energy and penetrate 
the voltage barrier of the junction. 
 

 
Figure 4. The darkness (I-V) characteristics of CdS/CdTe/Si 

 
Figure (5) demonstration that a reverse (I-V) characteristics of a device in case darkness. A 
reverse current value for CdS/CdTe/Si heterojunction under illumination (100mW/cm

2
 

tungsten lamp lighting) is more than that in a darkness. 
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Figure 5. Reversed (current-voltage) characteristics in case darkness & illumination  

 

Figure (8) demonstration the responsively as a function of () for CdS/CdTe/Si 
heterojunction. The maximum responsively (Rλ) sited at Vis-region and NIR region., a 
spectral responsively curvature for CdS/CdTe/Si heterojunction contains 2-peaks of 
response; a first sited at 488 nm because of the absorption edge of CdS/CdTe thin films, 
while the second region sited at 780 nm because of the absorption edge of Si. 

 
Figure 6. Spectral Responsivity for CdS/CdTe/Si heterojunction 

 as a function of wavelength 
 
Figure (7) shows the spectral detectivity (D*) as a function of wavelength, with a 

maximum value of 1.4 × 1013W−1. cmHz1/2 found at 750 nm for CdS/CdTe/Si 
Photodetector. 
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Figure 7. The spectral detectivity (D*) as a function of () 

 

4- Conclusion  

CdS and CdTe NPs prepared by chemical method and PLAL) respectively. Optical 

properties disclosed that a direct Eg CdS and CdTe thin films were 2.3 and 3.5) eV. X-ray 

pattern measurement revealed that CdS & CdTe particles were monocrystallite structure. 

The spectral responsively for Photodetector CdS/CdTe/Si was about (0.80) at wavelength 

=780 nm due to the absorption edge of Si and about (0.50) at wavelength =488 nm due to 

the absorption edge of (CdS/CdTe) nanoparticles. After the success in preparing the 

materials in nanoscale and study of properties, the results indicate the validity of using CdS 

and CdTe in the Photodetector application. 
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Abstract: 
The green combination of NPS has drawn in an incredible consideration on account of 

natural applications. In this work, bismuth oxide NPS (Bi2O3 NP) has been arranged by 
green amalgamation utilizing cocoa plants watery concentrate, the item was portrayed by 
X-beam diffraction, (UV-VIS) spectrophotometer, FTIR, Field Emission-Scanning 
Electron Microscopy, Atomic force microscopy (AFM), TEM, Photoluminescence (PL), 
The targets of this study were the green blend of bismuth oxide NPS utilizing fluid 
concentrate and Anticancer activity. 
Keywords: Bismuth oxides NPS, TEM, XRD, optical properties, cocoa plants, AGS. 

 الملخص:
الخطبٍقاث الطبٍعٍت. فً هزا العول، حن حشحٍب على اهوٍت كبٍشة فً  NPSلقذ اسخحىرث الخشكٍبت الخضشاء لـ 

عي طشٌق الذهج الأخضش باسخخذام حشكٍز هائً لٌباث الكاكاو، وحن حصىٌش  NPS (Bi2O3 NP) أكسٍذ البزهىث
، الوسح الضىئً للاًبعاثاث UV-VIS)  ،(FTIRالعٌصش عي طشٌق حٍىد الأشعت السٌٍٍت، هقٍاس الطٍف الضىئً 

(، PL، الخلألؤ الضىئً )AFM)  ،(TEMالوٍذاًٍت، الفحض الوجهشي الإلكخشوًً، الزسي الفحض الوجهشي للقىة 
باسخخذام حشكٍز السىائل وًشاط هضاد  NPSكاًج أهذاف هزٍ الذساست عباسة عي هزٌج أخضش هي أكسٍذ البزهىث 

 للسشطاى.
 AGS.، الخىاص البصشٌت، ًباحاث الكاكاو، NPS ،TEM  ،XRDالبزهىث: أكاسٍذ الكلمات المفتاحية

 

1-Introduction 
Bismuth nanostructures can be fabricated by several methods such as solution [1], 

solution combustion [2], solvothermal [3], hydrothermal [4], laser ablation [5], microwave 
[6], sol–gel [7], flame spray pyrolysis [8], thermal decomposition [9], electrodeposition 
[10], thermal oxidation [11], chemical vapour deposition [12], and green synthesis [13], 
The green synthesis is a challenge for preparation of monodispersed nanoparticles with 

specific sizes and shapes, Biosynthesis methods have more advantages than other classical 
synthesis procedures due to the easy availability, rich biodiversity, and eco-friendly 
processes [14], Green synthesis is very easy and cost-effective method for production of 
nanoparticles using the extract. The plant extract can act as reducing and capping agent for 
the reduction of metal ions and the formation of nanoparticles because of presence of the 
various biomolecules such as flavonoids, enzymes, proteins, phenolic acid, alkaloids, and 

terpenoids, Silver nanoparticles were synthesized by Mentha pulegium (pennyroyal) leaf 
extract for antibacterial application [15],In this research, we will discuss the preparation 
and study of bismuth oxide particles prepared in a bio-method using cocoa extract with the 
most important medical applications, which are the treatment and inhibition of cancerous 
diseases while determining the required concentrations. 
 

2-Experimental part 
Bismuth oxide NPs has been created by Green union Bi(NO3)3 with cocoa plants is an 
exceptionally savvy, safe, non-harmful, ecofriendly method of blend which should be 

possible on a major scale. (485.07) g took of Bi (NO3)3 was in 100 ml deionized water as a 
dissolvable to get a particular molar obsession at room temperature. It blended for 60 min 

mailto:mushtak_jabbar@yahoo.com
mailto:ahmed_naji_abdr@yahoo.com
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at 60
o
C temperature. Second, the cocoa was set up by dissolving 1g in100 ml deionized 

water the arrangement was blended for thirty minutes, then, at that point, plant separate 
arrangement sifted with a channel paper to dispose of debasements. At last, the two 
arrangements blend by attractive stirrer at 60°C for 1 h. The adjustment of shading was the 
sign for amalgamation of arrangement NPs green. As displayed in Figure (1). 

 
Figure 1. Photoimage of Bismuth oxide NPs, cocoa plants plant and deionized 

 water (right to left) 

3- Result and dissection 
Figure (2) show the XRD spectrum of the formation of Bismuth oxide nanostructure 

synthesized through biosynthesis method by Bismuth (III) nitrate Bi(NO3)3, with Cocoa 
plant extract which has a poly-crystalline structure Cubic and Hexagonal, phases. It can 
also be noted that all the peaks refer to bismuth and triple oxide compounds, and there is 
no trace of other residues. The crystal size was calculated using spark's law, where it is 
noted that most of the values do not exceed dimensions within the permissible range of 
nanostructures. 

 
Figure 2. XRD spectrum Bismuth oxide thin film  
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Table 1. Bi2O3 structural parameters. 
2θ (deg) FWHM(deg) Material hkl D (nm) ICDD card No. 

20.76 0.34 Bi2O3 (1 11) 23.32 00-050-1088 

22.89 0.44 Bi2O3 (003) 18.20 00-050-1088 

23.51 0.44 Bi2O3 (040) 18.22 00-050-1088 

25.51 0.24 Bi2O2 (020) 32.93 00-041-1488 

26.45 0.24 Bi2O2 (002) 32.99 00-041-1488 
28.86 0.29 Bi6(NO3)4 - 27.64 00-028-0654 

30.31 0.34 Bi2O2 (2 12) 23.77 00-041-1488 

31.07 0.39 Bi6(NO3)4 - 20.84 00-028-0654 

32.48 0.29 Bi2O2 (2 11) 27.88 00-041-1488 

34.12 0.29 Bi2O2 (200) 28.00 00-041-1488 

35.04 0.29 Bi2O2 (210) 28.07 00-041-1488 

36.44 0.24 Bi2O2 (130) 33.82 00-050-1088 

39.99 0.39 BI2O3 (2 22) 21.37 00-050-1088 

41.77 0.29 Bi2O2 (2 13) 28.66 00-050-1088 

45.46 0.29 Bi2O2 (2 31) 29.04 00-050-1088 

48.14 0.29 Bi2O2 (312      ) 29.33 00-050-1088 

50.12 0.24 Bi2O2 (113) 35.48 00-050-1088 
51.10 0.29 Bi2O2 (-142) 29.69 00-050-1088 
52.50 0.59 Bi2O2 (-321) 14.93 00-050-1088 
54.12 0.39 Bi2O2 (014) 22.56 00-050-1088 
55.43 0.29 Bi2O2 (222) 30.27 00-050-1088 
57.09 0.39 Bi2O2 (-242) 22.88 00-050-1088 
59.62 0.24 Bi2O2 (102) 37.07 00-050-1088 
60.99 0.29 Bi2O2 (043) 31.11 00-050-1088 
64.05 0.59 Bi2O2 (013) 15.81 00-050-1088 
75.2 - Bi2O2 - - 00-050-1088 

 
FTIR is a viable instrument used to recognize the practical gatherings present in the 
concentrated-on material. The methods of vibration of synthetic bonds present in the Bi2O3 
NPs were broke down from the FTIR range and the useful gatherings were recorded in the 
scope of (500-4000 1/cm) as is displayed in Figure (3) for Bi2O3 individually vibration 
methods of the aldehydes or ketones gatherings. 
AFM in contact mode was used to characterize the surface morphologies of Bi2O3 thin 
films over a (2х2)µm area, as shown in Figure (4-A). Drop-casting technique formed three 
drops of biosynthesized Bi2O3 thin films on a glass substrate, with three-dimensional (3D) 
AFM images and granularity distribution. Figure (4-A) shows a semi-ball form with good 
dispensability, homogenous grains, and a vertically aligned 3D AFM picture. The 
granularity distribution chart of Bi2O3 films is shown in Figure 4, which clearly reveals 
that the film has different diameter sizes (Figure 4-B). Using special software, the 
estimated values of root mean square RMS of average surface roughness and average 

diameter were calculated and listed in the Table (2). 
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Figure 3. FTIR bismuth oxide NPs for Bi2O3 

 

 
Figure 4. AFM bismuth oxide thin film. 

 

 
 

The optical properties study in the range of 200 nm to 1200 nm using (UV-Vis) spectra, 
then, recorded on UV-Vis Refractions, refractive index as shown in Figure (5) for Bi2O3. 
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Figure 5. Refractions(R) and refractive index (n) for Bi2O3. 

 
The energy gap calculated from the coefficient of absorption α using tuce equation: 

… (1) 

hv is the photon energy of the incident photon when A is the parameter of band edge and n 
is an index of refractive that properties of the optical absorption process which 3.1 electron 

volt for direct allowed then calculated by extrapolating the straight-line portion, see Figure 
(6) respectively. [1]. 

 

 
Figure 6. energy gap of bismuth oxide NPs. 

 
FESEM images of the biosynthesized Bi2O3 thin films deposited on a glass substrate by 
drop-casting method, four drops, as shown in Figure (7). The nanostructure in the size of 
86.78 nm. Also, the shape of these NPS a flower-like. 
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Figure 7. FE-SEM OF thin film 

 

TEM images of Bi2O3 nanoplates are shown in Figure (8) Low magnification image shows 
nanoflower like structure which is in accordance with the SEM image presented in Figure. 
(7) with some spherical nanoparticles within (4-6) nm in size. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 8. Tem Images of Bi2O3 Nps  
 

PL spectra of Bi2O3 NPs arranged with various laser fluences have been recorded at room 
temperature with an excitation source working of 350 nm as displayed in Figure (9). A 
solitary sharp expansive emanation top focused at the 400 nm (3.1eV) The PL spectra of 
Bi2O3 NPs arranged at higher laser fluences are radiating light of various shadings, this 
outcome can be ascribed to quantum restriction impact and concurrence with the 
consequences of SEM and TEM. The hue is straightforwardly being connected with the 
energy levels of NPS. 
 
4 -Anticancer activity of Bi2O3 NPs 
The biosynthesized Bi2O3 nanoparticles synthesized by Bismuth (III) nitrate solution with 
Cocoa plant extract were evaluated for their anticancer potential in terms of cell viability 
percentage against AGS human gastric adenocarcinoma cells. The AGS human gastric 
adenocarcinoma cells lines were treated with biosynthesized nanoparticles at various 
concentrations (50,100µl) after 24, 48 and 72 hr. of treatment, and cell viability was 

measured by an MTT colorimetric assay (Table 3). Based on the results for this sample, 

4 nm 

6 nm 
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the relative cell viability after 24 hours of treatment is in a moderate grade, and after 48 
and 72 hours of treatment.  
 

 
Figure 9. Spectra of bismuth oxide thin film  

 
Table 3. Effects of Bi2O3 NPs on AGS ancer human gastric adenocarcinoma cells 

 viability at various concentrations (50,100µl) for 24,48,72 hr. 

Concentrations µl 24 hr. 48 hr. 72 hr. 

Control (0) 100 % 100 % 100 % 

50 61.11 67.51 69.75 

100 55.58 58.57 62.46 

 

 
Figure 10. Anticancer activity of biosynthesized NPs in terms of cell viability percentage 

against AGS cancer human gastric adenocarcinoma cells at various concentrations for 24, 48, 
72 hr 
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5- Conclusions  
In this research, bismuth oxide particles were prepared with a high technology, with very 
little toxicity, based on sustainable development programs and with a very high economic 
quality. The results were very suitable for the purposes of medical applications, where we 
note that the effect of these particles on inhibiting the spread of one of the cancerous types 
is very large using different concentrations and during a period of time. A very short time, 

not more than three days.  
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Abstract  

The aim of this paper is to introduce the notion of supra pairwise continuous function 
namely rgb (S𝒥ij

)-Sηk
-continuous, rgb (S𝒥ij

) irresolute, strongly rgb(S𝒥ij
) –irresolute in 

supra bitopological spaces. Further, we define and study a new classes of supra closed 
function namely M-rgb(Sηij

)- S𝒥j
- closed function.  

 

  المستخلص: 
rgb(S𝒥ij اسميناها الهذف من هزا البحث هى تقذيم انىع جذيذ من الذوال المستمشه الفىقيت

) − Sηk
 rgb المستمشة, 

(S𝒥ij
rgb (S𝒥ij  المحيشه, (

كزلك قذمنا بعض الخىاص  المحيشة بقىة في الفضاءاث التىبىلىجيت الثنائيت الفىقيت.(

هزه المفاهيم. فضلا عن رلك عشفنا ودسسنا صنف جذيذ من الذوال المغلقت الفىقيت اسميناه بالذوال والمميزاث ل
S𝒥jالمغلقت

- -M- rgb(Sηij
). 

1. Introduction 
The supra topological spaces have been introduced by Mashhour [9] in1983. Bose [2], 

has Introduced semi-open sets, semi-continuity and semi-open mappings in bitopological 
spaces. G. Ramkumar [10] have been introduced supra g

*
-closed sets.Gowri and Rajayal 

[4][5],[6] have been studed supra g-closed sets, supra α −open sets and supra 
α −separation axiom and supra g*-closed, in supra bitopological spaces respectively. 
Al-Hawawry and AL-Omari [1] (2007) defined the notion of b-open and b-continuity in 
bitopological spaces. M. Kamaraj [7] has been studed supra sg-closed sets and supra gs-
closed sets.A subset 𝐴 of a supra topological space (𝒳, μ) is said to be a supra regular -

closed [8] if 𝐴=clμ((lntμ(𝐴)). Also some properties of these concepts are investigated. 
The purpose of this paper is to introduce new type of supra continuous function namely 
RGB (𝑺𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂k

- continuous,  study its relations with (𝑺𝓙𝒊𝒋) –g – continuous, 𝑺𝓙𝒊𝒋 −g* - 

continuous, (𝑺𝓙𝒊𝒋) − sg – continuous, (𝑺𝓙𝒊𝒋)− gs - continuous,,also we introduce and study 

the concept of RGB (𝑺𝓙𝒊𝒋) – irresolute, strongly RGB (𝑺𝓙𝒊𝒋)- irresolute. 

Finally, we introduce and define a new class of supra closed and supra open function 
called RGB(𝑆𝜂ij

)- 𝑺𝓙𝒋 − closed function, RGB(𝑆𝜂ij
)-𝑺𝓙𝒋 − open function,pre- RGB((𝑺𝓙𝒊𝒋) 

-closed function, M-RGB ((𝑺𝓙𝒊𝒋) - closed function in supra bitopological spaces  
 

2. Preliminaries 
Definition 2.1 [10]: (𝒳, 𝒥) is said to be a supra topological space if it is satisfying these 
conditions: 
(1)  𝒳,𝜑 ∈ 𝒥 
(2) The union of any number of sets in 𝒥 belongs to 𝒥. 
Definition 2.2 [10]: Each element 𝒦 ∈ 𝒥 is called a supra open set in (𝒳, 𝒥) and 
𝒦𝑐 is called a supra closed set in (𝒳, 𝒥)  
 

Definition 2.3 [10]:The supra closure of the set ℳ is denoted by 𝑺𝓙-cl(𝑀) and is 

defned as 𝑺𝓙-𝒸𝑙(ℳ)=⋂{𝔅: 𝔅 is a supra closed and ℳ ⊆ 𝔅}. 
 

Definition 2.4 [9]: The supra interior of the set ℳ is denoted by 𝑺𝓙-int(𝑀) and is 
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defned as 𝑺𝓙-𝑖𝑛𝑡(ℳ)=∪{ 𝔅: 𝔅 is a supra open and 𝔅 ⊆ ℳ }. 
 

Definition 2.5 [10]: If 𝑆𝒥1
 and 𝑆𝒥2

are two supra topologies on a non-empty set 𝒳, 

then the triplet (𝒳, 𝑆𝒥1
, 𝑆𝒥2

) is said to be a supra bitopological space. 

Definition 2.6 [4]: Each element of 𝑆𝒥𝑖 is called a supra 𝒥𝑖 -open sets in (𝒳, 𝑆𝒥1
, 𝑆𝒥2

) Then 

the complement of 𝑆𝒥𝑖-open sets are called a supra 𝑆𝒥𝑖-closed sets, for 𝒾 = 1,2. 
 

Definition 2.7 [9]: If (𝒳, 𝑆𝒥1
, 𝑆𝒥2

) is a supra bitopological space, 𝒴 ⊆ 𝒳, 𝒴 ≠ 𝜑 

then (𝒯, 𝑆𝒥1
∗, 𝑆𝒥2

∗) is a supra bitopological subspace of (𝒳, 𝑆𝒥1
, 𝑆𝒥2

) if 

𝑆𝒥1
∗={ 𝐴 ⋂ 𝒴: 𝐴 is a 𝑆𝒥1

 open in 𝒳}and  

𝑆𝒥2
∗={ 𝐵 ⋂ 𝒴: 𝐵 is a 𝑆𝒥2

 open in 𝒳}  
 

Definition 2.8 [4]: The supra 𝒥𝑖-closure of the set Á is denoted by 𝑆𝒥𝑖-cl(Á) and 

is defned as 𝑆𝒥𝑖-cl(Á) =)=⋂{ℱ: ℱ is a supra 𝑆𝒥𝑖 −closed and Á ⊆ ℱ} for 𝒾 = 1,2 
 

Definition 2.9 [4]: The supra 𝒥𝑖-interior of the set Á is denoted by 𝑆𝒥𝑖-int(Á) and 

is defned as 𝑆𝒥𝑖-int(Á) =∪{ 𝔅: 𝔅 is a supra 𝑆𝒥𝑖 − open and 𝔅 ⊆ Á } for 𝒾 = 1,2 
 

Definition 2.10 [6]: A subset A of a supra bitopological space ((𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

)) is 

said to be supra 𝑺𝓙𝒊𝒋-generalized closed(briey 𝑺𝓙𝒊𝒋-g-closed) if 𝑆𝒥𝑗− scl(A) ⊆U 

whenever A ⊆ U and U ∈ 𝑆𝒥𝑖 where i,j = 1,2 and i ≠ j.  
 

Definition 2.11 [11]: Let i, j ∈{1, 2} be fixed integers. A subset N of a supra bitopological 

spaces (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

)is said to be 𝑺𝓙𝒊𝒋- g *-closed,if 𝑆𝓙𝒋 −cl(N) ⊆U whenever N ⊆U and U 

is 𝑺𝓙𝒊 - g -open
 
set 

 

Definition 2.12.[3] Let i, j {1, 2} be fixed integers. A subset Ń of a supra bitopological 
spaces (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
)is said to be 𝑆𝓙𝒊𝒋-regular generalized b- closed set (briefly 𝑆𝓙𝒊𝒋 − 𝑟𝑔𝑏-

closed) set if 𝑆𝓙𝒋 −bcl(Ń) ⊆Ü whenever Ń ⊆Ü and Ü is regular -open in (𝒳, 𝑆𝓙𝒋). 

The family of all 𝑆𝓙𝒊𝒋 − 𝑟𝑔𝑏 closed(resp. 𝑆𝓙𝒊𝒋 − 𝑟𝑔𝑏 open) sets in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) are denoted 

by 𝑆𝓙𝒊𝒋 − 𝑟𝑔𝑏 C(𝒳)(resp. 𝑆𝓙𝒊𝒋 − 𝑟𝑔𝑏 O(𝒳). 
 

Definition 2.13. [3]: A subset A of supra bitopological space (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) is said to be 

pairwise 𝑺𝓙 − 𝑟𝑔𝑏 closed(briefly p-𝑺𝓙 − 𝑟𝑔𝑏 − closed) if A is 𝑆𝓙𝟏𝟐− rgb-closed and 𝑆𝓙𝟐𝟏− 

rgb-closed. 
The complement of a pairwise 𝑺𝓙 − 𝑟𝑔𝑏 closed set is said to be pairwise 𝑺𝓙 −
𝑟𝑔𝑏 open(briefly p-𝑺𝓙 − 𝑟𝑔𝑏 −open). 
 

Definition 2.14: A function ℱ: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

)from a bitopological space 

𝒳 into supra bitopological space 𝒴 is called: 
1). 𝑆𝓙𝒊 - 𝑆𝜂k

-continuous
10

 if f −1(V) ∈ S𝒥i
− closed in (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) for every 𝑆𝜂k

 –closed 

set V in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

),where k= i or j. 
 

2).D𝑆𝓙𝒊𝒋 –𝑆𝜂k
- continuous

6
 (resp. D* 𝑆𝓙𝒊𝒋 –𝑆𝜂k

- continuous
6
) if f 

-1
(V) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 −g- closed 

(resp. 𝑆𝓙𝒊𝒋– g* closed) set in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) for every 𝑆𝜂k
–closed set V in (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗),where 

k= i or j. 
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3). 𝑆𝓙𝒊  − 𝑆𝜂k
 contra-continuous [5] if f 

-1
(V) is 𝑆𝓙𝒊 −closed in (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) for every 𝑆𝜂k

- 

open set V in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

), where k= i or j 
 

Definition 2.15: A function f:(𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) from bitopological space X into 

bitopological space 𝒴 is called: 
1) S𝒥k

 - 𝑆𝜂i
-closed function

10
 if every f (V) is 𝑆𝜂i

–closed set in 𝒴 for every S𝒥k
 – closed set 

V in 𝒳. 
 

2) D(𝑆𝜂𝑖𝑗) - 𝑆𝓙𝒋 − closed function
 6

(resp. D*((𝑆𝜂𝑖𝑗))- 𝑆𝓙𝒋 − closed
6
,) function if every f (V) 

is ((𝑆𝜂𝑖𝑗))- g- closed(resp. ((𝑆𝜂𝑖𝑗))- g*- closed)set in 𝒴 for every 𝑆𝓙𝒋- closed set V in 𝒳. 
 

3) 𝑆𝓙𝒌- 𝑆𝜂𝑖 contra closed function[5] if every f (V) is 𝑆𝜂𝑖 - closed in 𝒴 for every 𝑆𝓙𝒌- open 

set U in 𝒳. 
 

Definition 2.16. Let (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) be bitopological space and x∈  𝒳.A subset N of 𝒳is said 

to be 𝑆𝓙𝒊𝒋− rgb- neighbourhood (briefly𝑆𝓙𝒊𝒋− rgb-nhd) of a point x if and only if there 

exists a 𝑆𝓙𝒊𝒋− rgb –open set G such that g ∈G ⊆ N. 
 

The set of all 𝑆𝓙𝒊𝒋− rgb− nhd of a point g is denoted by 𝒳− rgb –N(g)  
 

3. RGB 𝐒𝓙𝐢𝐣 - 𝐒𝛈𝐤 -Continuous and RGB 𝐒𝓙𝐢𝐣- Irresolute Functions  

 In this section, we introduce RGB(𝑆𝓙𝒊𝒋)- 𝑆𝜂𝑘-continuous and RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)- irresolute 

functions in bitopological spaces and study some of their properties. 
 

Definition 3.1: A function f:(𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗) from bitopological space 𝒳into 

bitopological space 𝒴 is called:  
1) rgb (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂k

-continuous if f 
-1

(V) is 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb closed set(resp. 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb open set) in (𝒳, 

S𝒥1
, S𝒥2

) for every 𝑆𝜂k
- closed set (resp. 𝑆𝜂k

- open set) V in (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

), where k=i or j.  
2) rgb (𝑆𝓙𝒊𝒋) - irresolute if f 

-1
(V) is (𝑆𝓙𝒊𝒋) – rgb closed in (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) for every -(𝑆𝜂𝑖𝑗) –

rgb – closed set V in (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗). 
 

Remark 3.2 Suppose that S𝒥i
= S𝒥j

 and 𝑆𝜂𝑖 =  𝑆𝜂𝑗 in Definition 3.1, then RGB- continuous 

functions of bitopological spaces coincides with RGB-continuity of topological spaces. 
 

Proposition 3.3: 
1) If A is 𝑆𝓙𝒋-closed subset of (𝒳, S𝒥i

, S𝒥j
) then A is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb - closed set.  

2) If A is𝑆𝓙𝒊𝒋− g-closed subset of (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

)(resp. 𝑆𝓙𝒊𝒋− g
*
-closed), then A is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb - 

closed set.  
 

Proposition 3.4: If A is 𝑆𝓙𝒊-open subset of (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) then A is 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb- closed set. 

Proof. Let A be any 𝑆𝓙𝒊- open set and U be any 𝑆𝓙𝒊 − regular -open set containing A ⇒ A 

=𝑆𝓙𝒊 −intA ⊆ and A ⊆ 𝑆𝓙𝒋 −bcl(A) ⊆ 𝑆𝓙𝒋 −cl(A) ⊆U, then 𝑆𝓙𝒋 −bcl(A) ⊆U. Hence A is 

𝑆𝓙𝒊𝒋− rgb-closed.  
 

Proposition 3.5:  
1) Every 𝑆𝓙𝒋 - 𝑆𝜂𝑘-continuous function then is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) – 𝑆𝜂𝑘 -continuous function, 

where k= i or j. 
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2) Every D (𝑆𝓙𝒊𝒋)- 𝑆𝜂𝑘 continuous (resp. D* (𝑆𝓙𝒊𝒋)- 𝑆𝜂𝑘- continuous, is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) – 𝑆𝜂𝑘 -

continuous function, where k= i or j. 
3) Every 𝑆𝓙𝒊 - 𝑆𝜂𝑘 contra continuous function is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- continuous function, 

where k= i or j. 
 

Proof: 
1) Let F be 𝑆𝜂𝑘 - closed set in 𝒴 and f be 𝜂𝑖 - 𝑆𝜂𝑘 continuous function ⇒ f

-1
 (F) is S𝒥2

 - 

closed set in 𝒳. By proposition 3.3 (every S𝒥2
 – closed set(resp. S𝒥2

- 𝛼 –closed, 𝑆𝓙𝒋− semi-

closed, S𝒥2
− b-closed) set is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb - closed set set in 𝒳.⇒ f

-1
 (F) is (𝑆𝓙𝒊𝒋) –rgb - closed 

set in 𝒳 ⇒f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) – 𝑆𝜂𝑘- continuous function. 

2) Let V be 𝑆𝜂𝑘 - closed set in 𝒴 and f be D(𝑆𝓙𝒊𝒋)- 𝑆𝜂𝑘 continuous function ⇒ f
-1

 (F) is 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) –g- closed set in 𝒳. By proposition 3.3(every (𝑆𝓙𝒊𝒋) –g- closed set (resp. (S𝒥1
, S𝒥2

) –

g* closed) set is (𝑆𝓙𝒊𝒋) –rgb - closed set set in 𝒳⇒ f
-1

 (F) is (𝑆𝓙𝒊𝒋) –rgb - closed set in 𝒳⇒f 

is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)– η k- continuous function 

3) Let U be 𝑆𝜂𝑘 – closed set in (𝒴, 𝑆𝜂𝑘, 𝑆𝜂𝑐) and f: (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑘, 𝑆𝜂𝑐) be 𝑆𝓙𝒊 - 

𝑆𝜂k
-contra continuous,f

-1 (
U) is 𝑆𝓙𝒊 - open set in (𝒳, S𝒥i

, S𝒥j
).Since every 𝑆𝓙𝒊-open set is 

𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed set ⇒ f
-1

 (F) is 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb - closed set in 𝒳. Therefore f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂k
-

continuous function. 
 

The converse of above proposition may not be true in general as seen in the following 
example.  
 

Example 3.6: 
1) Consider 𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉}, S𝒥i

= {𝒳, φ,{𝓀},{𝓂,𝓀}}, S𝒥j
 = {𝒳, φ, {𝓂}},η1 ={𝒴, 

φ,{𝓀},{𝓀,𝓉}} and 𝑆𝜂𝑗  ={φ,𝒴,{𝓀,𝓉}}. So the sets in {𝒳,φ,{𝓂},{𝓀}, {𝓉}, {𝓂,𝓀}, 

{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb- closed sets in 𝒳. Let 𝑓: (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗) be 

identity function. Then f is RGB (S𝒥ij
) - Sηi

-continuous function but is not 𝑆𝜂𝑗- Sηi
-

continuous function since the 𝑓 −1({ })={𝓂} is not 𝑆𝜂𝑗-closed set in 𝒳.  

2) Consider 𝒳= {𝓂,𝓀,𝓉},𝒴={u,v,w}, S𝒥i
= {𝒳, φ,{𝓀},{𝓉},{𝓀,𝓉}}, S𝒥j

 = {𝒳, φ,{𝓀,𝓉}},η1 

={𝒴, φ,{u},{v},{w},{u,v},{u,w}{v,w}} and 𝑆𝜂𝑗  ={φ,𝒴}. So the sets in{𝒳,φ, {𝓂}, 

{𝓀},{𝓉},{ 𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed sets in 𝒳. Define f: (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) → 

(𝒴, η1, η2) by f(𝓂)= u,f(𝓀)=v f(𝓉) =w. Then f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘-continuous function but 

is not 𝐷(𝑆𝜂𝑖, 𝑆𝜂𝑗) − η1continuous (resp. D* (𝑆𝓙𝒊𝒋) −  𝑆𝜂𝑖 –continuous) function since the f
-

1
({v,w }) ={𝓀,𝓉}is not 𝑆𝓙𝒊𝒋 –g- closed (resp g*- closed) set in 𝒳.  

3) Consider 𝒳= {𝓂,𝒷,𝓉},𝒴={u,v,w}, S𝒥i
= {𝒳, φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉}}, S𝒥j

 = {𝒳, 

φ,,{𝓂},{𝓀}, {𝓂,𝓀}},𝑆𝜂𝑖={𝒴, φ,{w}} and 𝑆𝜂𝑗={φ,𝒴}. So the sets in{𝒳,φ,{𝓂},{𝓀},{𝓉},{ 

𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb- closed sets in 𝒳. Define f: (𝒳, S𝒥i
, S𝒥j

) → (𝒴, 

𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗) by f(𝓂)= u,f(𝓀)=v f(𝓉) =w. Then f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) − 𝑆𝜂𝑖 -continuous function, but 

it is not 𝐷(𝑆𝓙𝒊𝒋) − 𝑆𝜂𝑖continuous function. 

4) Consider 𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉}, 𝑆𝓙𝒊= {𝒳, φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀}}, S𝒥j
 = {𝒳, φ, {𝓂 }},𝑆𝜂𝑗 ={𝒴, 

φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉}} and η2 ={ φ,𝒴,{𝓀}}. So the sets in {𝒳,φ,{𝓂},{𝓀}, {𝓉}, 
{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}}are 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb- closed sets in 𝒳. Let f: (𝒳, S𝒥i

, S𝒥j
) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗) 
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be identity function. Then f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑖- continuous function but is not 𝑆𝓙𝒋 - 𝑆𝜂𝑖 

contra continuous since the set {𝓂,𝓀}is 𝑆𝜂𝑖 –open set in 𝒴 but f
-1

({𝓂,𝓀})={ 𝓂,𝓀}is not 

𝑆𝓙𝒋 - closed set in 𝒳.  
 

Proposition 3.7. Every 𝑆𝓙𝒋 -regular - 𝑆𝜂𝑘 continuous function is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)) - 𝑆𝜂𝑘-

continuous function 
Proof. Let V be 𝑆𝜂𝑘 – closed set in (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
)) and f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗) is 𝑆𝓙𝒋 

–regular - 𝑆𝜂𝑘- continuous ⇒ f
-1

 (V) is 𝑆𝓙𝒋 –regular closed in 𝒳.Since every 𝑆𝓙𝒋 –regular 

closed set is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb- closed, we have f
-1

 (V)is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb- closed in 𝒳.Hence f is a RGB 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘-continuous function 
 

The converse of above proposition may not be true in general as seen in the following 
example.  
 

Example 3.8: Let 𝒳,, S𝒥i
, S𝒥j

, 𝑆𝜂𝑖 , 𝑆𝜂𝑗  and f be as in Example (3.6),(2). Then f is RGB 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) − 𝑆𝜂𝑖-continuous but not 𝑆𝓙𝒋 -regular - 𝑆𝜂𝑖 continuous since the f
-1

({u,w}) ={a,c}is 

not 𝑆𝓙𝒋 -regular - 𝑆𝜂𝑖 -closed set in 𝒳.  
 

Proposition 3.9. Every RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - irresolute function is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- continuous.  

Proof: Let f be RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - irresolute and F be 𝑆𝜂𝑘 - closed set in 𝒴.By Proposition 3.3. F 

is  𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb - closed set in 𝒴.Since f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - irresolute, then f
-1

(F) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 rgb-

closed in 𝒳. Thus f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- continuous.  
 

The converse of above proposition may not be true in general as seen in the following 
example.  
Example 3.10: Consider 𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉}, η1={𝒳,φ,{𝓂},{𝓀}, {𝓉},{𝓂,𝓀}, {𝓂,𝓉}, 
{𝓀,𝓉}}, 𝑆𝓙𝒋 ={𝒳, φ,{𝓀},{𝓀,𝓉}}, 𝑆𝜂𝑖={𝒴,φ,{𝓀},{𝓂,𝓀}} and η2 ={ φ,𝒴,{𝓉}}. Define f: 

(𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(𝓂)= 𝓂,f(𝓀)= 𝓀,f(𝓉) = 𝓉. Then f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑖- 

continuous function but not RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)- irresolute function since the f
-1

 ({𝓂, })={𝓂,𝓀} is 

not 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb- closed set in 𝒳.  
 

Remark 3.11: Composition of RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- continuous functions need not be RGB 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- continuous. 
 

Example 3.12: Let 𝒳= 𝒴 = Z ={𝓂,𝓀,𝓉}, η1={𝒳,φ,{𝓂},{𝓀}, {𝓉},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} 
𝑆𝓙𝒋 ={𝒳, φ,{𝓂}, {𝓂,𝓀}}, 𝑆𝜂𝑖 ={𝒴,φ,{𝓂},{𝓂,𝓉}}, η2 ={ φ,𝒴,{𝓂,𝓀}},η1={ Z,φ,{ 𝓉}} 

and η2 = {Z, φ}. Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(𝓂) = 𝓂, f(𝓀) = 𝓀, f(𝓉) = 𝓉. 

Define g: (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) →(Z, 𝑆η1,𝑆η2) by g(𝓂) = 𝓂, g(𝓀) = 𝓉, g(𝓉) = 𝓀. Then f is RGB 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) 𝑆𝜂𝑖- continuous and g is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆ηi - continuous is but g o f
-1

({𝓂})=f
-1 

(g 
-1 

({𝓂,𝓀})) = f
-1 

({𝓂,𝓀})= {𝓂,𝓀} which is not 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed set in 𝒳. Then g o f is 

RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) − 𝑆ηi-continuous.  
 

Proposition 3.13. A function f:(𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘- 

continuous iff ∀ x∈ 𝒳, ∀ 𝑆𝜂𝑘-nhd G of f(x),∃ 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb-nhd U of x such that f(U) ⊆ G 
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Proof:Suppose that G is any 𝑆𝜂𝑘-nhd of f(x) and f is an RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)) - 𝑆𝜂𝑘- continuous 

⇒ 𝑓−1 (V) is and 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb-nhd U of x.Put 𝑓−1 (G) =U ⇒ f(U)=f (𝑓−1 (G)) ⊆ U. 

Conversely.Let A ∈ 𝑆𝜂𝑘 and x ∈ 𝑓−1 (A) ⇒f (x) ∈ A ⇒ ∃𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb-nhd Ux of x in 𝒳such 

that f(U) ⊆ G and ∃ Nx∈ 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb open such that x ∈ Nx ⊆ U and hence f(Nx) ⊆ A, Nx ⊆ 

 f
-1

(A). This implies that 𝑓−1(A) =∪ Nx, x ∈ 𝑓−1 (A) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb open in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

). 

Therefore RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘 continuous. 

 

Proposition 3.14: Let f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) be a function.Then the following are 

equivalent. 
(i) The function is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - continuous. 

(ii) The inverse of each 𝑆𝓙𝒊 - open set in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) is (𝑆𝜂𝑖𝑗) –rgb- open in (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) 

(iii) For each x in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) the inverse of every neighbourhood of f(x) is a 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb -

neighbourhood of x 
Proof: (i) ⇒ (ii). Let f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) be a RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑘 continuous. 

function and V be an ηk- open set in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) ⇒V
c
 is ηk- closed set in 𝒴. Since f is 

RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - ηk continuous ⇒f
-1

(V
c
) =(f

-1
(V))

c
 is 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb- closed set in 𝒳. Thus f

-1
(V) is 

(𝑆𝓙𝒊𝒋) -rgb- open set in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) 

 
(ii) ⇒ (iii). For x ∈ 𝒳, let N be the neighbourhood of f(x),then there exist an open set G in 
(𝒴, 𝑆𝜂1

,𝑆𝜂2
) such that f(x) ∈ G ⊆ N implies that f

-1
(G) is𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb- open set in 𝒳and  

x ∈ f
-1

(G) ⊆ f
-1 

(N).Therefore f
-1 

(N) is 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb -neighbourhood in 𝒳 

 
(iii) ⇒ (i). Proof is clear 
 
4. RGB((𝑺𝜼𝒊𝒋)- 𝑺𝓙𝒋 −Closed Function  

 In this section we introduce RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋 −closed function, RGB((𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋 − open 

function, pre- RGB((𝑆𝜂𝑖𝑗) − 𝑆𝓙𝒋-closed(resp. open) function, pre- RGB((𝑆𝜂𝑖𝑗) − 𝑆𝓙𝒋- open 

function, M.RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function in bitopological spaces and study some of their 

properties 

 
Definition 4.1: A function f:(𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) from bitopological space 𝒳into 

bitopological space 𝒴 is called:  
1) RGB((𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋 −closed (resp. open) function if every f (V) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb- closed(resp. 

open)set in 𝒴 for every 𝑆𝓙𝒋- closed set V in 𝒳.  

2)pre- RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗) − 𝑆𝓙𝒋-closed(resp. open) function if every f (V) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb- closed(resp. 

open)set in 𝒴 for every 𝑆𝓙𝒋- closed set V in 𝒳.  

3) RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗) -𝑆𝓙𝒊 −contra closed function if every f (V) is (𝑆𝜂𝑖𝑗 –rgb - closed in 𝒴 for 

every S𝒥i
- open set U in 𝒳.  

 
Proposition 4.2.  
1) Every 𝑆𝓙𝒋-𝑆𝜂𝑗-closed function, then is RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)– 𝑆𝓙𝒋 -closed function. 
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2) Every D((𝑆𝜂𝑖𝑗))- 𝑆𝓙𝒋-closed(resp. D*((𝑆𝜂𝑖𝑗))- 𝑆𝓙𝒋-closed) functions is RGB((𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- 

closed function. 
3) Every 𝑆𝓙𝒋- 𝑆𝓙𝒊 contra closed function is 𝑆𝜂𝑖𝑗 –rgb - closed function.  

  
Proof: 
1) Suppose that F is 𝑆𝓙𝒋-closed set in 𝒳.Since f is 𝑆𝓙𝒋 - 𝑆𝜂𝑗 -closed function ⇒ f(V) is 𝑆𝜂𝑗 -

closed set in 𝒴.By Proposition 3.3., f(V) is 𝑆𝜂𝑖𝑗- rgb- closed set in 𝒴. Hence f is RGB 

(𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

2) Similar to part (1)  
3) Suppose that B is 𝑆𝓙𝒋-closed in 𝒳.Since f is 𝑆𝓙𝒋- 𝑆𝜂𝑖 contra closed function ⇒ f(V) is 𝑆𝜂𝑖 

- open set in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

). Since every 𝑆𝓙𝒋-open set is 𝑆𝜂𝑖𝑗- rgb- closed set ⇒ f(V) is 𝑆𝜂𝑖𝑗 -

rgb - closed set in 𝒴. This implise that RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

 
The following example show that the converse of the above proposition is not true: 
 
Example 4.3 
1) Consider 𝒳= {𝓂,𝓀,𝓉}, 𝒴={u,v,w}, 𝑆𝓙𝒊={ φ,𝒳,{v,w}}, 𝑆𝓙𝒋 = {φ,𝒳,{w},{u,w },{v,w}}, 

𝑆𝜂𝑖 = {𝒴,φ, {𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀}{𝓂,𝓉}}and 𝑆𝜂𝑗.={𝒴,φ,{𝓀},{𝓂,𝓀}}.So the sets in{𝒴,φ,{ 

𝓂},{𝓉},{𝓂,𝓀},{𝓀,𝓉}} are (𝑆𝜂𝑖𝑗– rgb- closed sets in 𝒴.  

Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(u)= 𝓂,f(v)=𝓀 f(w) =𝓉. Then f is RGB ((𝑆𝜂𝑖𝑗) -

 𝑆𝓙𝒋 −closed function, but it is not 𝑆𝓙𝒋 − closed function, since {u,v}is 𝑆𝓙𝒋 – closed set in 

𝒴 but f({u,v})={𝓂,𝓀} is not 𝑆𝜂𝑗– closed set in 𝒴.  

 
2) Consider 𝒳= {𝓂,𝓀,𝓉}, 𝒴={u,v,w}, 𝑆𝓙𝒊={φ,𝒳}, 𝑆𝓙𝒋={φ,𝒳,{u},{v},{w},{u,v}, {u,w} 

{v,w}}, 𝑆𝜂𝑖 = {𝒴,φ,{𝓀},{𝓉},{𝓀,𝓉}}and 𝑆𝜂𝑗={𝒴,φ,{𝓀,𝓉}}.So the sets in {𝒴,φ, {𝓂}, {𝓀}, 

{𝓉}, {𝓂,𝓀}, {𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝜂𝑖𝑗  – rgb- closed sets in 𝒴. Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 

𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(u)= 𝓂,f(v)=𝓀 f(w) =𝓉. Then f is RGB ((𝑆𝜂𝑖𝑗)−𝑆𝓙𝒋 −closed function, but it is 

not 𝐷 ((𝑆𝜂𝑖𝑗) - 𝑆𝓙𝒋-closed (resp. D* (𝑆𝜂𝑖𝑗) 𝑆𝓙𝒋- closed)functions since {u,v}is 𝑆𝓙𝒋- closed in 

𝒳but f({u,v)={𝓀,𝓉} is not 𝑆𝜂𝑖𝑗 −g-closed (resp. ((𝑆𝜂𝑖𝑗) g*closed) set in 𝒴. 

 
3) Consider 𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉}, 𝑆𝓙𝒊= {𝒳, φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉}}, 𝑆𝓙𝒋 = {𝒳, φ,{𝓉}},𝑆𝜂𝑖 

={𝒴, φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀}} and 𝑆𝜂𝑗  ={φ,𝒴,{𝓂}}. So the sets in {𝒳,φ,{𝓀},{𝓉}, 

{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}}are 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed sets in 𝒳. Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 

𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(𝓂)= 𝓂,f(𝓀)= 𝓀,f(𝓉) = 𝓉. Then f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - 𝑆𝜂𝑗- closed function but not 

𝑆𝓙𝒋- 𝑆𝜂𝑖 contra closed function since the set {𝓂, 𝓉 }is 𝑆𝓙𝒋 -closed set in 𝒳but f ({𝓂,𝓉})={ 

𝓂,𝓉}is not 𝑆𝜂𝑖 -open set in 𝒳.  

 
Proposition 4.4: A biJective function f: (𝒳, 𝜂𝑖, 𝜂𝑗) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝜂1- open 

function iff it is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒊- closed function. 

Proof: Let A be a 𝑆𝓙𝒊- open set in 𝒳⇒ A
c
 is 𝑆𝓙𝒊-closed in 𝒳.Since f

 
is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋 - 

closed, then f(A
c
) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb- closed in 𝒴 ⇒ (f(A

c
))

c
 is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb -open in 𝒴.Since f is 
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bijective, implies that (f(A
c
))

c
 =f(A) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb - open in 𝒴. Therefore f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)-

 𝑆𝓙𝒊-open function. 

 
Conversely: Let V be a 𝑆𝓙𝒋- closed set in 𝒳⇒ V

c
 is 𝑆𝓙𝒋-open in 𝒳.Since f

 
is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)-

 𝑆𝓙𝒋-open,then f(V
c
) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb- open in 𝒴 and (f(V

c
))

c
 is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb- closed in 𝒴.Since f 

is bijective ⇒ (f(A
c
))

c
 =f(A) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb- closed in 𝒴. Hence f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed 

function. 
 
Proposition 4.5: For any bijection f: (𝒳, 𝜂𝑖, 𝜂𝑗) → (𝒴, 𝑆𝜂𝑖 ,𝑆𝜂𝑗), the following statements 

are equivalent. 
(i) f

-1
: (𝒴, ηi, ηj)→ (𝒳, S𝒥i

, S𝒥j
) is RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 continuous. 

(ii) f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒊 −open function. 

(iii) f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 closed function. 

Proof: (i)⇒ (ii). Let U be 𝑆𝓙𝒋 − open in 𝒳,since f
-1

 is RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 continuous ⇒  

(f
-1

)
-1

(U) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)-rgb- open in 𝒴. But (f
-1

)
-1 

(U)=f(U) implies that f(U) is(𝑆𝜂𝑖𝑗) rgb -open in 

𝒴.Hence f is a RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) -𝑆𝓙𝒊 − open function. 

(ii) ⇒ (iii). Let F be a 𝑆𝓙𝒋-closed set in 𝒳. ⇒ 𝒳-F is 𝜂𝑗-open in 𝒳.Since f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 

𝑆𝓙𝒊 −open function, by definition 3.1⇒ f(𝒳-F) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)- -rgb- open in 𝒴. Since f is 

bijection, then f(𝒳-F) =𝒴-f(F) ⇒ f(F) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 -rgb - closed in 𝒴. This show that f is a RGB 

(𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 - closed.  

(iii)⇒ (i) Let A be 𝑆𝓙𝒋-closed set in 𝒳.Since f:→𝒴 is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 closed function then 

f(A) is (𝑆𝜂𝑖𝑗) -rgb closed in 𝒴. Since f(A)= (f
-1

)
-1

(A),then(f
-1

)
-1

(A) is (𝑆𝜂𝑖𝑗)-rgb -closed in 𝒴. 

Therefore f
-1

 is RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)-𝑆𝓙𝒋 continuous 

 
Proposition 4.6. Let f:(𝒳,S𝒥1

, S𝒥2
)→(𝒴,𝑆𝜂1

,𝑆𝜂2
) be irresolute and 𝑆𝓙𝒋b-𝑆𝜂𝑗closed function 

then for every 𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb- closed set A of (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

),f(A) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb-closed set in 𝒴 

 
Proof: Suppose that A is 𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb- closed set of (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) and f(A)⊆U where U is ηi-

regular open set of (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

).To prove that f(A) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb-closed set in 𝒴. Since 

f(A)⊆U ⇒A⊆ f−1
(U). Since f is irresolute ⇒f

−1
(U) is 𝑆𝓙𝒋- regular open set in 𝒳. Since A is 

𝑆𝓙𝒊𝒋  -rgb- closed, we have 𝑆𝓙𝒋 − bcl (A)⊆ f
−1

(U) and hence f(𝑆𝓙𝒋 − bcl (A))⊆ U. Since f 

is𝑆𝓙𝒋-b closed ⇒f(𝑆𝓙𝒋 − bcl (A)) is 𝑆𝓙𝒋b- closed in 𝒴,which implise that 𝑆𝓙𝒋 − bcl(f(A)) ⊆ 

𝑆𝓙𝒋 − bcl(f(𝑆𝓙𝒋 −bcl(A))) = f(𝑆𝓙𝒋-bcl(A)) ⊆ U. Hence f(A) is (𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) rgb-closed set in 𝒴 

 
Corollary 4.7. Let f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) be a RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function and 

g: (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) → (𝒵, 𝑆η1
, 𝑆η2

) be irresolute and 𝑆𝓙𝒋-b closed function then gof is a RGB 

(𝑆η𝑖𝑗)–𝑆𝓙𝒋) - closed function in Z. 

Proof: Let A be 𝑆𝓙𝒋 - closed set in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) and f be a RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋)) - closed function 

⇒f(A) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb closed in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

). Since g:(𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) → (, 𝑆η1
, 𝑆η2

)) is irresolute 

and 𝑆𝓙𝒋 −b -closed function by Proposition 3.23, we have g(f(A))=(gof)(A) is 𝑆η𝑖𝑗- rgb–

 closed in (𝒵, 𝑆η1
, 𝑆η2

). Threrfore gof is a RGB (𝑆η𝑖𝑗)– 𝑆𝓙𝒋 - closed. 
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Remark 4.8: 
1. Let (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) be a bitopological space and A ⊆ 𝒳,then we define 𝑆𝜂𝑖𝑗–rgb closure of 

A (briefly 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb cl(A)) to be the intersection of all 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb closed sets containing A.  

2. If A is 𝑆𝓙𝒊𝒋–rgb closed then A = 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgb cl(A) 

3. A⊆ 𝑆𝓙𝒊𝒋 –rgbcl(A) ⊆ 𝑆𝓙𝒋 –bcl cl(A) ⊆ 𝑆𝓙𝒋 –cl(A) 

 
Proposition 4.9. Let f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (Y, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) be a RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function 

then 𝑆𝓙𝒊𝒋-rgb cl(f(A)) ⊆ f(𝑆𝓙𝒋- cl(A)) for every subset A of (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) 

 
Proof: Let A ⊆ 𝒳,since f is RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) – closed function ⇒f(𝑆𝓙𝒋- cl(A)) is 𝑆𝜂𝑖𝑗- rgb closed 

in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

).By remark 4.9,we have 𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb cl (f (𝑆𝓙𝒋- cl(A))) = f (𝑆𝓙𝒋- cl(A)),Since 

f(A)⊆ f(𝑆𝓙𝒋-cl(A)),hence 𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb cl(f(A))⊆ 𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb cl(f(cl(A)))= f(𝑆𝓙𝒋-cl(A)).Thus 𝑆𝓙𝒊𝒋 -

rgb cl(f(A)) ⊆ f(𝑆𝓙𝒋-cl(A)) 

 
The converse of above proposition may not be true in general as seen in the following 
example.  
 
Example 4.10 
Consider𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉},S𝒥1

={𝒳,φ,{𝓂},{𝓀,𝓉}},S𝒥2
={𝒳,φ,{𝓂},{𝓀},{𝓂,𝓀}},𝑆𝜂1

={𝒴,φ,

{𝓂},{𝓀},{𝓉},{𝓂,𝓀},{a,𝓉},{𝓀,𝓉}} and 𝑆𝜂2  ={ φ,𝒴,{𝓂},{𝓂,𝓀}}. Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) 

→ (𝒴, 𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(𝓂)= 𝓂,f(𝓀)= 𝓀,f(𝓉) = 𝓉.  

Then the sets in{𝒳,φ,{𝓂},{𝓀},{𝓉},{ 𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed sets in 𝒳, 

the sets in{𝒴,φ,{𝓀},{𝓉},{𝓀,𝓉}} are 𝑆𝜂𝑖𝑗 −rgb- closed sets in 𝒴. 𝑆𝓙𝒊𝒋 -rgb cl(f(A)) ⊆ f(𝑆𝓙𝒋-

cl(A)) for every subset A of (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) but not RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function since 

A={𝓂,𝓉}={𝓂,𝓉} is 𝑆𝓙𝒋- closed set in 𝒳not 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb closed set in 𝒴.  

 
Definition 4.11. A function f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

,𝑆𝜂2
) from bitopological space 𝒳into 

bitopological space 𝒴 is called strongly RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋- irresolute if f 
-1

(V) is 𝑆𝓙𝒋 – closed in 

𝒳for every 𝑆𝜂𝑖𝑗–rgb-closed set V of 𝒴. 

 
Proposition 4.12. Let f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) and g: (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) → (𝒵, 𝑆η1

, 𝑆η2
) 

be two functions and let gof: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒵, 𝑆η1
, 𝑆η2

) be RGB (𝑆η𝑖𝑗)–𝑆𝓙𝒋- closed 

function. Then 
1) If f is 𝑆𝓙𝒋 - 𝑆𝜂𝑘-continuous and surjection then g is a RGB (𝑆η𝑖𝑗)– 𝑆𝜂𝑗 closed function. 

2) If g is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- irresolute and injective then f is a RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

3) If g is 𝑆𝓙𝒋−b- 𝑆𝜂𝑘 - continuous and injective then f is a RGB (𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

)- 𝑆𝓙𝒋- closed 

function. 
4) If g is 𝑆𝓙𝒋−b- irresolute and injective then f is a RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

5) If g is strongly RGB (𝑆η𝑖𝑗)–irresolute and injective then f is 𝑆𝓙𝒋-𝑆𝜂𝑗 - closed function. 

 
Proof: 
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1) Let F be 𝑆𝜂𝑗 -closed in 𝒴.Since f is 𝑆𝓙𝒋 - 𝑆𝜂𝑗 -continuous, implies that f
-1

(F) is 𝑆𝓙𝒋-closed 

in 𝒳. Since gof is RGB (𝑆η𝑖𝑗)– 𝑆𝓙𝒋- closed function, gof (f
-1

(F)) = g (f (f
-1

(F))) =g (F) is 

𝑆η𝑖𝑗–rgb- closed in Z. Then g is a RGB (𝑆η𝑖𝑗)– 𝑆𝜂𝑗 closed function. 

2) Let V be 𝑆𝓙𝒋-closed in 𝒳.Since gof is RGB (𝑆η𝑖𝑗)- closed,then (gof)(V) is (ηi,ηj)–rgb-

closed in Z. Since g is RGB(𝑆𝜂𝑖𝑗)- irresolute and injective, then g
-1

((gof)(V)) = f(V) is 𝑆𝜂𝑖𝑗- 

rgb-closed in 𝒴.Thus f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

3) Let A be 𝑆𝓙𝒋-closed in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) and gof be a RGB (ηi,ηj)– 𝑆𝓙𝒋- closed, then (gof)(A) 

is 𝑆η𝑖𝑗-rgb-closed in (𝒵, 𝑆η1
, 𝑆η2

). Since g is 𝑆𝓙𝒋−b- 𝑆𝜂𝑘 -continuous and injective, then g
-

1
((gof) (A)) = f(A) is 𝑆𝓙𝒋−b -closed in 𝒴. By Proposition 3.3. which implies that f(A) is 

(𝑆𝜂𝑖𝑗)- rgb-closed in 𝒴.Hence f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

4) Let V be 𝑆𝓙𝒋-closed in 𝒳and gof is RGB (𝑆η𝑖𝑗)–𝑆𝓙𝒋- closed, then (gof)(V) is (ηi,ηj)– rgb-

closed in Z. Since g is 𝑆𝓙𝒋−b- irresolute and inejctive, then g
-1

((gof)(V)) = f(V) is 𝑆𝓙𝒋−b -

closed in 𝒴 which is 𝑆𝜂𝑖𝑗- rgb-closed in 𝒴.Then f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function. 

5) Let B be 𝑆𝓙𝒋-closed in 𝒳.Since gof:(𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) →(Z, ηi,ηj) is RGB (ηi,ηj)– 𝑆𝓙𝒋- closed 

function, then (gof)(B) is (ηi,ηj)–rgb-closed in Z. Since g is strongly RGB (ηi,ηj)–irresolute 
and injective, then g

-1
((gof)(B)) = f(B) is 𝑆𝜂𝑗 –closed in 𝒴.Thus f is 𝑆𝓙𝒋-𝑆𝜂𝑗- closed 

function. 
 
Definition 4.13:A function f: (𝒳, S𝒥1

, S𝒥2
) → (𝒴, 𝑆𝜂1

, 𝑆𝜂2
) from bitopological space 𝒳into 

bitopological space 𝒴 is called M-RGB 𝑆𝓙𝒊𝒋- closed function if image f(A)is 𝑆𝜂𝑖𝑗- rgb 

closed in (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) for every 𝑆𝓙𝒊𝒋 – rgb -closed set A in (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) 

 
The complement of M.RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) – closed function is called M.RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) -open 

function 
Proposition 4.14: Every M-RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function is RGB 𝑆𝜂𝑖𝑗- ηj- closed function.  

Proof: Suppose that A is 𝑆𝓙𝒋-closed set in 𝒳.By Proposition 3.3.(every 𝑆𝓙𝒋- closed set is 

𝑆𝓙𝒊𝒋- rgb- closed set) ⇒ A is 𝑆𝓙𝒊𝒋 - rgb in 𝒳.Since f is M-RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function 

which implies that f(A) is 𝑆𝜂𝑖𝑗-rgb- closed set in 𝒴. Hence f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed 

function. 
Converse need not be true as seen in the following example 
 

Example 4.15. Consider 𝒳=𝒴={𝓂,𝓀,𝓉}, S𝒥1
= {𝒳, φ,{𝓂},{𝓂,𝓉}}, S𝒥2

 = {𝒳, φ, {𝓂,𝓀}} 

η1 ={𝒴, φ,,{𝓂},{𝓀},{ 𝓉},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}} and η2 ={ φ,𝒴,{𝓂},{𝓂,𝓀}}. Then the 
sets in {𝒳,φ,{𝓂},{𝓀},{𝓉},{𝓂,𝓀},{𝓂,𝓉},{𝓀,𝓉}}are 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed sets in 𝒳and the 

sets in {𝒴,φ,{𝓀},{𝓉},{𝓀,𝓉}}are 𝑆𝜂𝑖𝑗– rgb- closed sets in 𝒴. Define f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 

𝑆𝜂1
,𝑆𝜂2

) by f(𝓂)= 𝓂,f(𝓀)= 𝓀,f(𝓉) = 𝓉. Then f is RGB (𝑆𝜂𝑖𝑗)- 𝑆𝓙𝒋- closed function but not 

M-RGB (𝑆𝓙𝒊𝒋) - closed function since the set {𝓂}is 𝑆𝓙𝒊𝒋– rgb- closed sets in 𝒳but f
-

({𝓂})={ 𝓂}is not (𝑆𝜂𝑖𝑗) rgb-closed set in 𝒴.  

 

Proposition 4.16: Let f: (𝒳, S𝒥1
, S𝒥2

) → (𝒴, 𝑆𝜂1
, 𝑆𝜂2

) be ηj - b-irresolute and ηi pre- 

regular - closed function in 𝒳. If B is 𝑆𝓙𝒊𝒋 rgb-closed set in 𝒴,then f 
-1

(B) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 -rgb-

closed set in 𝒳. 
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Proof: Let B be any 𝑆𝓙𝒊𝒋 −rgb-closed set in 𝒴 and f 
-1

(B) ⊆ U where U is any 𝑆𝓙𝒋 - regular 

-open set in 𝒳.Put A=𝒴-f(𝒳-U) ⇒ A is 𝑆𝜂𝑖-regular -open set inY such that B ⊆A and f 
-

1
(A) ⊆ U. Since B is 𝑆𝓙𝒊𝒋 -rgb-closed in 𝒴 ⇒𝑆𝓙𝒋- bcl(B) ⊆A,then ⇒ f 

-1
(𝑆𝓙𝒋- bcl(B)) ⊆ f 

-

1
(A) ⊆ U. Since f is 𝑆𝓙𝒋 - b–irresolute ⇒ f 

-1
(𝑆𝓙𝒋 −bcl(B)) is 𝑆𝓙𝒋 -b closed in 𝒳⇒ 𝑆𝓙𝒋- bcl(f 

-1 
(B)) ⊆ 𝑆𝓙𝒋 −bcl(f 

-1
(𝑆𝓙𝒋 −bcl(B)) = 𝑆𝓙𝒋- bcl(B) ⊆U.Thus f 

-1
(B) is 𝑆𝓙𝒊𝒋 −rgb- closed in 𝒳. 
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 التحليل الكمي لشبكة النقل في مدينة الديوانية
 

 سجع صلاذ هشبو. د .أ ،فهفىل عيسى نهى. و .و
 اندغرافيخ قسى /انترثيخ كهيخ/ انًستنصريخ اندبيعخ

 
 انًستخهص

رم١١ُ وفبءح شجىخ إٌمً فٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ ِٓ خلاي اٌزذ١ًٍ اٌىّٟ ٌٍشجىخ ثبعزخذاَ ِؤششاد  إ٠ٌٝٙذف اٌجذش     
اٌزشاثط ٚاٌزٟ رج١ٓ دسجخ اسرجبط اٌشجىخ ٚرم١١ُ وفبءرٙب. ٚاػزّذ اٌجذش ػٍٝ إٌّٙج اٌىّٟ ٚإٌّٙج اٌزذ١ٍٍٟ فٟ رمغ١ُ 
اد١بء ِٕطمخ اٌذساعخ ثذغت ل١ُ اٌّؤششاد ِٓ خلاي رطج١ك اٌّؼبدلاد ٚالأعب١ٌت الإدصبئ١خ فٟ ِؼشفخ دسجخ وفبءح 

بْ اّ٘ٙب اْ دسجخ اسرجبط اٌشجىخ فٟ دٟ الأعبرزح وبٔذ ِزٛعطخ جٍّخ ِٓ إٌزبئج و إٌٝشجىخ إٌمً. رٛصً اٌجذش 
( ٟٚ٘ اػٍٝ ل١ّخ دصً ػ١ٍٙب اٌذٟ ثذغت ِؤشش وبِب. فٟ د١ٓ وبٔذ ج١ّغ اد١بء ِذ٠ٕخ 0,518اٌىفبءح ثم١ّخ ثٍغذ )

 (.-0.267,-0.254اٌذ٠ٛا١ٔخ ضؼ١فخ اٌىفبءح ثذغت ِؤشش اٌفب ثم١ّخ رشاٚدذ ث١ٓ )
 .، اٌىّٟ، اٌذ٠ٛا١ٔخرذ١ًٍ :انكهًبد انًفتبحيخ

Abstract            
    The research aims to assess the efficiency of the transport network in Diwaniyah city 
through quantitative analysis of the network using threads, which show the degree of 
association of the network and assess its efficiency, and the research was based on the 
quantitative approach and analytical approach in dividing the neighborhoods of the study 
area according to the values of the indicators by applying statistical equations and methods 
in knowing the efficiency of the transport network. The research found a number of results, 
the most important of which was that the network link in the teachers’ neighborhood was 
medium-efficiency with a value of (0,518), the highest value obtained by the neighborhood 
according to the Kama index. All neighborhoods of Diwaniyah were inefficient by the 
Alpha Index with a value ranging from (-0.254, -0.267).  

 
 يشكهخ انجحث

ِددب اٌزم١دد١ُ ٌىفددبءح شددجىخ إٌمددً فددٟ ِذ٠ٕددخ اٌذ٠ٛا١ٔددخ  ِٚددبٟ٘ اٌّؼددب١٠ش  رزجغددذ ِشددىٍخ اٌجذددش فددٟ طشدٙددب ٌٍغددؤاي الارددٟ  
 فٟ رم١١ُ وفبءح اٌشجىخ فٟ اد١بء ِٕطمخ اٌذساعخ اٌّؼزّذح 

 فرضيخ انجحث
٠غزٕذ اٌجذش اٌؼٍّٟ ػٕذ طشدٗ ٌّشىٍخ ػ١ٍّخ ػٍٝ فشض١خ ػبِخ وئجبثٗ أ١ٌٚخ ٌٍّشدىٍخ رشد١ش اٌدٝ اٌزؼّد١ُ اٌزدٟ ٌدُ رضجدذ 

 :صذزٗ ٚاٌزٟ رغؼٝ اٌجبدضخ ٌٍزذمك ِٓ صذزٙب اٚ خطئٙب ٌزا ٠ّىٓ ص١بغخ فشض١خ اٌجذش ػٍٝ إٌذٛ الارٟ
ثفؼً اٌزجب٠ٓ فٟ ِغبدخ الاد١بء فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٚاٌزجب٠ٓ فٟ اٌّؼب١٠ش اٌّغزخذِخ فٟ ل١بط وفبءح اٌشجىخ ٚاٌّزّضٍخ ثؼذد 
اٌؼمذ ٚاطٛاي اٌشٛاسع فبٔٗ ٠ؤدٞ اٌٝ اٌزجب٠ٓ فٟ ل١ُ اٌّؤششاد الإدصدبئ١خ اٌزدٟ عزغدزخذَ فدٟ رم١د١ُ اٌىفدبءح ف دلا ػدٓ 

 ٔزبئج رخزٍف ِٓ دٟ اٌٝ اخش ضّٓ دذٚد ِٕطمخ اٌذساعخ.رجب٠ٓ ٔزبئج اٌّؤششاد ٚاٌزٟ عزؼطٟ 
 هذف انجحث
ِؼشفخ دسجخ اسرجبط شجىخ إٌمً فٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚرم١١ُ وفبءرٙب ٚأصش٘ب فٟ أغ١بث١خ دشوخ اٌّشٚس  إ٠ٌٝٙذف اٌجذش 

 ِٓ خلاي رطج١ك ِؤششاد دسجخ اسرجبط اٌشجىخ ػٍٝ اد١بء ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ.
 ِب١ٔخ ٌٍجذشاٌذذٚد اٌّىب١ٔخ ٚاٌض

( شّبلاً، ٠ٕظش 31ْ, 59َ( ششلبً ٚدائشح ػشض )44ْ, 55َرزّضً ِٕطمخ اٌذساعخ ثّذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌٛالؼخ ػٍٝ خط طٛي )
( ثٕغجخ رشىً 2و360,625ُ(، اِب اداس٠بً رّضً اٌّذ٠ٕخ اٌّشوض الاداسٞ ٌّذبفظخ اٌمبدع١خ، رجٍغ ِغبدزٙب )1اٌخش٠طخ )

وُ 8017,313ذبفظخ اٌمبدع١خ اٌجبٌغخ )%( ِٓ اٌّغبدخ اٌى١ٍخ 4.49ٌّ)
2

(، ار ٠ذذ٘ب ِٓ اٌشّبي ٔبد١خ اٌذغبسح ِٚٓ 
 اٌششق ل بء ػفه ِٚٓ اٌغشة ل بء اٌشب١ِخ ِٚٓ اٌجٕٛة ل بء اٌذّضح
، ِؼزّذاً لذس اٌّغزطبع ػٍٝ أدذس اٌج١بٔبد 2020اِب اٌذذٚد اٌضِب١ٔخ فمذ الز ٝ اٌجذش اٌزشو١ض ػٍٝ ٚالغ دبي عٕخ 

 ArcGIS v.10.8.1خشائط شجىخ اٌشٛاسع ثبعزخذاَ ثشٔبِج ٌّزٛفشح خلاي ٘زٖ اٌغٕخ ثبلاػزّبد ػٍٝ ٚالادصبئ١بد ا
 انتحهيم انكًي نهشجكخ في )ينطقخ انذراسخ(

ِٓ خلاي اعزخذاَ اٌّؤششاد ءرٙب ٠ؼذ اٌزذ١ًٍ اٌىّٟ ٌشجىبد إٌمً ِٓ الاعب١ٌت الادصبئ١خ اٌزٟ رٛضخ ِذٜ وفب
 ضذخ ػٓ لٛح ٚضؼف اٌشجىخ ِٚذٜ لبث١ٍزٙب فٟ أغ١بث١خ إٌمً ٚاٌذشوخ ػ١ٍٙب.الادصبئ١خ ٚاٌزٟ رؼطٟ صٛسح ٚا

ٚ٘ٛ ِٓ اٌّؤششاد اٌزٟ ٠مبط ثٙب دسجخ اسرجبط اٌشجىخ ث١ٓ اٌؼمذ ٚاٌٛصلاد اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب : يؤشر درخخ انتراثط-
 اس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبدِغزٜٛ اٌزمذَ اٌزٞ ٚصٍذ ا١ٌخ إٌّطمخ ف لاً ػٓ اعزذذ إٌٝاٌشجىخ ار رش١ش دسجخ اٌزشاثط 
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الادصبئ١خ اٌزٟ رٛضخ اٌزذ١ًٍ اٌىّٟ ٌشجىبد إٌمً ٚدسجخ اٌزشاثط ث١ّٕٙب
 (1)

  .(1، ٠ٕظش اٌجذٚي )
 

 يؤشراد قيبس درخخ تراثط انشجكخ ثحست انًعبدلاد انريبضيخ (1اندذول )
 دسجخ اٌزشاثط اٌّؼبدٌخ اٌّؤشش
 جخ رشاثطالً دس 0 ػذد اٌٛصلاد/ػذد اٌؼمذ  ِؤشش ث١زب

 اػٍٝ دسجخ رشاثط 1
 الً دسجخ رشاثط 0 5-ق2(/1-)ق-ٚ ِؤشش اٌفب

 اػٍٝ دسجخ رشاثط1
 الً دسجخ رشاثط 0 (2-*)ػذداٌؼمذ3اٌٛصلاد/ ػذد وبِب ِؤشش

 اػٍٝ دسجخ رشاثط 1
 وٍّب اصدادد اٌم١ّخ اصدادد دسجخ اٌزشاثط ِجّٛع الاطٛاي اٌى١ٍخ ٌخطٛط اٌشجىخ/ػذد اٌٛصلاد ِؤشش ا٠زب

 وٍّب اصدادد اٌم١ّخ اصدادد دسجخ اٌزشاثط ػذد اٌؼمذ+ ػذد اجضاء اٌشجىخ-ػذد اٌٛصلاد لُ اٌّشٚسس
 وٍّب اصدادد اٌم١ّخ اصدادد دسجخ اٌزشاثط ِجّٛع ِؤشش اٌفب+ وبِب+ سلُ اٌّشٚس  إٌمً اٌزجّؼٟ

 
 وين اهى انًؤشراد نقيبس درخخ تراثط انشجكخ هي:

 :الار١خاٌّمب١٠ظ اٌّغزخذِخ ٌم١بط دسجخ اٌزشاثط اٌشجىخ، ٠ٚأخز لبٔٛٔٗ اٌص١غخ  ِٓ اثغط :Beta Indexيؤشر ثيتب -أ
رزشاٚح ل١ّخ اٌّؤشش ث١ٓ اٌصفش ٚاٌٛادذ صذ١خ، ٠ٚؼٕٟ اٌصفش شجىخ ِؼذِٚخ : يؤشر ثيتب=عذد انىصلاد/عذد انعقذ -

فٟ اٌشجىخ، فٟ د١ٓ ارا اٌشجىخ رزىْٛ ِٓ ػمذ ١ٌٚظ ٌٙب ٚصلاد، اِب اٌٛادذ صذ١خ ف١ؼٕٟ ٚجٛد رشاثط ربَ  ٠بْ 51
اصداد ل١ّخ اٌّؤشش ػٓ اٌٛادذ فٙزا ٠ذي ػٍٝ ٚجٛد شجىخ وبٍِخ ِٚزطٛسح

 (1)
٠ٚؼزّذ ِؤشش ث١زب ػٍٝ ِزغ١ش٠ٓ ّ٘ب ػذد  
ٔمطخ إٌٙب٠خ دْٚ رغ١١ش اٌطش٠ك اٚ ٚع١ٍخ  إٌٝاٌؼمذ ٚػذد اٌٛصلاد لاْ دسجخ الاسرجبط رزذذد ثئِىب١ٔخ اٌٛصٛي ِجبششح 

 إٌمً.
( 2ث١زب ػٍٝ ج١ّغ اٌؼمذ ٚاٌٛصلاد فٟ )ِٕطمخ اٌذساعخ( ٚػٍٝ ِغزٜٛ اد١بء اٌّذ٠ٕخ ِٚٓ اٌجذٚي ) ٚثزطج١ك ِؤشش
( 0.00,0.65( رج١ٓ اْ ٕ٘بن رجب٠ٓ فٟ ل١ّخ اٌّؤشش ث١ٓ اد١بء اٌّذ٠ٕخ فمذ رشاٚدذ ل١ّخ اٌّؤشش ث١ٓ )1ٚاٌخش٠طخ )

 أسثغ فئبد  إٌٝٚٚفمب ٌٙزٖ اٌّؼط١بد فزمغُ ٔزبئج اٌّؤشش 
( 26( ٟٚ٘ شجىخ جذاً ضؼ١فخ اٌىفبءح ٚضّذ )٠ٚ0.00,0.48ىْٛ دسجخ اسرجبطٙب ثذغت ِؤشش ث١زب ) لاونى:انفئخ ا-1

ِٓ الأد١بء ٟٚ٘ )دٟ اٌششطخ، الأصبس، اٌصذس اٌضبٌضخ، اٌفجش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌغلاَ، اٌضساػ١١ٓ، الاعزمبِخ، 
ّزمبػذ٠ٓ، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، اٌغشاٞ، اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ، الاثشاس، اٌؼذاٌخ، اٌٛدذح، اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ، اٌىشاِخ، اٌ

اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ، اٌؼصشٞ، اٌضػ١ُ، الاعىبْ اٌمذ٠ُ، إٌٙ خ، اٌٛفبء، اٌض٘شاء، الاعبرزح، اٌزشاس، اٌّؼ١ٍّٓ، 
 .اٌجضائش(

جىخ ( د١بً ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ش18( ٚضّذ )٠ٚ0.49,0.51ىْٛ دسجخ اسرجبطٙب ثذغت ِؤشش ث١زب )انفئخ انثبنيخ: -2
 اٌشٛاسع ٌٙزٖ الاد١بء راد وفبءح ضؼ١فخ.

( اد١بء ٚاٌزٟ ِضٍذ 4( ٚشٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ )٠ٚ0.52,0.55ىْٛ دسجخ اسرجبطٙب ثذغت ِؤشش ث١زب ) انفئخ انثبنثخ:-3
 شجىخ اٌشٛاسع اٌّزٛعطخ اٌىفبءح ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌؼشاق، الا١ِش، اٌصبدق اٌضبٟٔ، اٌذى١ُ، ٚاٌذٟ اٌصٕبػٟ(

( ِٓ الاد١بء ٟٚ٘ 4( ثذغت ِؤشش ث١زب، ٚاٌزٟ ِضٍذ )0.56,0.65اْ دسجخ اسرجبط ٘زٖ اٌفئخ ثٍغذ ) انراثعخ:انفئخ  -4
 )اٌجٕٛة، اٌضم١ٍٓ، اٌجبِؼخ، ٚدٟ اٌىشاس( ٟٚ٘ شجىخ ِزٛعطخ اٌىفبءح.

 
ػذد  ٚ٘ٛ ِٓ اٌّؤششاد اٌّؼزّذح فٟ ل١بط دسجخ الاسرجبط ٠ٚؼزّذ ٘زا اٌّؤشش ػٍٝ: Gama Indexب  يؤشر كبي -2

اٌٛصلاد اٌّٛجٛدح فٟ اٌشجىخ ٠ٚذغت ٚفك اٌص١غخ اٌش٠بض١خ اٌزب١ٌخ 
(2.)

 
 (2-)ػذداٌؼمذ3=ػذد اٌٛصلاد/ ِؤشش وبِب

( رىْٛ ل١ّخ اٌّؤشش صفش ػٕذِب لا ٠ٛجذ رشاثط 1-٠0صف ٘زا اٌّؤشش رشاثط اٌشجىخ سل١ّب ٚرزشاٚح ل١ّخ اٌّؤشش ِٓ)
( فٙزا ٠ؼٕٟ اْ اٌشجىخ وبٍِخ ِٚزطٛسح1ِب رجٍغ ل١ّخ اٌّؤشش)اٌشجىخ ػذ٠ّخ اٌزشاثط، اِب ػٕذ ٠بْ 51ث١ٓ اٌؼمذ 

(3)
. ٚفٟ 

( 3(، اٌجذٚي )0.15,0.52)ِٕطمخ اٌذساعخ( وبٔذ ل١ّخ ِؤشش وبِب ِزجب٠ٕخ ػٍٝ ِغزٜٛ الاد١بء ٚرشاٚدذ ل١ّزٗ ث١ٓ )
 ذغت ِؤشش وبِب ٟٚ٘  اسثؼخ فئبد ث إٌٝ(، ٌزا فبْ وفبءح اٌشجىخ إٌمً فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٠ّىٓ رمغ١ّٙب 2ٚاٌخش٠طخ )

 
 2020تراثط انشجكخ في ينطقخ انذراسخ ثحست يؤشر ثيتب نسنخ  (2اندذول )

 يؤشر ثيتب عذد انعقذ  عذد انىصلاد اسى انحي
 0.649 313 203 اٌجٕٛة
 0 78 90 اٌششطخ

                                                 
1

 . 11، ص1991ف١خ إٌمً، ِىزجخ الأجٍٛ اٌّصش٠خ، اٌمب٘شح، عؼ١ذ ادّذ ػجذٖ، اعظ جغشا
(2)
 .99ِذّذ أص٘ش اٌغّبن ٚاخشْٚ، ِصذس عبثك، ص 
(3)
 .12عؼ١ذ ادّذ ػجذٖ، أعظ، جغشاف١خ إٌمً، ِصذس عبثك، ص 
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 0.524 370 194 اٌؼشاق
 0.494 253 125 اٌز بِٓ
 0.444 225 100 الأٔصبس
 0.475 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 0.478 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
 0.458 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 0.502 881 442 اٌصذس الأٌٚٝ
 0.49 400 196 اٌ جبط
 0.519 395 205 اٌذ بسح
 0.507 981 497 اٌفشاد
 0.508 309 157 اٌذٛساء
 0.476 439 209 اٌغلاَ

 0.494 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 0.486 288 140 اٌضساػ١١ٓ
 0.481 283 136 الاعزمبِخ
 0.502 201 101 اٌجّؼ١خ
 0.477 363 173 الاثشاس
 0.479 363 174 اٌؼذاٌخ
 0.491 171 84 اٌٛدذح
 0.48 275 132 اٌىشاِخ

 0.486 391 190 اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ
 0.479 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ
 0.464 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 0.488 217 106 اٌغشاٞ

 0.479 455 218 ثخ الاٌٚٝاٌؼشٚ
 0.483 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ
 0.54 211 114 اٌفبض١ٍخ
 0.509 218 111 اٌجذ٠ذح
 0.482 475 229 اٌؼصشٞ
 0.476 145 69 اٌضػ١ُ

 0.492 547 269 اٌصبدق الاٚي
 0.471 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ
 0.483 542 262 إٌٙ خ
 0.482 280 135 اٌٛفبء
 0.555 211 117 الا١ِش

 0.535 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 0.5 444 222 اٌغذ٠ش
 0.5 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 0.646 353 228 اٌضم١ٍٓ
 0.48 229 110 اٌض٘شاء
 0 40 59 الاعبرزح
 0.529 909 481 اٌذى١ُ
 0.484 688 333 اٌزشاس

 0.494 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 0.499 409 204 اٌخ شاء
 0.604 227 137 اٌضمبفٟ
 0.584 149 87 اٌجبِؼخ

 0.547 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 0.566 173 98 اٌىشاس
 0.488 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 0.484 372 180 اٌجضائش
 0.506 330 167 اٌؼزاس٠خ
 0.499 359 179 سِ بْ

 ArcGIS v.10.8.1خرائط شجكخ انشىارع ثبستخذاو ثرنبيح انًصذر: اندذول ين عًم انجبحثخ ثبلاعتًبد عهى: - 
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 2020كفبءح شجكخ اننقم في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر ثيتب نسنخ  (1انخريطخ )

 
 (2اٌّصذس  ث١بٔبد اٌجذٚي )- 

 
( د١بً ٟٚ٘ 37اشزٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ اغٍت الاد١بء فٟ )ِٕطمخ اٌذساعخ( ٚاٌجبٌغخ ػذد٘ب ) (:0.15,0.16انفئخ الاونى )-أ

ش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌصذس الاٌٚٝ، اٌ جبط، اٌفشاد، اٌغلاَ، اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ، )اٌز بِٓ، اٌصذس اٌضبٌضخ، اٌفج
اٌضساػ١١ٓ، الاعزمبِخ، اٌجّؼ١خ، الاثشاس، اٌؼذاٌخ، اٌٛدذح، اٌىشاِخ، اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ، اٌّزمبػذ٠ٓ، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، 

الاٚي، الاعىبْ اٌمذ٠ُ، إٌٙ خ، اٌٛفبء، اٌغشاٞ، اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ، اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ، اٌؼصشٞ، اٌضػ١ُ، اٌصبدق 
 اٌغذ٠ش ٚدٟ اٌّٛظف١ٓ( ٚوبٔذ دسجخ رشاثط اٌشجىخ ف١ٙب ضؼ١فخ جذاً.

( د١بً ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌؼشاق، اٌذ بسح، اٌذٛساء، 12اشزٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ ) (:0.17,0.19انفئخ انثبنيخ )-ة
بِؼخ، اٌذٟ اٌصٕبػٟ، اٌىشاس ٚدٟ اٌؼزاس٠خ( اْ شجىخ اٌشٛاسع اٌفبض١ٍخ، اٌجذ٠ذح، الا١ِش، اٌصبدق اٌضبٟٔ، اٌذى١ُ، اٌج

 فٟ ٘زٖ الاد١بء وبٔذ ضؼ١فخ اٌىفبءح 
شٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ د١١ٓ فمط ّٚ٘ب دٟ اٌجٕٛة ٚدٟ اٌضمبفٟ ٚاٌزٟ دٌذ ل١ّخ ِؤشش  (:0.20,0.22انفئخ انثبنثخ )-ج

 وبِب ف١ٙب ػٍٝ ضؼف وفبءح اٌشجىخ.
ٚاشزٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ اص١ٕٓ ِٓ الاد١بء ّٚ٘ب )اٌششطخ ٚدٟ الاعبرزح( اْ دسجخ  (:0.23,0.52انفئخ انراثعخ )-د

 الاسرجبط فٟ دٟ الاعبرزح وبٔذ ِزٛعطخ اٌىفبءح فٟ د١ٓ وبٔذ ضؼ١فخ فٟ دٟ اٌششطخ.
 
٠ٚغزخذَ ٘زا اٌّؤشش فٟ ل١بط دسجخ اٌزشاثط ث١ٓ اٌشجىبد ٚلاع١ّب اٌّؼمذح ٠ٚم١ظ ٘زا  :Alfa Indexيؤشر آنفب . 3
 :الار١خٌّؤشش اٌؼلالخ ث١ٓ )اٌطشق اٌّغٍمخ( ٚالصٝ ػذد ِّىٓ ٌٙب فٟ اٌشجىخ ٚٚفمب ٌص١غخ ا

 (5-*ق2ق+ف/)-ٚ =(a)  ِؤشش اٌفب
(، ٠ٚؼٕٟ اٌصفش الً دسجخ ِٓ اٌزشاثط ٚلا رٛجذ دائشاد ِغٍمخ فٟ اٌشجىخ فٟ د١ٓ 1ٚرزشاٚح ل١ّخ اٌّؤشش ث١ٓ)صفش،

خ ٠ّٚضً اٌصفخ اٌذٍم١خ اٌىبٍِخ، اِب إرا صادد ل١ّخ اٌّؤشش ػٓ اٌٛادذ اٌذذ الالصٝ ٌٍشجى إ٠ٌٝش١ش اٌٛادذ اٌصذ١خ 
اٌصذ١خ فٙزا ٠ؼٕٟ اْ الاسرجبط ثأوضش ِٓ شجىخ

(4)
. 

( 4ِٓ رطج١ك ِؤشش اٌفب ػٍٝ شجىخ اٌشٛاسع )ِٕطمخ اٌذساعخ( ٠ّىٓ ِؼشفخ دسجخ الاسرجبط ٌٍشجىخ ٠ٕظش اٌجذٚي )
 ( ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ أسثغ فئبد ٟٚ٘ 3ٚاٌخش٠طخ )

 
 

                                                 
(4)
١ٍخ و١ّخ، ِجٍخ اٌجّؼ١خ عؼ١ذ ادّذ ػجذٖ، شجىخ اٌطشق اٌجش٠خ ث١ٓ اٌّذْ اٌشئ١غخ فٟ دٌٚخ الاِبساد اٌؼشث١خ اٌّزذذح، دساعخ رذ١ٍ 

 .21، ص2019، اٌمب٘شح،12اٌجغشاف١خ اٌّصش٠خ، اٌؼذد
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 2020تراثط انشجكخ في ينطقخ انذراسخ ثحست يؤشر كبيب نسنخ  (3اندذول )
 يؤشر كبيب عذد عقذ انتقبطعبد عذد انشىارع اسى انحي
 0.218 313 203 اٌجٕٛة
 0.395 78 90 اٌششطخ
 0.176 370 194 اٌؼشاق
 0.166 253 125 اٌز بِٓ
 0.149 225 100 الأصبس
 0.159 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 0.16 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
 0.154 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 0.168 881 442 اٌصذس الاٌٚٝ
 0.164 400 196 اٌ جبط
 0.174 395 205 اٌذ بسح
 0.169 981 497 اٌفشاد
 0.17 309 157 اٌذٛساء
 0.159 439 209 اٌغلاَ

 0.165 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 0.163 288 140 اٌضساػ١١ٓ

 0.161 283 136 زمبِخالاع
 0.169 201 101 اٌجّؼ١خ
 0.16 363 173 الاثشاس
 0.161 363 174 اٌؼذاٌخ
 0.166 171 84 اٌٛدذح
 0.161 275 132 اٌىشاِخ

 0.163 391 190 اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ
 0.162 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ
 0.155 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 0.164 217 106 اٌغشاٞ

 0.16 455 218 اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ
 0.162 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ
 0.182 211 114 اٌفبض١ٍخ
 0.171 218 111 اٌجذ٠ذح
 0.161 475 229 اٌؼصشٞ
 0.161 145 69 اٌضػ١ُ

 0.165 547 269 اٌصبدق الاٚي
 0.158 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ
 0.162 542 262 إٌٙ خ
 0.162 280 135 اٌٛفبء
 0.187 211 117 الأ١ِش

 0.179 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 0.167 444 222 اٌغذ٠ش
 0.169 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 0.217 353 228 اٌضم١ٍٓ
 0.162 229 110 اٌض٘شاء
 0.518 40 59 الاعبرزح
 0.177 909 481 اٌذى١ُ
 0.162 688 333 اٌزشاس

 0.166 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 0.167 409 204 اٌخ شاء
 0.203 227 137 اٌضمبفٟ
 0.197 149 87 اٌجبِؼخ

 0.183 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 0.191 173 98 اٌىشاس
 0.165 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 0.162 372 180 اٌجضائش
 0.17 330 167 اٌؼزاس٠خ
 0.167 359 179 سِ بْ

 ArcGIS v.10.8.1ائط شجكخ انشىارع ثبستخذاو ثرنبيح اٌّصذس  اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌجبدضخ ثبلاػزّبد ػٍٝ  خش- 
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 2020كفبءح شجكخ اننقم في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر كبيب نسنخ  (2انخريطخ )
 

 
 (3اٌّصذس  ث١بٔبد اٌجذٚي )

 
( ِٓ الاد١بء ٚاٌّزّضٍخ ثذٟ )اٌ جبط، اٌضساػ١١ٓ، 13اشزٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ ) (:-0.254, -0.259انفئخ الاونى )-أ

سٞ اٌغشثٟ، اٌؼصشٞ، اٌصبدق الاٚي، إٌٙ خ، ٚدٟ اٌٛفبء( اْ وفبءح اٌٛدذح، اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ، اٌغشاٞ، اٌجّٙٛ
  .اٌشجىخ فٟ ٘زٖ الاد١بء رىْٛ ضؼ١فخ ثذغت ِؤششا ٌفب

( د١بً ٚاٌّزّضٍخ ثذٟ )الأصبس، اٌصذس اٌضبٌضخ، 14اْ ٘زٖ اٌفئخ اشزٍّذ ػٍٝ ) (:-0.260, -0.279انفئخ انثبنيخ )-ة
الاثشاس، اٌؼذاٌخ، اٌىشاِخ، اٌّزمبػذ٠ٓ، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ، اٌضػ١ُ، اٌفجش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌغلاَ، 

 .الاعىبْ اٌمذ٠ُ، ٚدٟ اٌض٘شاء(
ٚشٍّذ ٘زٖ اٌفئخ صّب١ٔخ ِٓ الاد١بء ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌز بِٓ، ٚاٌصذس الاٌٚٝ،  (:-0.253,-0.246انفئخ انثبنثخ )-ج

  .اٌشب١ِخ ٚدٟ اٌؼزاس٠خ(اٌفشاد، اٌذٛساء، اٌجّؼ١خ، اٌجذ٠ذح، صٛة 
( د١بً ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌجٕٛة، اٌششطخ، اٌؼشاق، اٌذ بسح، 18ِضٍذ ٘زٖ اٌفئخ )(: -0.267,-0.245  (انفئخ انراثعخ-د

الاعزمبِخ، اٌفبض١ٍخ، الا١ِش، اٌصبدق اٌضبٟٔ، اٌغذ٠ش، اٌّٛظف١ٓ، اٌضم١ٍٓ، اٌذى١ُ، الاعبرزح، اٌذٟ اٌضمبفٟ، اٌجبِؼخ، اٌذٟ 
 ، اٌىشاس ٚدٟ سِ بْ( اْ ج١ّغ فئبد اٌغبثمخ ِضٍذ ل١ّخ ِؤشش اٌفب ف١ٙب شجىخ ضؼ١فخ اٌىفبءح ٚثم١ُ ِخزٍفخ.اٌصٕبػٟ

 2020تراثط انشجكخ في ينطقخ انذراسخ ثحست يؤشر انفب نسنخ  (4اندذول )
 يؤشر انفب عذد عقذ انتقبطعبد عذد انشىارع اسى انحي
 0.176- 313 203 اٌجٕٛة
 0.086 78 90 اٌششطخ
 0.238- 370 194 اٌؼشاق
 0.253- 253 125 اٌز بِٓ
 0.279- 225 100 الأصبس
 0.263- 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 0.261- 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
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 0.271- 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 0.249- 881 442 اٌصذس الاٌٚٝ
 0.255- 400 196 اٌ جبط
 0.241- 395 205 اٌذ بسح
 0.247- 981 497 اٌفشاد
 0.246- 309 157 اٌذٛساء
 0.262- 439 209 اٌغلاَ

 0.254- 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 0.257- 288 140 اٌضساػ١١ٓ
 0.26- 283 136 الاعزمبِخ
 0.249- 201 101 اٌجّؼ١خ
 0.262- 363 173 الاثشاس
 0.261- 363 174 اٌؼذاٌخ
 0.255- 171 84 اٌٛدذح
 0.261- 275 132 اٌىشاِخ

 0.257- 391 190 ّٙٛسٞ اٌششلٟاٌج
 0.261- 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ
 0.268- 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 0.256- 217 106 اٌغشاٞ

 0.261- 455 218 اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ
 0.259- 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ
 0.23- 211 114 اٌفبض١ٍخ
 0.246- 218 111 اٌجذ٠ذح
 0.259- 475 229 اٌؼصشٞ
 0.263- 145 69 اٌضػ١ُ

 0.254- 547 269 اٌصبدق الاٚي
 0.265- 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ
 0.259- 542 262 إٌٙ خ
 0.259- 280 135 اٌٛفبء
 0.223- 211 117 الا١ِش

 0.233- 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 0.25- 444 222 اٌغذ٠ش
 0.251- 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 0.177- 353 228 اٌضم١ٍٓ
 0.26- 229 110 اٌض٘شاء
 0.267 40 59 الاعبرزح
 0.236- 909 481 اٌذى١ُ
 0.258- 688 333 اٌزشاس

 0.253- 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 0.251- 409 204 اٌخ شاء
 0.198- 227 137 اٌضمبفٟ
 0.208- 149 87 اٌجبِؼخ

 0.227- 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 0.217- 173 98 اٌىشاس
 0.257- 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 0.258- 372 180 اٌجضائش
 0.247- 330 167 اٌؼزاس٠خ
 0.251- 359 179 سِ بْ

 ArcGIS v.10.8.1خشائط شجىخ اٌشٛاسع ثبعزخذاَ ثشٔبِج اٌّصذس  اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌجبدضخ ثبلاػزّبد ػٍٝ  - 
 

 
 
 
 



 للهندسة والعلىم... يةــاديمــالأك المجلة
 2222لسنة  1العدد  4المجلد 

  J. for Engineering and Science 

 ISSN: 2708-7956, vol. 4, No. 1, 2022 
 

- 05 - 

 

 2020كفبءح شجكخ اننقم في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر انفب نسنخ  (3انخريطخ )

 
 (4جذٚي )اٌّصذس  ث١بٔبد اٌ

 
٠ٚغزخذَ ٘زا اٌّؤشش ٌم١بط الاطٛاي اٌذم١م١خ ٌٍٛصلاد ث١ٓ ػمذ اٌشجىخ ٚرزشاٚح ل١ّخ : (Eta indexيؤشر ايتب )-4

( فىٍّب وبْ ٔبرج اٌّؤشش ٠غبٚٞ صفش فٙزا ٠ؼٕٟ اْ اٌشجىخ ضؼ١فخ فٟ د١ٓ ٠ذي اٌٛادذ اٌصذ١خ 1-0) اٌّؤشش ث١ٓ
ٚاوضش ػٍٝ وفبءح اٌشجىخ

(5)
. 

( ٠زج١ٓ اْ ِؤشش ا٠زب ٌشجىخ اٌشٛاسع فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ وبْ ِزجب٠ٕب ِٓ د١ش 4( ٚاٌخش٠طخ )5ي )ِٚٓ ث١بٔبد اٌجذٚ
 أسثغ فئبد ِٓ د١ش وفبءح اٌشجىخ ٟٚ٘  إٌٝوفبءح اٌشجىخ ٚٚفمب ٌٍٕزبئج اٌّؤشش ٠ّىٓ رمغ١ُ ِٕطمخ اٌذساعخ 

شجىخ شٛاسػٙب ٚاطئخ جذاً اٌىفبءح  اْ ٘زٖ اٌفئخ ِضٍذ الاد١بء اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب (:0.043,0.063انفىخ الاونى )-1
( د١بً ٟٚ٘ )اٌفجش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌصذس الاٌٚٝ، اٌضساػ١١ٓ، الاثشاس، اٌىشاِخ، اٌجّٙٛسٞ 15ٚاٌّزّضٍخ )

  .اٌششلٟ، اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ، اٌفبض١ٍخ، اٌؼصشٞ، اٌصبدق الاٚي، اٌٛفبء، الا١ِش، اٌصبدق اٌضبٟٔ، اٌغذ٠ش(
( د١بً ٟٚ٘ 14ِضٍذ ٘زٖ اٌفئخ الاد١بء شجىخ اٌشٛاسع اٌٛاطئخ اٌىفبءح ٚثٍغ ػذد٘ب ) (:0.064,0.071انفئخ انثبنيخ )-2

)الأصبس، اٌ جبط، اٌذٛساء، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، الاعزمبِخ، اٌجّؼ١خ، اٌؼذاٌخ، اٌّزمبػذ٠ٓ، اٌجذ٠ذح، اٌغشاٞ، اٌؼشٚثخ 
 اٌضبٌضخ، اٌضػ١ُ، الاعىبْ اٌمذ٠ُ، إٌٙ خ(.

( ٚاٌّزّضٍخ 12ِٚضٍذ ٘زٖ اٌفئخ الاد١بء راد اٌىفبءح اٌٛاطئخ ٚاٌجبٌغخ ػذد٘ب ) (:0.072,0.085) انفئخ انثبنثخ-3
ثـ)اٌصذس اٌضبٌضخ، اٌذ بسح، اٌفشاد، اٌغلاَ، اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ، اٌّٛظف١ٓ، اٌذى١ُ، اٌزشاس، صٛة اٌشب١ِخ، اٌخ شاء، 

  .اٌجضائش ٚدٟ اٌؼزاس٠خ(
( د١بً ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌجٕٛة، اٌششطخ، اٌؼشاق، 13ػذد اد١بء ٘زٖ اٌفئخ ) ٚثٍغ (:0.086,0.175) انفئخ انراثعخ-4

 .اٌجبِؼخ، اٌّؼ١ٍّٓ، اٌىشاس، ٚاٌذٟ اٌصٕبػٟ(’ اٌٛدذح، اٌز بِٓ، اٌضم١ٍٓ، اٌض٘شاء، الاعبرزح، اٌضمبفٟ
 

                                                 
(5)
 .9، ص1990صفٛح خ١ش، اٌجذش اٌجغشافٟ ِٕٚب٘جٗ ٚاعب١ٌجٗ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش، اٌغؼٛد٠خ، 
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 2020تراثط انشجكخ في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر ايتب نسنخ  (5اندذول )
 يؤشر ايتب عذد عقذ انتقبطعبد ععذد انشىار اسى انحي

 0.155 313 203 اٌجٕٛة
 0.101 78 90 اٌششطخ
 0.09 370 194 اٌؼشاق
 0.093 253 125 اٌز بِٓ
 0.064 225 100 الأٔصبس

 0.077 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 0.061 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
 0.064 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 0.062 881 442 اٌصذس الاٌٚٝ

 0.068 400 196  جبطاٌ
 0.075 395 205 اٌذ بسح
 0.079 981 497 اٌفشاد
 0.068 309 157 اٌذٛساء
 0.082 439 209 اٌغلاَ

 0.07 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 0.059 288 140 اٌضساػ١١ٓ
 0.071 283 136 الاعزمبِخ
 0.067 201 101 اٌجّؼ١خ
 0.058 363 173 الاثشاس
 0.071 363 174 اٌؼذاٌخ
 0.094 171 84 اٌٛدذح
 0.057 275 132 اٌىشاِخ

 0.056 391 190 اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ
 0.067 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ

 0.065 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 0.07 217 106 اٌغشاٞ

 0.076 455 218 اٌؼشٚثخ الاٌٚٝ
 0.057 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ

 0.06 211 114 اٌفبض١ٍخ
 0.068 218 111 اٌجذ٠ذح
 0.049 475 229 اٌؼصشٞ
 0.064 145 69 اٌضػ١ُ

 0.061 547 269 اٌصبدق الاٚي
 0.07 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ

 0.071 542 262 إٌٙ خ
 0.057 280 135 اٌٛفبء
 0.043 211 117 الأ١ِش

 0.056 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 0.063 444 222 اٌغذ٠ش

 0.083 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 0.1 353 228 اٌضم١ٍٓ
 0.102 229 110 اٌض٘شاء
 0.14 40 59 الأعبرزح
 0.08 909 481 اٌذى١ُ
 0.073 688 333 اٌزشاس

 0.085 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 0.073 409 204 اٌخ شاء
 0.124 227 137 اٌضمبفٟ
 0.175 149 87 اٌجبِؼخ

 0.132 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 0.1 173 98 اٌىشاس
 0.111 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 0.083 372 180 اٌجضائش
 0.085 330 167 اٌؼزاس٠خ
 0.067 359 179 سِ بْ

 ArcGIS v.10.8.1خشائط شجىخ اٌشٛاسع ثبعزخذاَ ثشٔبِج اٌّصذس  اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌجبدضخ ثبلاػزّبد ػٍٝ  - 
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 2020( كفبءح شجكخ اننقم في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر ايتب نسنخ 4انخريطخ )

 
 (5ث١ٕبد اٌجذٚي )اٌّصذس  

 
ٚ٘ٛ اٌّؤشش اٌزٞ ٠م١ظ ِذٜ فبػ١ٍخ اٌشجىخ ٚدسجخ اسرجبطٙب ٠ٚزُ اٌذصٛي : يؤشر عذد الاستذاراد )رقى انًرور(-5

 :الار١خػٍٝ ٔزبئج ٘زا اٌّؤشش ِٓ اٌص١غخ اٌش٠بض١خ 
 ػذد اٌؼمذ +اجضاء اٌشجىخ-ػذد الاعزذاساد=ػذد اٌٛصلاد

وٍّب وبٔذ اٌشجىخ أوضش وفبءح ٚرذمك أغ١بث١خ فٟ دشوخ اٌّشٚس ٚاٌؼىظ  ٚوٍّب وبٔذ ٔزبئج اٌّؤشش راد ل١ُ ػب١ٌخ
( ٠ٕظش اٌجذٚي 20.0,-384.0اٌصذ١خ ٚفٟ )ِٕطمخ اٌذساعخ( اظٙشد ٔزبئج ِؤشش ػذد الاعزذساد ل١ُ رشاٚدذ ث١ٓ )

 أسثغ فئبد ثذغت ل١ُ اٌّؤشش ٟٚ٘  إٌٝ(، ٌزا لغّذ إٌّطمخ 5( ٚاٌخش٠طخ )6)
ِضٍذ ٘زٖ اٌفئخ الً اٌم١ُ ٌٍّؤشش ػٍٝ شجىخ اٌشٛاسع فٟ اد١بء )ِٕطمخ اٌذساعخ(  (:-208.0,-483.0انفئخ الاونى )-1

( د١بً ٟٚ٘ )دٟ اٌصذس اٌضبٌضخ، اٌصذس الاٌٚٝ، اٌفشاد، اٌغلاَ، اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، اٌؼشٚثخ 14ٚاٌجبٌغخ )
 شاس ٚاٌذٟ اٌصٕبػٟ(الاٌٚٝ، اٌؼصشٞ، اٌصبدق الاٚي، إٌٙ خ، اٌغذ٠ش، اٌذى١ُ، اٌز

( د١بً ِٓ اد١بء ِٕطمخ اٌذساعخ ٟٚ٘ )دٟ اٌجٕٛة، 14ٚشٍّذ ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ )) (:-162.0,-207.9انفئخ انثبنيخ )-2
اٌؼشاق، اٌفجش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌ جبط، اٌذ بسح، الاثشاس، اٌؼذاٌخ، اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ، اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ، 

 دٟ سِ بْ(اٌخ شاء، اٌجضائش، اٌؼزاس٠خ ٚ
( د١بً 13دصٍذ اد١بء ٘زٖ اٌفئخ ػٍٝ ل١ُ اػٍٝ ٌٍّؤشش ِٓ اٌفئخ اٌغبثمخ ٚضّذ ) (:-109.0,-161) انفئخ انثبنثخ -3

ٟٚ٘ )اٌز بِٓ، الأصبس، اٌذٛساء، اٌضساػ١١ٓ، الاعزمبِخ، اٌىشاِخ، اٌغشاٞ، الاعىبْ اٌمذ٠ُ، اٌٛفبء، اٌصبدق اٌضبٟٔ، 
 (اٌضم١ٍٓ، اٌض٘شاء دٟ صٛة اٌشب١ِخ

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ دصٍذ ػٍٝ اػٍٝ ل١ُ ٌٍّؤشش فٟ )ِٕطمخ اٌذساعخ( ٚاٌجبٌغخ ػذد٘ب  (:20.0,-108.9انفئخ انراثعخ ) -4
( د١بً ٚاٌّزّضٍخ ثـ)دٟ اٌششطخ، اٌجّؼ١خ، اٌٛدذح، اٌّزمبػذ٠ٓ، اٌفبض١ٍخ، اٌجذ٠ذح، اٌضػ١ُ، الا١ِش، اٌّٛظف١ٓ، 14)

ٌّؼ١ٍّٓ( ٚاٌزٟ دصً ف١ٙب دٟ الأعبرزح ػٍٝ اػٍٝ ل١ّخ فٟ ٘زٖ اٌفئخ إرا ثٍغذ الاعبرزح، اٌضمبفٟ، اٌجبِؼخ، اٌىشاس ٚدٟ ا
 .(20ػذد الاعزذاساد ف١ٗ ػٍٝ )
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 2020انتىزيع انًكبني نعذد الاستذاراد في ينطقخ انذراسخ نسنخ  (6اندذول )

 
 ArcGIS v.10.8.1ائط شجىخ اٌشٛاسع ثبعزخذاَ ثشٔبِج خشاٌّصذس  اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌجبدضخ ثبلاػزّبد ػٍٝ   -
 

 عذد الاستذاراد عذد انعقذ عذد انشىارع اسى انحي
 109- 313 203 اٌجٕٛة
 13 78 90 اٌششطخ
 175- 370 194 اٌؼشاق
 127- 253 125 اٌز بِٓ
 124- 225 100 الأٔصبس
 210- 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 189- 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
 207- 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 438- 881 442 اٌصذس الأٌٚٝ
 203- 400 196 اٌ جبط
 189- 395 205 اٌذ بسح
 483- 981 497 اٌفشاد
 151- 309 157 اٌذٛساء
 229- 439 209 اٌغلاَ

 233- 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 147- 288 140 اٌضساػ١١ٓ
 146- 283 136 الاعزمبِخ
 99- 201 101 اٌجّؼ١خ
 189- 363 173 الاثشاس
 188- 363 174 اٌؼذاٌخ
 86- 171 84 اٌٛدذح
 142- 275 132 اٌىشاِخ

 200- 391 190 اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ
 75- 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ
 317- 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 110- 217 106 اٌغشاٞ

 236- 455 218 اٌؼشٚثخ الأٌٚٝ
 181- 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ
 96- 211 114 اٌفبض١ٍخ
 106- 218 111 اٌجذ٠ذح
 245- 475 229 اٌؼصشٞ
 75- 145 69 اٌضػ١ُ

 277- 547 269 اٌصبدق الأٚي
 134- 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ
 279- 542 262 إٌٙ خ
 144- 280 135 اٌٛفبء
 93- 211 117 الأ١ِش

 157- 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 221- 444 222 اٌغذ٠ش
 65- 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 124- 353 228 اٌضم١ٍٓ
 118- 229 110 اٌض٘شاء
 20 40 59 الأعبرزح
 427- 909 481 اٌذى١ُ
 354- 688 333 اٌزشاس

 129- 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 204- 409 204 اٌخ شاء
 89- 227 137 اٌضمبفٟ
 61- 149 87 اٌجبِؼخ

 208- 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 74- 173 98 اٌىشاس
 62- 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 191- 372 180 اٌجضائش
 162- 330 167 اٌؼزاس٠خ
 179- 359 179 سِ بْ
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 2020( كفبءح شجكخ اننقم في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر عذد الاستذاراد )رقى انًرور( نسنخ 5انخريطخ )
 

 
 .(6اٌّصذس  ث١بٔبد اٌجذٚي )

 
ٛع ِٛشش اٌفب ٚث١زب ٚوبِب ٚ٘ٛ ِٓ اٌّؤششاد اٌزٟ ٠م١ظ دسجخ رشاثط اٌشجىخ ٚ٘ٛ ٔبرج ِجّ: يؤشر اننقم انتدًيعي-6

ِٚؤشش ػذد الاعزذاساد ٚرىْٛ دسجخ اٌزشاثط أوضش وٍّب اصدادد ل١ّخ اٌّؤشش. ٚفٟ )ِٕطمخ اٌذساعخ( فبْ سص١ذ إٌمً 
( 6( ٚاٌخش٠طخ )7( ٠ٕظش اٌجذٚي )13.5,-483.6اٌزج١ّؼٟ وبْ ثٕغت ِزجب٠ٕخ ث١ٓ اد١بء اٌّذ٠ٕخ ار رشاٚدذ ل١ّزٗ ث١ٓ )

 ع فٟ اد١بء )ِٕطمخ اٌذساعخ( ثذغت ل١ُ اٌّؤشش اٌٝ أسثغ فئبد ٟٚ٘ ار لغّذ شجىخ اٌشٛاس
( د١بً ٟٚ٘ )اٌصذس 13ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ وبٔذ ف١ٙب ل١ُ اٌّؤشش ٚاطئخ ٚرّضٍذ فٟ ) (:207.5,-483.6انفئخ الاونى )-1

ٌصبدق الاٚي، إٌٙ خ، اٌضبٌضخ، اٌصذس الاٌٚٝ، اٌفشاد، اٌغلاَ، اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ، اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ، اٌغشاٞ، اٌؼصشٞ، ا
 اٌغذ٠ش، اٌذى١ُ ٚدٟ اٌزشاس(.

( د١بً 14(  ِٚضٍذ ٘زٖ اٌفئخ الاد١بء راد اٌم١ّخ اٌٛاطئخ ٌٍّؤشش ٚشٍّذ ٘زٖ اٌم١ُ )-161.6,-207.4اٌفئخ اٌضب١ٔخ )-2
ٌجّٙٛسٞ ٟٚ٘ )دٟ اٌؼشاق، اٌفجش اٌجذ٠ذ، اٌصذس اٌضب١ٔخ، اٌ جبط، اٌذ بسح، الاثشاس، اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ، اٌؼذاٌخ، ا

 اٌؼزاس٠خ ٚدٟ سِ بْ( ،اٌغشثٟ، اٌخ شاء، اٌذٟ اٌصٕبػٟ، اٌجضائش
( د١ب ٚاٌزٟ وبٔذ ل١ُ اٌّؤشش رش١ش اٌٝ ضؼف وفبءح 13ثٍغ ػذد اد١بء ٘زٖ اٌفئخ ) (:-108.3,-161.5) انفئخ انثبنثخ-3

خ، اٌغشاٞ، الاعىبْ اٌمذ٠ُ، شجىخ اٌشٛاسع ٚشٍّذ اد١بء )اٌز بِٓ، الأصبس، اٌضساػ١١ٓ، الاعزمبِخ، اٌذٛساء، اٌىشاِ
 .اٌٛفبء، اٌصبدق اٌضبٟٔ، اٌضم١١ٍٓ، اٌض٘شاء ٚدٟ صٛة اٌشب١ِخ(

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ وبٔذ ف١خ ل١ُ ِؤشش إٌمً اٌزج١ّؼٟ دمك اػٍٝ اٌم١ُ ِمبسٔخ ثشجىخ  (:13.5,-108.2) انفئخ انراثعخ-4
اٌجٕٛة، اٌششطخ، اٌجّؼ١خ، اٌٛدذح، اٌّزمبػذ٠ٓ،  ( د١بً ٟٚ٘ )د15ٟالاد١بء فٟ اٌفئبد اٌغبثمخ، ار شٍّذ ل١ُ اٌّؤشش )

اٌفبض١ٍخ، اٌجذ٠ذح، اٌضػ١ُ، الا١ِش، اٌّٛظف١ٓ، الاعبرزح، اٌضمبفٟ، اٌجبِؼخ، اٌىشاس ٚدٟ اٌّؼ١ٍّٓ( ار دمك دٟ اٌششطخ 
 (.13اػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌّؤشش ٚاٌجبٌغخ )
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 2020نقم انتدًيعي نسنخ ( كفبءح انشجكخ في )ينطقخ انذراسخ( ثحست يؤشر رصيذ ان7اندذول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ArcGIS v.10.8.1خشائط شجىخ اٌشٛاسع ثبعزخذاَ ثشٔبِج اٌّصذس  اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌجبدضخ ثبلاػزّبد ػٍٝ  - 
 

 يؤشر رصيذ اننقم انتدًيعي عذد انعقذ عذد انشىارع اسى انحي
 108- 313 203 اٌجٕٛة
 13 78 90 اٌششطخ
 175- 370 194 اٌؼشاق
 127- 253 125 اٌز بِٓ
 124- 225 100 الأٔصبس
 210- 402 191 اٌصذس اٌضبٌضخ
 189- 364 174 اٌفجش اٌجذ٠ذ
 207- 384 176 اٌصذس اٌضب١ٔخ
 438- 881 442 اٌصذس الأٌٚٝ
 203- 400 196 اٌ جبط
 189- 395 205 اٌذ بسح
 483- 981 497 اٌفشاد
 151- 309 157 اٌذٛساء
 229- 439 209 اٌغلاَ

 233- 462 228 اٌؼشٚثخ اٌضبٌضخ
 147- 288 140 اٌضساػ١١ٓ
 146- 283 136 الاعزمبِخ
 99- 201 101 اٌجّؼ١خ
 189- 363 173 الاثشاس
 188- 363 174 اٌؼذاٌخ
 86- 171 84 اٌٛدذح
 142- 275 132 اٌىشاِخ

 200- 391 190 اٌجّٙٛسٞ اٌششلٟ
 75- 146 70 اٌّزمبػذ٠ٓ
 317- 593 275 اٌؼشٚثخ اٌضب١ٔخ
 110- 217 106 اٌغشاٞ

 236- 455 218 اٌؼشٚثخ الأٌٚٝ
 181- 352 170 اٌجّٙٛسٞ اٌغشثٟ
 96- 211 114 اٌفبض١ٍخ
 106- 218 111 اٌجذ٠ذح
 245- 475 229 اٌؼصشٞ
 75- 145 69 اٌضػ١ُ

 277- 547 269 اٌصبدق الأٚي
 134- 255 120 الاعىبْ اٌمذ٠ُ
 279- 542 262 إٌٙ خ
 144- 280 135 اٌٛفبء
 92- 211 117 الأ١ِش

 157- 340 182 اٌصبدق اٌضبٟٔ
 221- 444 222 اٌغذ٠ش
 65- 132 66 اٌّٛظف١ٓ
 123- 353 228 اٌضم١ٍٓ
 118- 229 110 اٌض٘شاء
 0 40 59 الأعبرزح
 427- 909 481 اٌذى١ُ
 354- 688 333 اٌزشاس

 129- 257 127 صٛة اٌشب١ِخ
 204- 409 204 اٌخ شاء
 88- 227 137 اٌضمبفٟ
 60- 149 87 اٌجبِؼخ

 207- 461 252 اٌذٟ اٌصٕبػٟ
 73- 173 98 اٌىشاس
 62- 123 60 اٌّؼ١ٍّٓ
 191- 372 180 اٌجضائش
 162- 330 167 اٌؼزاس٠خ
 179- 359 179 سِ بْ
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  2020انتىزيع انًكبني نًؤشر رصيذ اننقم انتدًيعي في )ينطقخ انذراسخ( نسنخ  (6انخريطخ )
 

 
 .(7انًصذر: ثيبنبد اندذول )

 
 اننتبئح:

( ٟٚ٘ اػٍٝ ل١ّخ دصً ػ١ٍٙدب 0,518اْ دسجخ اسرجبط اٌشجىخ فٟ دٟ الأعبرزح وبٔذ ِزٛعطخ اٌىفبءح ثم١ّخ ثٍغذ ) -1 
 اٌذٟ ثذغت ِؤشش وبِب.

 خ.( ٟٚ٘ ل١ّخ رذي ػٍٝ اْ اٌىفبءح ِزٛعط0,64اْ اػٍٝ ل١ّخ ٌّؤشش ث١زب رّضٍذ فٟ دٟ اٌضم١ٍٓ ثم١ّخ ثٍغذ ) -2 

 اْ ج١ّددغ اد١ددبء ِذ٠ٕددخ اٌذ٠ٛا١ٔددخ وبٔددذ شددجىخ إٌمددً ف١ٙددب ضددؼ١فخ اٌىفددبءح ثذغددت ِؤشددش اٌفددب ٚاٌزددٟ رشاٚدددذ ل١ّددٗ -3 
(0.254-, 0.267-  ) 

اْ ِؤشش ػذد الاعزذاساد )سلُ اٌّشٚس( ثٍغ اػٍدٝ ل١ّدٗ ٌدٗ فدٟ ددٟ الأعدبرزح ار ثٍغدذ ػدذد الاعدزذاساد ف١ٙدب ػٍدٝ  -4 
 أغ١بث١خ دشوخ اٌّشٚس.( ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ فبػ١ٍخ اٌشجىخ فٟ 20)

 (.13دمك دٟ اٌششطخ اػٍٝ ل١ّخ فٟ ِؤشش إٌمً اٌزج١ّؼٟ ٚاٌجبٌغخ ل١ّزٗ ) -5 
 

 انًقترحبد 

رط٠ٛش شجىخ اٌشٛاسع داخً اٌّذ٠ٕخ ٚلاعد١ّب اٌشدٛاسع اٌذٍم١دخ، ار ٠دٛفش رٌده عدٌٙٛخ سثدط أجدضاء اٌّذ٠ٕدخ ٠ٚمٍدً ِدٓ -1 
 الاصددبَ اٌّشٚسٞ فٟ ِشوض٘ب.

ٕذعد١خ ٌشدجىخ اٌشدٛاسع ِٛاوجدخ اٌزطدٛس اٌذبصدً فدٟ دجدُ اٌّشوجدبد اٌذاخٍدخ اٌدٝ ِذبفظدخ الا٘زّبَ ثبٌّٛاصفبد اٌٙ-2 
 اٌمبدع١خ ِٕٚٙب )ِٕطمخ اٌذساعخ(

اجشاء اٌص١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍشٛاسع اٌزٟ رىضش ف١ٙب اٌزخغفبد ٚاٌّطجبد اٌزٟ رزغجت فٟ ٚلدٛع اٌذدٛادس اٌّشٚس٠دخ ِّدب -3 
 ٠ٕجُ ػٕٙب خغبئش ِبد٠خ ٚثشش٠خ

خ اٌّشٚس٠خ فٟ شٛاسع اد١بء اٌّذ٠ٕخ ِٓ خلاي إٌشدشاد اٌجذاس٠دخ ٚالاػلأدبد اٌ دٛئ١خ ٚٚعدبئً ٔشش اٌٛػٟ ٚاٌضمبف-4 
 الاػلاَ اٌغّؼ١خ ٚاٌّشئ١خ.

فشض اٌغشاِبد اٌّبد٠خ ٚاٌؼمٛثبد ػٍٝ لبئذٞ اٌّشوجبد ٚاٌذساجبد إٌبس٠خ اٌز٠ٓ رمدً أػّدبسُ٘ ػدٓ اٌغدٓ اٌمدبٟٔٛٔ -5 
بد ف دلا ػدٓ اٌ دغط إٌفغدٟ اٌدزٞ ٠ٌٛدذٖ ػٍدٝ لبئدذ اٌّشوجدخ ثغدجت ( عٕخ ٌزغججُٙ فٟ إػبلدخ دشودخ ِدشٚس اٌّشوجد18)

 اٌغشػخ ٚاٌم١بدح غ١ش اٌّزضٔخ. 
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  تصنيف الأساليب الكميت في النقل للجامعاث العراقيتتصنيف الأساليب الكميت في النقل للجامعاث العراقيت
  المستنصريت(المستنصريت(  --المىصلالمىصل  --البصرةالبصرة  ––)بغداد )بغداد 

  أ.د هشبو صلاح مذضن انجٍبتً أ.د هشبو صلاح مذضن انجٍبتً   ،،صفبء جىدح ثبدي انعقٍهًصفبء جىدح ثبدي انعقٍهً

  انجبمعخ انمضتنصرٌخ، كهٍخ انترثٍخانجبمعخ انمضتنصرٌخ، كهٍخ انترثٍخ

ssaaffaajjaawwddaa11998800@@ggmmaaiill..ccoomm  

  انمضتخهص انمضتخهص 
خذٍح فٜ ٍششٗعاخ ٗتؽ٘ز ظغشافٞح اىْقلو فلٜ اىذساعلاخ اىايٞلا خذٍح فٜ ٍششٗعاخ ٗتؽ٘ز ظغشافٞح اىْقلو فلٜ اىذساعلاخ اىايٞلا ذٖذف اىذساعح إىٚ ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرذٖذف اىذساعح إىٚ ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح اىَغر            

دمر٘سآ( ٍٗاشفح ذثاْٖٝا اىَناّٜ ؼغة اىعاٍااخ ٍٗغر٘ٝاخ اىذساعح. ٗرىل ٍِ خلاه ٍغػ ٗظشد ٗذؽيٞو دمر٘سآ( ٍٗاشفح ذثاْٖٝا اىَناّٜ ؼغة اىعاٍااخ ٍٗغر٘ٝاخ اىذساعح. ٗرىل ٍِ خلاه ٍغػ ٗظشد ٗذؽيٞو   ––)ٍاظغرٞش )ٍاظغرٞش 

تللِٞ تللِٞ   اىَغرْظللشٝح( ىيَللذج ٍللااىَغرْظللشٝح( ىيَللذج ٍللا  ––اىَ٘طللو اىَ٘طللو   ––اىثظللشج اىثظللشج   ––ىريللل اىذساعللاخ فللٜ اىعاٍاللاخ عْٞللح اىذساعللح ٗاىَرَصيللح تلل )تغذاد ىريللل اىذساعللاخ فللٜ اىعاٍاللاخ عْٞللح اىذساعللح ٗاىَرَصيللح تلل )تغذاد 
اىَْٖط اىرؽيٞيٜ اىنَٜ ىَا ذؼَْرُٔ اىذساعح ٍِ ظذاٗه عاىعلد اىنصٞلش ٍلِ اىَرغٞلشاخ اىَْٖط اىرؽيٞيٜ اىنَٜ ىَا ذؼَْرُٔ اىذساعح ٍِ ظذاٗه عاىعلد اىنصٞلش ٍلِ اىَرغٞلشاخ (، ٗقذ ذٌ اعرَاد (، ٗقذ ذٌ اعرَاد 20202020  ––  19931993))

  تأعي٘ب مَٜ إؼظائٜ ٗذؽيٞيٖا تشٜء ٝرفق ٗؽثٞاح اىَادج اىايَٞح ىير٘طو إىٚ ّرائط ذخذً ٕذف اىذساعح. تأعي٘ب مَٜ إؼظائٜ ٗذؽيٞيٖا تشٜء ٝرفق ٗؽثٞاح اىَادج اىايَٞح ىير٘طو إىٚ ّرائط ذخذً ٕذف اىذساعح. 
تٞح/ اتِ سشذ ٗميٞح اىرشتٞح ىيثْاخ ٕلٜ الأمصلش اعلرخذاٍا ىلاعلاىٞة تٞح/ اتِ سشذ ٗميٞح اىرشتٞح ىيثْاخ ٕلٜ الأمصلش اعلرخذاٍا ىلاعلاىٞة ميٞح اىرشميٞح اىرش  --اُ ظاٍاح تغذاد اُ ظاٍاح تغذاد اىذساعح إىٚ اىذساعح إىٚ ٗذ٘طيد ٗذ٘طيد           

%(، ذيٖٞلا ظاٍالح اىثظلشج/ ميٞلح اىرشتٞلح %(، ذيٖٞلا ظاٍالح اىثظلشج/ ميٞلح اىرشتٞلح 4242( أعي٘تا تْغثح )( أعي٘تا تْغثح )9595اىنَٞح فٜ سعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو إر اعرخذٍد )اىنَٞح فٜ سعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو إر اعرخذٍد )
اىنَٞلح ٗذبثٞقاذٖلا فلٜ اىنَٞلح ٗذبثٞقاذٖلا فلٜ   %(، فلٜ ؼلِٞ تيغلد الأعلاىٞة%(، فلٜ ؼلِٞ تيغلد الأعلاىٞة3535( أعي٘تا ٗتْغثح )( أعي٘تا ٗتْغثح )8080ىيايً٘ الإّغاّٞح إر تيغد الأعاىٞة اىنَٞح )ىيايً٘ الإّغاّٞح إر تيغد الأعاىٞة اىنَٞح )

%(،%(،1616( أعي٘تا ٗتْغثح )( أعي٘تا ٗتْغثح )3636ظاٍاح اىَ٘طو )ظاٍاح اىَ٘طو )
  

( أعلي٘تا ٍلِ الأعلاىٞة اىنَٞلح ( أعلي٘تا ٍلِ الأعلاىٞة اىنَٞلح 1515فٜ ؼِٞ شنيد اىعاٍالح اىَغرْظلشٝح )فٜ ؼِٞ شنيد اىعاٍالح اىَغرْظلشٝح )

اُ اُ                                                                                                                                                                                       ّغرْرط ٍَا ذقذً إُ ْٕاك ذثاِٝ مثٞلش فلٜ اىَْمٍ٘لح اىفنشٝلح ٍلا تلِٞ ّرلاض اىعاٍالاخ عْٞلح اىذساعلح، ّٗغرْرط ٍَا ذقذً إُ ْٕاك ذثاِٝ مثٞلش فلٜ اىَْمٍ٘لح اىفنشٝلح ٍلا تلِٞ ّرلاض اىعاٍالاخ عْٞلح اىذساعلح، ٗ%(، %(، 77ٗتْغثح )ٗتْغثح )
شنيد ظاّثا ذبثٞقٞا ٍَٖا ٍلِ خللاه ذ٘فٞفٖلا فلٜ اىثؽلس اىعغشافلٜ اعلَٞا اىعاّلة اىثشلشٛ شنيد ظاّثا ذبثٞقٞا ٍَٖا ٍلِ خللاه ذ٘فٞفٖلا فلٜ اىثؽلس اىعغشافلٜ اعلَٞا اىعاّلة اىثشلشٛ الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح 

ىنصشج اىَشنلاخ اىرٜ ذ٘اظٔ اىَعرَع ٗاىَرَصيح تَشنلاخ اىْقلو، اىثٞةلح، اىريل٘ز ٗذفاٞلو ذيلل الأعلاىٞة اىرلٜ ىٖلا دٗس فلٜ ىنصشج اىَشنلاخ اىرٜ ذ٘اظٔ اىَعرَع ٗاىَرَصيح تَشنلاخ اىْقلو، اىثٞةلح، اىريل٘ز ٗذفاٞلو ذيلل الأعلاىٞة اىرلٜ ىٖلا دٗس فلٜ 
  اٝعاد ؼي٘ه عشٝاح ىخذٍح اىَعرَع.اٝعاد ؼي٘ه عشٝاح ىخذٍح اىَعرَع.

AAbbssttrraacctt      
TThhee  ssttuuddyy  aaiimmss  ttoo  ccllaassssiiffyy  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  uusseedd  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ggeeooggrraapphhyy  

pprroojjeeccttss  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinn  ppoossttggrraadduuaattee  ssttuuddiieess  ((MMaasstteerr''ss--PPhhDD))  aanndd  kknnooww  tthheeiirr  ssppaattiiaall  
vvaarriiaannccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  lleevveellss  ooff  ssttuuddyy,,  tthhrroouugghh  aa  ssuurrvveeyy,,  iinnvveennttoorryy  aanndd  

aannaallyyssiiss  ooff  tthhoossee  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ssaammppllee  uunniivveerrssiittiieess  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ((BBaagghhddaadd  --  BBaassrraa  --  
MMoossuull  --  MMuussttaannssiirriiyyaahh))  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  ((11999933--22002200)),,  aanndd  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  aannaallyyttiiccaall  
mmeetthhoodd  wwaass  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  ttaabblleess  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssttuuddyy  tthhaatt  ddeeaalltt  wwiitthh  mmaannyy  vvaarriiaabblleess  iinn  aa  
qquuaannttiittaattiivvee  ssttaattiissttiiccaall  mmeetthhoodd  aanndd  aannaallyyzzeedd  tthheemm  iinn  ssoommeetthhiinngg  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  nnaattuurree  
ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  mmaatteerriiaall  ttoo  rreeaacchh  rreessuullttss  tthhaatt  sseerrvvee  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ssttuuddyy..  
TThhee  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaagghhddaadd  --  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  IIbbnn  RRuusshhdd  aanndd  
tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  GGiirrllss  aarree  tthhee  mmoosstt  uusseedd  qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  iinn  lleetttteerrss  aanndd  

tthheesseess  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ggeeooggrraapphhyy,,  aass  tthheeyy  uusseedd  ((9955))  mmeetthhooddss  wwiitthh  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ((4422%%)),,  
ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaassrraa//  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  HHuummaann  SScciieenncceess  aass  tthhee  
qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  aammoouunntteedd  ttoo  ((8800))..  ))  aass  aa  mmeetthhoodd  aanndd  aatt  aa  rraattee  ooff  ((3355%%)),,  wwhhiillee  tthhee  
qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  aanndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMoossuull  aammoouunntteedd  ttoo  ((3366))  
mmeetthhooddss  aanndd  bbyy  ((1144%%)),,  wwhhiillee  AAll--MMuussttaannssiirriiyyaa  UUnniivveerrssiittyy  ccoonnssttiittuutteedd  ((1155))  ooff  tthhee  
qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  aanndd  bbyy  ((77%%))..WWee  ccoonncclluuddee  ffrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ggrreeaatt  
ddiissppaarriittyy  iinn  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  ssyysstteemm  bbeettwweeeenn  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  uunniivveerrssiittiieess  ssaammppllee  ooff  tthhee  

ssttuuddyy,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  mmeetthhooddss  uusseedd  ffoorrmmeedd  aann  iimmppoorrttaanntt  aapppplliieedd  aassppeecctt  bbyy  eemmppllooyyiinngg  tthheemm  iinn  
ggeeooggrraapphhiiccaall  rreesseeaarrcchh,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  hhuummaann  ssiiddee,,  dduuee  ttoo  tthhee  mmaannyy  pprroobblleemmss  ffaacciinngg  ssoocciieettyy  
aanndd  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  eennvviirroonnmmeenntt,,  ppoolllluuttiioonn  aanndd  aaccttiivvaattiinngg  
tthhoossee  mmeetthhooddss  tthhaatt  hhaavvee  aa  rroollee  iinn  ffiinnddiinngg  qquuiicckk  ssoolluuttiioonnss  ttoo  sseerrvvee  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  مقذمخمقذمخ
أعَٖد الأعاىٞة اىنَٞح فٜ ذب٘س عيٌ اىعغشافٞح عاٍح ٗظغشافٞح اىْقو خاطح، آر عاعذخ عيٚ ذغٖٞو عَو أعَٖد الأعاىٞة اىنَٞح فٜ ذب٘س عيٌ اىعغشافٞح عاٍح ٗظغشافٞح اىْقو خاطح، آر عاعذخ عيٚ ذغٖٞو عَو             

اىثاؼصِٞ تشنو مثٞش ٍِ خلاه ذ٘فٞش اىَايٍ٘اخ ٗاىثٞاّاخ اىخاطح تاىْقو ٗإعذاد قاعذج تٞاّاخ سقَٞح ٗسعٌ اىخشائؾ ىٖا اىثاؼصِٞ تشنو مثٞش ٍِ خلاه ذ٘فٞش اىَايٍ٘اخ ٗاىثٞاّاخ اىخاطح تاىْقو ٗإعذاد قاعذج تٞاّاخ سقَٞح ٗسعٌ اىخشائؾ ىٖا 

ناخ اىْقو ىيؽظ٘ه عيٚ اىثٞاّاخ ٗاىَايٍ٘اخ اىذقٞقح عِ ؼشمح اىْقو ناخ اىْقو ىيؽظ٘ه عيٚ اىثٞاّاخ ٗاىَايٍ٘اخ اىذقٞقح عِ ؼشمح اىْقو فؼلا عِ عَو اىَغ٘ؼاخ اىَٞذاّٞح اىخاطح تشثفؼلا عِ عَو اىَغ٘ؼاخ اىَٞذاّٞح اىخاطح تشث
ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح اىرٜ اعرخذٍٖا ظغشافٞ٘ اىْقو فٜ اىذساعاخ اىعاٍاٞح ٍِ خلاه إظشاء ظشد ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح اىرٜ اعرخذٍٖا ظغشافٞ٘ اىْقو فٜ اىذساعاخ اىعاٍاٞح ٍِ خلاه إظشاء ظشد   ٗاىَشٗس، ذٌٗاىَشٗس، ذٌ

عي٘ب الإؼظائٜ عي٘ب الإؼظائٜ ٗذؽيٞو ٗذظْٞف ىْراض اىعاٍااخ اىاشاقٞح ٍِ اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىرٜ اعرخذٍد الأعاىٞة اىنَٞح )الأٗذؽيٞو ٗذظْٞف ىْراض اىعاٍااخ اىاشاقٞح ٍِ اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىرٜ اعرخذٍد الأعاىٞة اىنَٞح )الأ



 للهندست والعلىم... يةــاديمــالأكالمجلت 
 2222لسنة  1العدد  4المجلد 

  J. for Engineering and Science 

 ISSN: 2708-7956, vol. 4, No. 1, 2022 
 

- 66 - 

 

ٗاىرقٞاخ اىؽذٝصح ٍٗقاٝٞظ شثناخ اىْقو( ٗتٞاُ أٗظٔ اىرشاتٔ ٗااخرلاف تِٞ اىعاٍااخ اىاشاقٞح فٜ اعرخذاٍٖا ىلأعاىٞة ٗاىرقٞاخ اىؽذٝصح ٍٗقاٝٞظ شثناخ اىْقو( ٗتٞاُ أٗظٔ اىرشاتٔ ٗااخرلاف تِٞ اىعاٍااخ اىاشاقٞح فٜ اعرخذاٍٖا ىلأعاىٞة 
    اىنَٞح، ٕٗزا اىرظْٞف ٝخريف عِ اىرظْٞفاخ الأخشٙ ذثاا ىَا ذفرؼٞٔ ٍربيثاخ اىذساعح.اىنَٞح، ٕٗزا اىرظْٞف ٝخريف عِ اىرظْٞفاخ الأخشٙ ذثاا ىَا ذفرؼٞٔ ٍربيثاخ اىذساعح.

اىشٝاػٞح اىَرثاح فٜ اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح فٜ ظغشافٞح اىشٝاػٞح اىَرثاح فٜ اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح فٜ ظغشافٞح ْٕاك ذثاِٝ فٜ ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح ْٕٗاك ذثاِٝ فٜ ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح ٗمشكهخ انجذث: مشكهخ انجذث: 
  اىْقو؟اىْقو؟

إُ الأعي٘ب الإؼظائٜ ٗاىرقْٞاخ اىؽذٝصح ّٗمشٝاخ اىْقو ىٖا دٗس فٜ ذثاِٝ الأعاىٞة اىنَٞح اىَرثالح فلٜ إُ الأعي٘ب الإؼظائٜ ٗاىرقْٞاخ اىؽذٝصح ّٗمشٝاخ اىْقو ىٖا دٗس فٜ ذثاِٝ الأعاىٞة اىنَٞح اىَرثالح فلٜ   فرضٍخ انجذث:فرضٍخ انجذث:
  اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح اىرٜ مرثد فٜ ظغشافٞح اىْقو.اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح اىرٜ مرثد فٜ ظغشافٞح اىْقو.

  م انمبجضتٍر فً جغرافٍخ اننقمم انمبجضتٍر فً جغرافٍخ اننقمتصنٍف الأصبنٍت انكمٍخ نرصبئتصنٍف الأصبنٍت انكمٍخ نرصبئ
( ٕ٘ عَيٞح ظَع الأشٞاء اٗ اىَ٘ػ٘عاخ عيٚ أعلاط ٍاٞلاس ٍؽلذد اٗ ٗؼلذج قٞلاط ( ٕ٘ عَيٞح ظَع الأشٞاء اٗ اىَ٘ػ٘عاخ عيٚ أعلاط ٍاٞلاس ٍؽلذد اٗ ٗؼلذج قٞلاط CCllaassssiiffiiccaattiioonnٝقظذ تاىرظْٞف )ٝقظذ تاىرظْٞف )

  ٍخراسج، ٝعَع تِٞ اىؽقائق الأشٞاء اىَْفشدج ىغشع ذْمَٖٞا ٗذْغٞقٖا، ٗذاذ ٕزٓ اىبشٝقح أٗىٚ خبل٘اخ اىثؽلس اىايَلٜ.ٍخراسج، ٝعَع تِٞ اىؽقائق الأشٞاء اىَْفشدج ىغشع ذْمَٖٞا ٗذْغٞقٖا، ٗذاذ ٕزٓ اىبشٝقح أٗىٚ خبل٘اخ اىثؽلس اىايَلٜ.

((11 ) )
اىرظْٞف تأّٔ الأداج اىرٜ َٝنِ ٍِ خلاىٖا أٝعاد ااسذثاؽ تِٞ اىمإشاخ ٗ اىؽقائق ٗافٖاسٕا اىرظْٞف تأّٔ الأداج اىرٜ َٝنِ ٍِ خلاىٖا أٝعاد ااسذثاؽ تِٞ اىمإشاخ ٗ اىؽقائق ٗافٖاسٕا ( ( WWiittttlleesseeyyٗٝاشف )ٗٝاشف )

( ( 22))تشنو ٗإؽاس ٍاِٞ تاذ ظَع اىثٞاّاخ عِ اىمإشج ٍ٘ػل٘  اىذساعلح.تشنو ٗإؽاس ٍاِٞ تاذ ظَع اىثٞاّاخ عِ اىمإشج ٍ٘ػل٘  اىذساعلح.
ٗاىرظلْٞف ٍلا ٕل٘ إا شلنلا  ٍلِ إشلناه ٗطلف ٗاىرظلْٞف ٍلا ٕل٘ إا شلنلا  ٍلِ إشلناه ٗطلف 

((33))اىثٞاّاخ اىَغرخيظح عِ اىمإشاخ تاعرَاد ٗؼذج قٞلاط ٍ٘ػل٘عح.اىثٞاّاخ اىَغرخيظح عِ اىمإشاخ تاعرَاد ٗؼذج قٞلاط ٍ٘ػل٘عح.
قلو ٍلِ ٍعلاٍٞع ٍرشاتبلح ٍٗرناٍيلح ٍلِ قلو ٍلِ ٍعلاٍٞع ٍرشاتبلح ٍٗرناٍيلح ٍلِ ٝرلأىف اىْٝرلأىف اىْ  

اىاْاطش الأعاعٞح مَغاساخ اىْقو ٗٗعائبُٔ ع٘اء ماّد تشٝح أٗ تؽشٝح أٗ ظ٘ٝح فؼلا عِ ٍؽبلاخ ااّبللاو ٗأّمَلح اىاْاطش الأعاعٞح مَغاساخ اىْقو ٗٗعائبُٔ ع٘اء ماّد تشٝح أٗ تؽشٝح أٗ ظ٘ٝح فؼلا عِ ٍؽبلاخ ااّبللاو ٗأّمَلح 

اىغٞبشج ٗاىرؽنٌ، اىرٜ ذشنو ؼيقح ٗطو تِٞ ٍشامض الإّراض ٍٗشامض ااعرٖلاك ٗاخرلاف ٕزٓ الأّمَح ٗذاذد ٗفائفٖلا اىغٞبشج ٗاىرؽنٌ، اىرٜ ذشنو ؼيقح ٗطو تِٞ ٍشامض الإّراض ٍٗشامض ااعرٖلاك ٗاخرلاف ٕزٓ الأّمَح ٗذاذد ٗفائفٖلا 
((44))ٍاعح إىٚ اٝعاد ٍااٝٞش ٍاْٞح ىرظْٞفٖا.ٍاعح إىٚ اٝعاد ٍااٝٞش ٍاْٞح ىرظْٞفٖا.ماّد ْٕاك ؼاظح ماّد ْٕاك ؼاظح 

ذٌ ذظْٞف الأعلاىٞة اىنَٞلح فلٜ اىذساعلاخ اىعاٍاٞلح ػلَِ ذٌ ذظْٞف الأعلاىٞة اىنَٞلح فلٜ اىذساعلاخ اىعاٍاٞلح ػلَِ   
اىرقْٞلاخ اىرقْٞلاخ   ––سعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو اعرَادا  عيٚ ّ٘  الأعي٘ب اىزٛ اعرخذٍُٔ اىثاؼصِٞ ٍِ )الأعلي٘ب الإؼظلائٜ سعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو اعرَادا  عيٚ ّ٘  الأعي٘ب اىزٛ اعرخذٍُٔ اىثاؼصِٞ ٍِ )الأعلي٘ب الإؼظلائٜ 

اىرظللْٞف، آر ذْللذسض ذؽللد مللو أعللي٘ب فةللاخ تؽغللة اىرظللْٞف، آر ذْللذسض ذؽللد مللو أعللي٘ب فةللاخ تؽغللة ٍقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو( ٗاىرللٜ ذاللذ ٍاللاٝٞش أعاعللٞح فللٜ ٍقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو( ٗاىرللٜ ذاللذ ٍاللاٝٞش أعاعللٞح فللٜ   ––اىؽذٝصللح اىؽذٝصللح 
  ( مااذٜ:( مااذٜ:20202020--19931993اعراَاىٖا فٜ اىرؽيٞو ٗاىَااىعح، ٍ٘صعح عيٚ اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىثؽس ٗاى٘اقاح تِٞ )اعراَاىٖا فٜ اىرؽيٞو ٗاىَااىعح، ٍ٘صعح عيٚ اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىثؽس ٗاى٘اقاح تِٞ )

  أولا: انتصنٍف دضت الأصهىة الإدصبئً أولا: انتصنٍف دضت الأصهىة الإدصبئً 
  فٜ اعرخذاٍٖا ىلأعاىٞة الإؼظائٞح.فٜ اعرخذاٍٖا ىلأعاىٞة الإؼظائٞح.اُ اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىثؽس ذخريف فَٞا تْٖٞا ٍِ ؼٞس اىنٌ ٗاىْ٘  اُ اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىثؽس ذخريف فَٞا تْٖٞا ٍِ ؼٞس اىنٌ ٗاىْ٘  ٗظذ ٗظذ   

( سعائو ٍاظغرٞش، تيغ فٖٞا علذد الأعلاىٞة ( سعائو ٍاظغرٞش، تيغ فٖٞا علذد الأعلاىٞة 88الأعاىٞة الإؼظائٞح )الأعاىٞة الإؼظائٞح )تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد   ::جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  --11
( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ فلٜ ؼلِٞ ( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ فلٜ ؼلِٞ 66( أعلاىٞة ىَقلاٝٞظ اىْضعلح اىَشمضٝلح، ٗ)( أعلاىٞة ىَقلاٝٞظ اىْضعلح اىَشمضٝلح، ٗ)44( أعي٘ب ٍْٖا )( أعي٘ب ٍْٖا )1919الإؼظائٞح )الإؼظائٞح )

( أعاىٞة، ٗأعي٘ب ٗاؼلذ ىَااٍلو اىَنلافلا ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد دسظلح ااّنشلاف ( أعاىٞة، ٗأعي٘ب ٗاؼلذ ىَااٍلو اىَنلافلا ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد دسظلح ااّنشلاف 66ٞو ااّؽذاس)ٞو ااّؽذاس)شنو ٍااٍو ذؽيشنو ٍااٍو ذؽي
  ( أعي٘تِٞ فقؾ .( أعي٘تِٞ فقؾ .22ااقرظادٛ، فٜ ؼِٞ تيغ عذد ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح )ااقرظادٛ، فٜ ؼِٞ تيغ عذد ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح )

( سعلائو ٍاظغللرٞش، تيلغ فٖٞللا عللذد ( سعلائو ٍاظغللرٞش، تيلغ فٖٞللا عللذد 99الأعلاىٞة الإؼظللائٞح )الأعلاىٞة الإؼظللائٞح )تيغلد أعللذد اىشعلائو اىرللٜ اعللرخذٍد تيغلد أعللذد اىشعلائو اىرللٜ اعللرخذٍد   --جبمعةخ انجصةةرح: جبمعةخ انجصةةرح:   --22
( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، ( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، 55( أعاىٞة ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝلح ٗ)( أعاىٞة ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝلح ٗ)44( أعي٘ب، ٍْٖا )( أعي٘ب، ٍْٖا )2020عاىٞة الإؼظائٞح )عاىٞة الإؼظائٞح )الأالأ

( أعلي٘تِٞ، ٗأعلي٘ب ٗاؼلذ ىذسظلح ااّنشلاف ( أعلي٘تِٞ، ٗأعلي٘ب ٗاؼلذ ىذسظلح ااّنشلاف 22( أعاىٞة، ٗتيغ ٍااٍو اىَنافلا )( أعاىٞة، ٗتيغ ٍااٍو اىَنافلا )66فٜ ؼِٞ شنو ٍااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس )فٜ ؼِٞ شنو ٍااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس )

  أعي٘تِٞ.أعي٘تِٞ.( ( 22ااقرظادٛ، فٜ ؼِٞ شنيد ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح )ااقرظادٛ، فٜ ؼِٞ شنيد ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح )
( سعلائو ٍاظغلرٞش، تيلغ فٖٞلا علذد ( سعلائو ٍاظغلرٞش، تيلغ فٖٞلا علذد 55الأعلاىٞة الإؼظلائٞح )الأعلاىٞة الإؼظلائٞح )تيغلد أعلذاد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد تيغلد أعلذاد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد   ::جبمعخ انمىصةم جبمعخ انمىصةم   --33

( أعللي٘ب، ذْ٘عللد فٖٞللا الأعللاىٞة عيللٚ اىللشدٌ ٍللِ قيللح أعللذاد اىشعللائو فٖٞللا، ا ذ٘ظللذ دساعللح ( أعللي٘ب، ذْ٘عللد فٖٞللا الأعللاىٞة عيللٚ اىللشدٌ ٍللِ قيللح أعللذاد اىشعللائو فٖٞللا، ا ذ٘ظللذ دساعللح 1313الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )
( ( 55( أعاىٞة، ٗتيغ ٍااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس )( أعاىٞة، ٗتيغ ٍااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس )66ااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ )ااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ )اعرخذٍد ٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، فٜ ؼِٞ شنو ٍاعرخذٍد ٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، فٜ ؼِٞ شنو ٍ

أعاىٞة، ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍو اىَنافلا، مزىل أعي٘ب ٗاؼذ ىذسظح ااّنشلاف ااقرظلادٛ، ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد أعاىٞة، ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍو اىَنافلا، مزىل أعي٘ب ٗاؼذ ىذسظح ااّنشلاف ااقرظلادٛ، ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد 
  ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح.ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح.

( ( 44رٜ اعرخذٍد الأعلاىٞة اىنَٞلح إر تيلغ )رٜ اعرخذٍد الأعلاىٞة اىنَٞلح إر تيلغ )اٍراصخ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح تقيح أعذاد اىشعائو اىاٍراصخ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح تقيح أعذاد اىشعائو اىانمضتنصرٌخ: انمضتنصرٌخ:   انجبمعخانجبمعخ  --44

( أعاىٞة، ٍْٖا أعي٘ب ٗاؼذ ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ملزىل ( أعاىٞة، ٍْٖا أعي٘ب ٗاؼذ ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ملزىل 55سعائو ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا اعذد الأعاىٞة الإؼظائٞح )سعائو ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا اعذد الأعاىٞة الإؼظائٞح )
( أعلاىٞة، ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد ٍااٍلو ( أعلاىٞة، ٗا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد ٍااٍلو 33أعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو اىَنلافلا )أعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو اىَنلافلا )

( ( 22( ٗ)( ٗ)11( ٗاىشلللنو )( ٗاىشلللنو )11ذاس ٗ دسظلللح ااّنشلللاف ااقرظلللادٛ ٗذؽيٞلللو اىغلاعلللو اىضٍْٞلللح، ْٝملللش اىعلللذٗه )ذاس ٗ دسظلللح ااّنشلللاف ااقرظلللادٛ ٗذؽيٞلللو اىغلاعلللو اىضٍْٞلللح، ْٝملللش اىعلللذٗه )ذؽيٞلللو ااّؽلللذؽيٞلللو ااّؽللل
  (.(.11ٗاىخشٝبح )ٗاىخشٝبح )

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( الأصبنٍت الإدصبئٍخ نرصبئم انمبجضتٍر فً( الأصبنٍت الإدصبئٍخ نرصبئم انمبجضتٍر ف11ًجذول )جذول )

  

  دد
  انجبمعخانجبمعخ

    الأصبنٍت الإدصبئٍخالأصبنٍت الإدصبئٍخ
  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد

  
  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح

  
ممجبمعخ انمىصجبمعخ انمىص   

  
  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ

  

  2200%%  11  4466%%  00  2200%%  44  %%2211  44  مقبٌٍش اننزعخ انمركزٌخمقبٌٍش اننزعخ انمركزٌخ  11

  2200%%  11  3388%%  66  2255%%  55  3322%%  66  تذهٍم الارتجبطتذهٍم الارتجبط  22

  00%%  00  88%%  55  3300%%  66  3322%%  66  تذهٍم الانذذارتذهٍم الانذذار  33

  6600%%  33  88%%  11  1100%%  22  55%%  11  معبمم انمكبفئمعبمم انمكبفئ  44

  00%%  00  00%%  11  55%%  11  00%%  00  درجخ الانكشبف الاقتصبديدرجخ الانكشبف الاقتصبدي  55

م انزمنٍخم انزمنٍختذهٍم انضلاصتذهٍم انضلاص  66   22  %%1100  22  %%1100  00  %%00  00  %%00  

  110000%%  55  110000%%  1133  110000%%  2200  110000%%  1199  انمجمىع انكهًانمجمىع انكهً

  )صفذبد متفرقخ()صفذبد متفرقخ(02020202--19931993انعمم انمكتجً نجرد فهبرس جبمعبد عٍنخ انجذث نهمذح انعمم انمكتجً نجرد فهبرس جبمعبد عٍنخ انجذث نهمذح   انمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهىانمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهى
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  ..((02020202--19931993نهمذح )نهمذح )( اننضجخ انمئىٌخ نلأصبنٍت الإدصبئٍخ فً جبمعبد عٍنخ انذراصخ ( اننضجخ انمئىٌخ نلأصبنٍت الإدصبئٍخ فً جبمعبد عٍنخ انذراصخ 11انشكم )انشكم )

    
  ..((11ظذٗه )ظذٗه )  تٞاّاختٞاّاخ  اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ  
  

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( أعذاد الأصبنٍت الإدصبئٍخ فً( أعذاد الأصبنٍت الإدصبئٍخ ف00ًانشكم )انشكم )

  
  ((1010جذول )جذول )  ثٍبنبدثٍبنبدانمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهى انمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهى   

  

  ثبنٍب: انتصنٍف دضت انتقنٍبد انذذٌثخثبنٍب: انتصنٍف دضت انتقنٍبد انذذٌثخ
اىذساعلاخ اىعاٍاٞلح تاعلرخذاً اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ٗذ٘فٞفٖللا تاىثؽلس اىعغشافلٜ ىرغٞٞلش ٍغلاس ذيلل اىذساعلاخ ّؽلل٘ اىذساعلاخ اىعاٍاٞلح تاعلرخذاً اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ٗذ٘فٞفٖللا تاىثؽلس اىعغشافلٜ ىرغٞٞلش ٍغلاس ذيلل اىذساعلاخ ّؽلل٘   إرَلدإرَلد  

الأفؼللو، إر ٗفللشخ اىرقْٞللاخ ٗتللشاٍط اىؽاعلل٘ب اىَايٍ٘للاخ عللِ إٛ ظللضء ٍللِ أظللضاء عللبػ الأسع، فؼلللا عللِ سعللٌ الأفؼللو، إر ٗفللشخ اىرقْٞللاخ ٗتللشاٍط اىؽاعلل٘ب اىَايٍ٘للاخ عللِ إٛ ظللضء ٍللِ أظللضاء عللبػ الأسع، فؼلللا عللِ سعللٌ 
اعللاخ اىعاٍاٞللح ىشعللائو اىَاظغللرٞش فللٜ اعللاخ اىعاٍاٞللح ىشعللائو اىَاظغللرٞش فللٜ ٍٗللِ ٕللزا اىَْبيللق علل٘ف ّغللراشع اىذسٍٗللِ ٕللزا اىَْبيللق علل٘ف ّغللراشع اىذس  اىخللشائؾ تاىغللشعح ٗاىذقللح اىَرْإٞللح،اىخللشائؾ تاىغللشعح ٗاىذقللح اىَرْإٞللح،

اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىذساعح ٗاىرٜ اعرخذٍد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح ىرؽيٞو اىثٞاّاخ اىخاطح تأّمَح اىْقو أٗ ذبثٞقٖلا فلٜ اىعاٍااخ اىَشَ٘ىح تاْٞح اىذساعح ٗاىرٜ اعرخذٍد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح ىرؽيٞو اىثٞاّاخ اىخاطح تأّمَح اىْقو أٗ ذبثٞقٖلا فلٜ 
  إعذاد اىخشائؾ أٗ اعرخذاٍٖا فٜ سطذ ؼشمح اىَشٗس ٗمااذٜ:إعذاد اىخشائؾ أٗ اعرخذاٍٖا فٜ سطذ ؼشمح اىَشٗس ٗمااذٜ:

( سعائو ٍاظغرٞش، تيغلد فٖٞلا ( سعائو ٍاظغرٞش، تيغلد فٖٞلا 99خ اىؽذٝصح فٜ ظاٍاح تغذاد )خ اىؽذٝصح فٜ ظاٍاح تغذاد )اىرقْٞااىرقْٞاتيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد   جبمعخ ثغذاد:جبمعخ ثغذاد:  --11
، تيغلد تلشاٍط ذقْٞلح ّملٌ اىَايٍ٘لاخ ، تيغلد تلشاٍط ذقْٞلح ّملٌ اىَايٍ٘لاخ GGooooggllee  eeaarrtthh  --SSPPSSSS  --  GGPPSS  --  GGIISS))( ذقْٞلح )( ذقْٞلح )1212إعلذاد اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح )إعلذاد اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح )

  ( تيلغ( تيلغ((GGPPSS(، ٗتيغد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس علِ تالذ اىَرؼلَِ ّملاً ذؽذٝلذ اىَ٘اقلع اىالاىَٜ (، ٗتيغد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس علِ تالذ اىَرؼلَِ ّملاً ذؽذٝلذ اىَ٘اقلع اىالاىَٜ 55( عذد )( عذد )GGIISSاىعغشافٞح)اىعغشافٞح)

  (.(.22( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )GGooooggllee  eeaarrtthh(، ٗتشاٍط )(، ٗتشاٍط )44( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )SSPPSSSS(، ٗتشّاٍط )(، ٗتشّاٍط )11اىاذد )اىاذد )
( سعائو ٍاظغلرٞش، تيغلد ( سعائو ٍاظغلرٞش، تيغلد 77اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فٜ ظاٍاح اىثظشج )اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فٜ ظاٍاح اىثظشج )تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد جبمعخ انجصرح: جبمعخ انجصرح:   --00

ذظذسخ ظاٍاح اىثظلشج اىعاٍالاخ ذظذسخ ظاٍاح اىثظلشج اىعاٍالاخ   GGooooggllee  eeaarrtthh  --SSPPSSSS  --  GGPPSS  --  GGIISS))( ذقْٞح )( ذقْٞح )1818فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )
(، فللٜ ؼللِٞ تيغللد ذقْٞللح ااعرشللااس عللِ تاللذ (، فللٜ ؼللِٞ تيغللد ذقْٞللح ااعرشللااس عللِ تاللذ 66( عللذد )( عللذد )GGIISSالأخللشٙ، تيغللد تللشاٍط ذقْٞللح ّمللٌ اىَايٍ٘للاخ اىعغشافٞللح )الأخللشٙ، تيغللد تللشاٍط ذقْٞللح ّمللٌ اىَايٍ٘للاخ اىعغشافٞللح )

(، ٗىللٌ ٝغللرخذً تللشاٍط (، ٗىللٌ ٝغللرخذً تللشاٍط 33( تيللغ اىاللذد )( تيللغ اىاللذد )SSPPSSSS(، ٗتشّللاٍط )(، ٗتشّللاٍط )99( اىاللذد )( اىاللذد )GGPPSSاىَرؼللَِ ّمللاً ذؽذٝللذ اىَ٘اقللع اىاللاىَٜ )اىَرؼللَِ ّمللاً ذؽذٝللذ اىَ٘اقللع اىاللاىَٜ )
((GGooooggllee  eeaarrtthh.).)  
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  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح)جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح)الأصبنٍت الإدصبئٍخ نرصبئم انمبجضتٍر نهالأصبنٍت الإدصبئٍخ نرصبئم انمبجضتٍر نه  ( تىضخ( تىضخ11خرٌطخ )خرٌطخ )

  
  AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33ٗتشّاٍط ٗتشّاٍط ( ( 11ظذٗه )ظذٗه )  تٞاّاختٞاّاخٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ اىَظذس: اىَظذس:   
  
ش، ش، ( سعلائو ٍاظغلرٞ( سعلائو ٍاظغلر44ٞاىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ظاٍالح اىَ٘طلو )اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ظاٍالح اىَ٘طلو )تيغد أعلذد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد تيغد أعلذد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد   جبمعخ انمىصم:جبمعخ انمىصم:  --33

، تيغد ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞلح ، تيغد ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞلح SSPPSSSS  --  GGIISS))( ذْاٗىد فقؾ تشاٍط ذقْٞرٜ )( ذْاٗىد فقؾ تشاٍط ذقْٞرٜ )55تيغد فٖٞا أعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )تيغد فٖٞا أعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )
((GGIISS( اىاذد )( اىاذد )(، ٗتشّاٍط )(، ٗتشّاٍط )33SSPPSSSS( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )22.).)  
سعلاىح سعلاىح ( ( 11اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ظاٍالح اىَغرْظلشٝح )اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ظاٍالح اىَغرْظلشٝح )تيغلد أعلذد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد تيغلد أعلذد اىشعلائو اىرلٜ اعلرخذٍد   ::انجبمعخ انمضتنصةرٌخ انجبمعخ انمضتنصةرٌخ   --44

(، عيٚ اىشدٌ ٍِ ٗظ٘د ّرلاض مَلٜ ٗاىثلاىغ استلع سعلائو ٍاظغلرٞش (، عيٚ اىشدٌ ٍِ ٗظ٘د ّرلاض مَلٜ ٗاىثلاىغ استلع سعلائو ٍاظغلرٞش 11ٍاظغرٞش ٗاؼذج، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )ٍاظغرٞش ٗاؼذج، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )
( اعلرخذٍد ( اعلرخذٍد 20172017إا أّٖا ىٌ ذغرخذً اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ذؽيٞلو اىثٞاّلاخ أٗ سعلٌ اىخلشائؾ إا فلٜ سعلاىح ٗاؼلذج علاً )إا أّٖا ىٌ ذغرخذً اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح فلٜ ذؽيٞلو اىثٞاّلاخ أٗ سعلٌ اىخلشائؾ إا فلٜ سعلاىح ٗاؼلذج علاً )

  (.(.22( ٗاىخشٝبح )( ٗاىخشٝبح )44( ٗ)( ٗ)33( ٗاىشنو )( ٗاىشنو )22اىعذٗه )اىعذٗه )  ىشعٌ اىخشائؾ، ْٝمشىشعٌ اىخشائؾ، ْٝمش  GGIISS))تشاٍط ذقْٞح )تشاٍط ذقْٞح )

  

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )( انتقنٍبد انذذٌثخ فً ( انتقنٍبد انذذٌثخ فً 00جذول )جذول )

  دد
  انجبمعخانجبمعخ

    انتقنٍبد انذذٌثخانتقنٍبد انذذٌثخ  
  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد

11  GGIISS  110000%%  11  6600%%  33  3333%%  66  4422%%  55  نظبونظبو  

  GGPPSS  11  %%88  99  %%5500  00  %%00  00  %%00تقنٍخ تقنٍخ   00

33  SSPPSSSS  00%%  00  4400%%  22  1177%%  33  3333%%  44  ثرنبمجثرنبمج  

  GGooooggllee  eeaarrtthh  22  %%1177  00  %%00  00  %%00  00  %%00ثرنبمج ثرنبمج   44

  110000%%  11  110000%%  55  110000%%  1188  110000%%  1122  انمجمىع انكهًانمجمىع انكهً

  20202020  --19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ
  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(
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  ((02020202--19931993عٍنخ انذراصخ نهمذح )عٍنخ انذراصخ نهمذح )  رصبئم جبمعبدرصبئم جبمعبد  ( اننضجخ انمئىٌخ نهتقنٍبد انذذٌثخ فً( اننضجخ انمئىٌخ نهتقنٍبد انذذٌثخ ف33ًكم )كم )شش

    
  (.(.00جذول )جذول )  ثٍبنبدثٍبنبدانمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهى انمصذر: من عمم انجبدثخ ثبلاعتمبد عهى   

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( إعذاد انتقنٍبد انذذٌثخ فً رصبئم( إعذاد انتقنٍبد انذذٌثخ فً رصبئم44شكم )شكم )

  
  (.(.22َاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )َاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعراىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعر  

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  انتقنٍبد انذذٌثخ فً رصبئمانتقنٍبد انذذٌثخ فً رصبئم( ( 00خرٌطخ )خرٌطخ )

  

  انتصنٍف دضت مقبٌٍش شجكبد اننقمانتصنٍف دضت مقبٌٍش شجكبد اننقم  ثبنثب:ثبنثب:
اىرلٜ اىرلٜ ذرظذس اىعاٍااخ الأخشٙ فلٜ اعلرخذاٍٖا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو ٗذْ٘عٖلا، آر تيلغ علذد اىشعلائو ذرظذس اىعاٍااخ الأخشٙ فلٜ اعلرخذاٍٖا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو ٗذْ٘عٖلا، آر تيلغ علذد اىشعلائو   ::جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  --11

( ّمشٝلح فلٜ استالح عشلش ( ّمشٝلح فلٜ استالح عشلش 1414( سعاىح ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞلا اعلذد ّمشٝلح اىشلثناخ )( سعاىح ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞلا اعلذد ّمشٝلح اىشلثناخ )1919ظ شثناخ اىْقو )ظ شثناخ اىْقو )ٍقاٍٝٞقاٝٞاعرخذٍد اعرخذٍد 
( ّمشٝاخ فٜ استاح سعائو، فٜ ؼِٞ اعرخذٍد ّمشٝح اىرفاعلو فلٜ ( ّمشٝاخ فٜ استاح سعائو، فٜ ؼِٞ اعرخذٍد ّمشٝح اىرفاعلو فلٜ 44سعاىح، إٍا ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )سعاىح، إٍا ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )

  سعاىح ٗاؼذج.سعاىح ٗاؼذج.
اىرلٜ اىرلٜ ٗذْ٘عٖلا فلٜ ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، آر تيلغ علذد اىشعلائو ٗذْ٘عٖلا فلٜ ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، آر تيلغ علذد اىشعلائو ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد فٜ اعرخذاٍٖا ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد فٜ اعرخذاٍٖا   جبمعخ انجصرح:جبمعخ انجصرح:  --22

( ّمشٝح فٜ عثاح سعائو، إٍا ( ّمشٝح فٜ عثاح سعائو، إٍا 77( سعاىح ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا عذد ّمشٝح اىشثناخ )( سعاىح ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا عذد ّمشٝح اىشثناخ )1313ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )اعرخذٍد اعرخذٍد 
  ( ّمشٝاخ فٜ عد سعائو، إٍا ّمشٝح اىرفاعو فيٌ ٝرٌ اعرخذاٍٖا. ( ّمشٝاخ فٜ عد سعائو، إٍا ّمشٝح اىرفاعو فيٌ ٝرٌ اعرخذاٍٖا. 66ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )

ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد ٗظاٍاح اىثظشج فٜ اعلرخذاٍٖا ٗذْ٘عٖلا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، آر تيلغ علذد ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد ٗظاٍاح اىثظشج فٜ اعلرخذاٍٖا ٗذْ٘عٖلا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، آر تيلغ علذد   جبمعخ انمىصم:جبمعخ انمىصم:  --33
( ّمشٝلح فلٜ ( ّمشٝلح فلٜ 33( سعلائو ٍاظغلرٞش، تيغلد فٖٞلا علذد ّمشٝلح اىشلثناخ )( سعلائو ٍاظغلرٞش، تيغلد فٖٞلا علذد ّمشٝلح اىشلثناخ )55ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو )ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو )اىرٜ اعرخذٍد اىرٜ اعرخذٍد اىشعائو اىشعائو 

سعاىح ٍِ ػَِ اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد ّمشٝح اىشثناخ فٜ سعاىح ٍِ ػَِ اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد ّمشٝح اىشثناخ فٜ   ( ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا( ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا11شلاز سعائو ّٗمشٝح اىرفاعو )شلاز سعائو ّٗمشٝح اىرفاعو )

  فٜ سعاىح ٗاؼذج.فٜ سعاىح ٗاؼذج.ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس   اعرخذٍداعرخذٍدؼِٞ ؼِٞ 
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  ..AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33ٗتشّاٍط ٗتشّاٍط   ((22ظذٗه )ظذٗه )  تٞاّاختٞاّاخاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ   

( ٗاىشلنو ( ٗاىشلنو 33غلرٞش، ْٝملش اىعلذٗه )غلرٞش، ْٝملش اىعلذٗه )( سعلائو ٍاظ( سعلائو ٍاظ44فقؾ ّمشٝح اىشثناخ ٗرىل فلٜ )فقؾ ّمشٝح اىشثناخ ٗرىل فلٜ )  ىٌ ذغرخذًىٌ ذغرخذًانجبمعخ انمضتنصرٌخ: انجبمعخ انمضتنصرٌخ:   --44
  (.(.33( ٗاىخشٝبح )( ٗاىخشٝبح )66( ٗ )( ٗ )55))

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( مقبٌٍش شجكبد اننقم نرصبئم انمبجضتٍر فً( مقبٌٍش شجكبد اننقم نرصبئم انمبجضتٍر ف33ًجذول )جذول )

  دد
  انجبمعبدانجبمعبد

  نظرٌبد اننقمنظرٌبد اننقم
  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد

  110000%%  44  6600%%  33  5544%%  77  7744%%  1144  ّمشٝح اىشثناخّمشٝح اىشثناخ  11

  00%%  00  2200%%  11  4466%%  66  2211%%  44  ّمشٝح ؽات٘س ااّرماسّمشٝح ؽات٘س ااّرماس  22

  00%%  00  2200%%  11  00%%  00  55%%  11  ّمشٝح اىرفاعوّمشٝح اىرفاعو  33

  110000%%  44  110000%%  55  110000%%  1133  110000%%  1199  اىَعَ٘  اىنيٜاىَعَ٘  اىنيٜ

--19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ
  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(20202020

  (.(.02020202--19931993رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  اننضجخ انمئىٌخ نمقبٌٍش شجكبد اننقم فًاننضجخ انمئىٌخ نمقبٌٍش شجكبد اننقم فً  ((55شكم )شكم )
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  (.(.33اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  

  ..((02020202--19931993رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( إعذاد مقبٌٍش اننقم فً( إعذاد مقبٌٍش اننقم ف66ًشكم )شكم )

  
  ((33د عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )د عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَااىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَا  

  ..((02020202--19931993رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( نظرٌبد اننقم فً( نظرٌبد اننقم ف33ًخرٌطخ )خرٌطخ )

  
  AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33( ٗتشّاٍط ( ٗتشّاٍط 33اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  
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فٜ ىيعاٍااخ عْٞح اىذساعح )تغذاد فٜ ىيعاٍااخ عْٞح اىذساعح )تغذاد ّغرْرط ٍَا ذقذً إُ إعذاد سعائو اىَاظغرٞش فٜ أقغاً اىعغشافٞح ىنيٞاخ اىرشتٞح ذؽذٝذا ّغرْرط ٍَا ذقذً إُ إعذاد سعائو اىَاظغرٞش فٜ أقغاً اىعغشافٞح ىنيٞاخ اىرشتٞح ذؽذٝذا 
( تيغلد علثع ٗأستالُ٘ ( تيغلد علثع ٗأستالُ٘ 20202020--19931993اىَغرْظشٝح( ذخظض ظغشافٞح اىْقلو ىيَلذج تلِٞ علاٍٜ )اىَغرْظشٝح( ذخظض ظغشافٞح اىْقلو ىيَلذج تلِٞ علاٍٜ )  ––اىَ٘طو اىَ٘طو   ––اىثظشج اىثظشج   ––

اتلِ سشلذ ٗميٞلح اىرشتٞلح اتلِ سشلذ ٗميٞلح اىرشتٞلح   ––( أعلي٘ب، ذف٘قلد فٖٞلا ظاٍالح تغلذاد/ ميٞلح اىرشتٞلح ( أعلي٘ب، ذف٘قلد فٖٞلا ظاٍالح تغلذاد/ ميٞلح اىرشتٞلح 134134دساعح، تيغد فٖٞا الأعلاىٞة اىنَٞلح )دساعح، تيغد فٖٞا الأعلاىٞة اىنَٞلح )
اخ تْغثح شلاشح ٗعششُٗ سعاىح ٍِ ؼٞس إعذاد اىشعائو، ىنْٖا اؼريد اىَشذثلح اىصاّٞلح ٍلِ ؼٞلس اخ تْغثح شلاشح ٗعششُٗ سعاىح ٍِ ؼٞس إعذاد اىشعائو، ىنْٖا اؼريد اىَشذثلح اىصاّٞلح ٍلِ ؼٞلس ىيثْاخ عيٚ تاقٜ اىعاٍاىيثْاخ عيٚ تاقٜ اىعاٍا

%(، إٍا ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقلو %(، إٍا ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقلو 3333( تْغثح )( تْغثح )1919( أعي٘ب مَٜ، ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )( أعي٘ب مَٜ، ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )5050الأعاىٞة آر تيغد )الأعاىٞة آر تيغد )
%( ٗذلأذٜ ظاٍالح اىثظلشج %( ٗذلأذٜ ظاٍالح اىثظلشج 3333غلثح )غلثح )( تْ( تْ  1212%(، ٗاىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ؼلذٝد ت٘اقلع )%(، ٗاىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ؼلذٝد ت٘اقلع )4646( تْغلثح )( تْغلثح )1919فقذ ؼؼلٞد ت٘اقلع )فقذ ؼؼلٞد ت٘اقلع )

( دساعاخ، فٜ ؼِٞ اؼريد اىَشذثح الأٗىٚ تالأعاىٞة اىنَٞح ( دساعاخ، فٜ ؼِٞ اؼريد اىَشذثح الأٗىٚ تالأعاىٞة اىنَٞح 99تاىَشذثح اىصاّٞح ٍِ ؼٞس إعذاد سعائو اىَاظغرٞش إر تيغد )تاىَشذثح اىصاّٞح ٍِ ؼٞس إعذاد سعائو اىَاظغرٞش إر تيغد )
%(، إٍلا ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو فقلذ ؼؼلٞد %(، إٍلا ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو فقلذ ؼؼلٞد 3535( تْغلثح )( تْغلثح )2020( أعي٘ب، ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )( أعي٘ب، ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )5151آر تيغد )آر تيغد )
%(، إٍللا ظاٍاللح اىَ٘طللو فقللذ ظللاءخ %(، إٍللا ظاٍاللح اىَ٘طللو فقللذ ظللاءخ 5050( تْغللثح )( تْغللثح )1818%(، ٗاىرقْٞللاخ اىؽذٝصللح ؼللذدخ ت٘اقللع )%(، ٗاىرقْٞللاخ اىؽذٝصللح ؼللذدخ ت٘اقللع )3322( تْغللثح )( تْغللثح )1313ت٘اقللع )ت٘اقللع )

(أعللي٘ب، ؼؼللٜ الأعللي٘ب (أعللي٘ب، ؼؼللٜ الأعللي٘ب 2323تاىَشذثللح اىصاىصللح إر تيغللد إعللذاد اىشعللائو خَللظ سعللائو، تيغللد فٖٞللا الأعللاىٞة اىنَٞللح )تاىَشذثللح اىصاىصللح إر تيغللد إعللذاد اىشعللائو خَللظ سعللائو، تيغللد فٖٞللا الأعللاىٞة اىنَٞللح )
%(، ٗاىرقْٞللاخ %(، ٗاىرقْٞللاخ 1212ح )ح )( تْغللث( تْغللث55%(، إٍللا ٍقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو فقللذ ؼؼللٞد ت٘اقللع )%(، إٍللا ٍقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو فقللذ ؼؼللٞد ت٘اقللع )2323( تْغللثح )( تْغللثح )1313الإؼظللائٜ ت٘اقللع )الإؼظللائٜ ت٘اقللع )

%(، شٌ ذأذٜ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح تاىَشذثح اىشاتاح إر أّعضخ استع سعلائو، تيغلد %(، شٌ ذأذٜ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح تاىَشذثح اىشاتاح إر أّعضخ استع سعلائو، تيغلد 1414( تْغثح )( تْغثح )55اىؽذٝصح ؼؼٞد ت٘اقع )اىؽذٝصح ؼؼٞد ت٘اقع )
%(، إٍا ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو فقذ ب ؼؼٞد %(، إٍا ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو فقذ ب ؼؼٞد 99( تْغثح )( تْغثح )55( ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )( ؼؼٜ الأعي٘ب الإؼظائٜ ت٘اقع )1010فٖٞا الأعاىٞة اىنَٞح )فٖٞا الأعاىٞة اىنَٞح )

  (.(.88(،)(،)77( ٗاىشنو )( ٗاىشنو )44%(، ْٝمش اىعذٗه )%(، ْٝمش اىعذٗه )33( تْغثح )( تْغثح )11ٞاخ اىؽذٝصح ؼؼٞد ت٘اقع )ٞاخ اىؽذٝصح ؼؼٞد ت٘اقع )%(، ٗاىرقْ%(، ٗاىرق1010ْ( تْغثح )( تْغثح )44ٗاقع )ٗاقع )

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  ( مجمىع إعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم( مجمىع إعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم44جذول )جذول )

  دد
  خخالأصبنٍت انكمٍالأصبنٍت انكمٍ  

  

  انجبمعخانجبمعخ
  الأصهىة الإدصبئًالأصهىة الإدصبئً

  

  نظرٌبد اننقمنظرٌبد اننقم

  
  انتقنٍبد انذذٌثخانتقنٍبد انذذٌثخ

  %%3333  1122  4466%%  1199  %%3333  1199  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  11

  %%5500  1188  3322%%  1133  %%3355  2200  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  00

  %%1144  55  1122%%  55  2233%%  1133  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  33

  %%33  11  1100%%  44  99%%  55  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  44

  %%110000  3636  110000%%  4411  110000%%  5577  انمجمىع انكهًانمجمىع انكهً

--19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ  
  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(22020020

  (.(.02020202--19931993رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )رصبئم جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  فًفً  ( اننضجخ انمئىٌخ لأعذاد الأصبنٍت انكمٍخ( اننضجخ انمئىٌخ لأعذاد الأصبنٍت انكمٍخ77شكم )شكم )

    
  ((44ىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )ىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اا
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  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )( أعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم ( أعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم 88شكم )شكم )

  
  (.(.44ىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )ىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اا  

  

                                                                                                                                    تصنٍف الأصبنٍت انكمٍخ لاطبرٌخ انذكتىراه وتطجٍقبتهب فً جغرافٍخ اننقمتصنٍف الأصبنٍت انكمٍخ لاطبرٌخ انذكتىراه وتطجٍقبتهب فً جغرافٍخ اننقم
ّرٞعح ىر٘فش اىنٌ اىٖائو ٗاىَرْ٘  ٍِ اىثٞاّاخ فٜ شرٚ ؼق٘ه اىَاشفح ٗاعَٞا ؼقو ظغشافٞلح اىْقلو، ذبيلة اٝعلاد ؽلشو ّرٞعح ىر٘فش اىنٌ اىٖائو ٗاىَرْ٘  ٍِ اىثٞاّاخ فٜ شرٚ ؼق٘ه اىَاشفح ٗاعَٞا ؼقو ظغشافٞلح اىْقلو، ذبيلة اٝعلاد ؽلشو   

ؽيٞو ذيل اىثٞاّاخ ٗظذٗىرٖا فؼلا عِ عشع ّرائعٖلا تَلا ْٝغلعٌ ٍٗ٘ػل٘  اىثؽلس، ذلٌ ؽيٞو ذيل اىثٞاّاخ ٗظذٗىرٖا فؼلا عِ عشع ّرائعٖلا تَلا ْٝغلعٌ ٍٗ٘ػل٘  اىثؽلس، ذلٌ ٗأعاىٞة اؼظائٞح ذاَو عيٚ ذٗأعاىٞة اؼظائٞح ذاَو عيٚ ذ

ٍقلاٝٞظ ٍقلاٝٞظ --اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح --ذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح فٜ اؽاسٝػ اىذمر٘سآ فٜ ظغشافٞح اىْقو ؼغة )الأعي٘ب الإؼظائٜذظْٞف الأعاىٞة اىنَٞح فٜ اؽاسٝػ اىذمر٘سآ فٜ ظغشافٞح اىْقو ؼغة )الأعي٘ب الإؼظائٜ
  (.(.20202020--19931993ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج )ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج )  فٜفٜشثناخ اىْقو( شثناخ اىْقو( 

  الأصهىة الإدصبئً الأصهىة الإدصبئً أولا: انتصنٍف دضت أولا: انتصنٍف دضت 
تيغلد أعلذد اؽلاسٝػ اىلذمر٘سآ اىرلٜ تيغلد أعلذد اؽلاسٝػ اىلذمر٘سآ اىرلٜ ذظذسخ ظاٍاح تغذاد اىعاٍااخ الأخشٙ ٍلِ ؼٞلس اىنلٌ ٗاىْل٘ ، ذظذسخ ظاٍاح تغذاد اىعاٍااخ الأخشٙ ٍلِ ؼٞلس اىنلٌ ٗاىْل٘ ،   ::جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  --11

( أعللاىٞة ( أعللاىٞة 66( أعللي٘ب، ٍْٖللا )( أعللي٘ب، ٍْٖللا )2222، تيللغ فٖٞللا أعللذد الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )، تيللغ فٖٞللا أعللذد الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )اؽللاسٝػاؽللاسٝػ( ( 88الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )الأعللاىٞة الإؼظللائٞح )اعللرخذٍد اعللرخذٍد 
( أعلاىٞة، ( أعلاىٞة، 55ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس )ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس )  ( أعاىٞة( أعاىٞة66ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ٗ)ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ٗ)

(، فللٜ ؼللِٞ شللنو أعللي٘ب ذؽيٞللو (، فللٜ ؼللِٞ شللنو أعللي٘ب ذؽيٞللو 22ٗأعللي٘ب ٗاؼللذ ىَااٍللو اىَنللافلا، ٗأعللي٘ب دسظللح ااّنشللاف ااقرظللادٛ تيللغ عللذد )ٗأعللي٘ب ٗاؼللذ ىَااٍللو اىَنللافلا، ٗأعللي٘ب دسظللح ااّنشللاف ااقرظللادٛ تيللغ عللذد )

  (.(.22اىغلاعو اىضٍْٞح اىاذد )اىغلاعو اىضٍْٞح اىاذد )
علاىٞة اىنَٞلح مَلا ّٗ٘علا، آر تيغلد أعلذد علاىٞة اىنَٞلح مَلا ّٗ٘علا، آر تيغلد أعلذد ذأذٜ ظاٍالح اىثظلشج تالذ ظاٍالح تغلذاد فلٜ اعلرخذاٍٖا ىلأذأذٜ ظاٍالح اىثظلشج تالذ ظاٍالح تغلذاد فلٜ اعلرخذاٍٖا ىلأ  ::جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  --00

( أعي٘ب، ٍْٖا ( أعي٘ب، ٍْٖا 1212( اؽاسٝػ، ٗتيغد فٖٞا أعذد الأعاىٞة الإؼظائٞح )( اؽاسٝػ، ٗتيغد فٖٞا أعذد الأعاىٞة الإؼظائٞح )66الأعاىٞة الإؼظائٞح )الأعاىٞة الإؼظائٞح )اىرٜ اعرخذٍد اىرٜ اعرخذٍد ٗااؽاسٝػ ٗااؽاسٝػ 
( ( 44( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس )( أعلاىٞة ىَااٍلو ذؽيٞلو ااسذثلاؽ، فلٜ ؼلِٞ شلنو ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس )44أعي٘تِٞ ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ٗ)أعي٘تِٞ ىَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح، ٗ)

ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍلو اىَنلافلا، إٍلا دسظلح ااّنشلاف ااقرظلادٛ فللا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد ٕلزا الأعلي٘ب، ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىَااٍلو اىَنلافلا، إٍلا دسظلح ااّنشلاف ااقرظلادٛ فللا ذ٘ظلذ دساعلح اعلرخذٍد ٕلزا الأعلي٘ب، أعاىٞة، أعاىٞة، 
  ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىرؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح.ٗأعي٘ب ٗاؼذ ىرؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح.

( دساعللاخ ( دساعللاخ 33الأعللاىٞة الإؼظللائٞح فللٜ ظاٍاللح اىَ٘طللو )الأعللاىٞة الإؼظللائٞح فللٜ ظاٍاللح اىَ٘طللو )اىرللٜ اعللرخذٍد اىرللٜ اعللرخذٍد   ٗااؽللاسٝػٗااؽللاسٝػتيغللد أعللذد تيغللد أعللذد   ::جبمعةةخ انمىصةةمجبمعةةخ انمىصةةم  --  33
( أعاىٞة، ىٌ ٝرٌ اعرخذاً أعي٘ب ٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝلح، ( أعاىٞة، ىٌ ٝرٌ اعرخذاً أعي٘ب ٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝلح، 77د الأعاىٞة الإؼظائٞح )د الأعاىٞة الإؼظائٞح )اؽاسٝػ اىذمر٘سآ، تيغد فٖٞا أعذاؽاسٝػ اىذمر٘سآ، تيغد فٖٞا أعذ

( أعاىٞة، فٜ ؼِٞ شنو ٍااٍو اىَنلافلا ( أعاىٞة، فٜ ؼِٞ شنو ٍااٍو اىَنلافلا 22( أعاىٞة، ٍٗااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس تيغ )( أعاىٞة، ٍٗااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس تيغ )22فٜ ؼِٞ تيغ ٍااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ )فٜ ؼِٞ تيغ ٍااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ )
  ٗاؼذ ىرؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح .ٗاؼذ ىرؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح .( إٍا أعي٘ب دسظح ااّنشاف ااقرظادٛ فيٌ ٝرٌ اعرخذأٍُ، ٗأعي٘ب ( إٍا أعي٘ب دسظح ااّنشاف ااقرظادٛ فيٌ ٝرٌ اعرخذأٍُ، ٗأعي٘ب 22أعي٘تِٞ)أعي٘تِٞ)

اٍرلاصخ اىعاٍالح اىَغرْظلشٝح تقيللح إعلذاد ٗااؽلاسٝػ اىرلٜ اعلرخذٍد الأعلاىٞة اىنَٞللح إر اٍرلاصخ اىعاٍالح اىَغرْظلشٝح تقيللح إعلذاد ٗااؽلاسٝػ اىرلٜ اعلرخذٍد الأعلاىٞة اىنَٞللح إر   --انجبمعةخ انمضتنصةرٌخ: انجبمعةخ انمضتنصةرٌخ:   --44
( أعلاىٞة، ىلٌ ٝلرٌ اعلرخذاً أعلي٘تٜ ٍقلاٝٞظ اىْضعلح ( أعلاىٞة، ىلٌ ٝلرٌ اعلرخذاً أعلي٘تٜ ٍقلاٝٞظ اىْضعلح 33تيغد اؽشٗؼرِٞ دمرل٘سآ فقلؾ، تيغلد الأعلاىٞة الإؼظلائٞح فٖٞلا )تيغد اؽشٗؼرِٞ دمرل٘سآ فقلؾ، تيغلد الأعلاىٞة الإؼظلائٞح فٖٞلا )

يٞو ااسذثاؽ، فٜ ؼِٞ تيغ ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس أعلي٘ب ٗاؼلذ، ٍٗااٍلو اىَنلافلا أعلي٘ب ٗاؼلذ، يٞو ااسذثاؽ، فٜ ؼِٞ تيغ ٍااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس أعلي٘ب ٗاؼلذ، ٍٗااٍلو اىَنلافلا أعلي٘ب ٗاؼلذ، ٍٗااٍو ذؽٍٗااٍو ذؽ  اىَشمضٝحاىَشمضٝح
ٗدسظح ااّنشاف ااقرظادٛ فثيغد أعي٘ب ٗاؼذ، ٗا ذ٘ظذ دساعح اعرخذٍد الأعي٘ب ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞلح، ْٝملش ٗدسظح ااّنشاف ااقرظادٛ فثيغد أعي٘ب ٗاؼذ، ٗا ذ٘ظذ دساعح اعرخذٍد الأعي٘ب ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞلح، ْٝملش 

  (.(.44( ٗاىخشٝبح )( ٗاىخشٝبح )1010( ٗ )( ٗ )99( ٗاىشنو )( ٗاىشنو )55اىعذٗه )اىعذٗه )
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  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )طبرٌخ انذكتىراه نهطبرٌخ انذكتىراه نهئٍخ فً ائٍخ فً ا( الأصبنٍت الإدصب( الأصبنٍت الإدصب55جذول )جذول )

  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  ثغذادثغذادجبمعخ جبمعخ   انجبمعخانجبمعخ

  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  الأصهىة الإدصبئًالأصهىة الإدصبئً  دد

  00%%  00  2288%%  00  1177%%  22  2277%%  66  ٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝحٍقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح  11

  3344%%  11  2299%%  22  3344%%  44  2277%%  66  ذؽيٞو ااسذثاؽذؽيٞو ااسذثاؽ  22

  3333%%  11  2299%%  22  3333%%  44  2233%%  55  ذؽيٞو ااّؽذاسذؽيٞو ااّؽذاس  33

  00%%  00  00%%  22  88%%  11  55%%  11  ٍااٍو اىَنافلاٍااٍو اىَنافلا  44

  3333%%  11  1144%%  00  00%%  00  99%%  22  دسظح ااّنشاف ااقرظادٛدسظح ااّنشاف ااقرظادٛ  55

  00%%  00  00%%  11  88%%  11  99%%  22  ذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞحذؽيٞو اىغلاعو اىضٍْٞح  66

  110000%%  33  110000%%  77  110000%%  1122  110000%%  2222  اىَعَ٘  اىنيٜاىَعَ٘  اىنيٜ

--19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   ؼصح تااعرَاد عيٚؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثااىَظذس: ٍِ عَو اىثا  
  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(20202020

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )نهنهانذكتىراه انذكتىراه نلأصبنٍت الإدصبئٍخ فً اطبرٌخ نلأصبنٍت الإدصبئٍخ فً اطبرٌخ   ( اننضجخ انمئىٌخ( اننضجخ انمئىٌخ99شكم )شكم )

    

    
  (.(.55اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  

  

  (.(.02020202--19931993( إعذاد الأصبنٍت الإدصبئٍخ فً اطبرٌخ انذكتىراه نهجبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )( إعذاد الأصبنٍت الإدصبئٍخ فً اطبرٌخ انذكتىراه نهجبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )1212شكم )شكم )

  
  (.(.55اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  
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  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )نهنه( الأصبنٍت الإدصبئٍخ لاطبرٌخ انذكتىراه ( الأصبنٍت الإدصبئٍخ لاطبرٌخ انذكتىراه 44خرٌطخ )خرٌطخ )

  
  ..AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33( ٗتشّاٍط ( ٗتشّاٍط 55ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  اىَظذس:اىَظذس:  

  انتصنٍف دضت انتقنٍبد انذذٌثخانتصنٍف دضت انتقنٍبد انذذٌثخ--ثبنٍب: ثبنٍب: 

( دساعاخ، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ ( دساعاخ، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ 66اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )تيغد أعذد اؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعذد اؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد   ::جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  --11
، تيغد تشاٍط ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح ، تيغد تشاٍط ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح GGooooggllee  eeaarrtthh--SSPPSSSS  --  GGPPSS  --  GGIISS))( ذقْٞاخ، مرقْٞح )( ذقْٞاخ، مرقْٞح )1010اىؽذٝصح )اىؽذٝصح )

((GGIISS( عذد)( عذد)(، ٗإعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ ٗاىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع اىااىَٜ)(، ٗإعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ ٗاىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع اىااىَٜ)55GGPPSS( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )11 ،) ،)
  (.(.11( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )GGooooggllee  eeaarrtthh(، ٗتشاٍط )(، ٗتشاٍط )33( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )SSPPSSSSٗتشّاٍط )ٗتشّاٍط )

( اؽشٗؼح، تيغد فٖٞا إعذاد ( اؽشٗؼح، تيغد فٖٞا إعذاد 77اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )ذد اؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد ذد اؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعتيغد أع  ::جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  --00
(، ذظذسخ ظاٍاح اىثظشج اىعاٍااخ الأخشٙ، تيغد تشاٍط ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح (، ذظذسخ ظاٍاح اىثظشج اىعاٍااخ الأخشٙ، تيغد تشاٍط ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح 1212اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )

((GGIISS( اىاذد )( اىاذد )فٜ ؼِٞ شنيد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ اىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اى55 )فٜ ؼِٞ شنيد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ اىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اى ) ََٜ٘اقع اىااىَٜ َ٘اقع اىااى((GGPPSS))   اىاذد اىاذد

  (.(.22( تيغ اىاذد )( تيغ اىاذد )GGooooggllee  eeaarrtthh(، ٗتشاٍط )(، ٗتشاٍط )11( اىاذد )( اىاذد )SSPPSSSS(، ٗتيغ تشّاٍط )(، ٗتيغ تشّاٍط )44))
( سعائو ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ ( سعائو ٍاظغرٞش، تيغد فٖٞا إعذاد اىرقْٞاخ 33اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )اىرقْٞاخ اىؽذٝصح )تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد تيغد أعذد اىشعائو اىرٜ اعرخذٍد   ::جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  --33

(، ٗ (، ٗ 11، تيغد إعذاد ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح )، تيغد إعذاد ذقْٞح ّمٌ اىَايٍ٘اخ اىعغشافٞح )SSPPSSSS  --  GGPPSS  --  GGIISS))( ذْاٗىد فقؾ تشاٍط ذقْٞاخ )( ذْاٗىد فقؾ تشاٍط ذقْٞاخ )33اىؽذٝصح )اىؽذٝصح )
(، ٗتشّاٍط (، ٗتشّاٍط 11( اىاذد )( اىاذد )((GGPPSS( ٗاىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع اىااىَٜ ( ٗاىَرؼَِ ّماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع اىااىَٜ GGIISSتيغد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ )تيغد إعذاد ذقْٞح ااعرشااس عِ تاذ )

((SSPPSSSS( اىاذد )( اىاذد )11.).)  
ا ىٌ ذغرخذً اىرقْٞاخ ا ىٌ ذغرخذً اىرقْٞاخ عيٚ اىشدٌ ٍِ ٗظ٘د ّراض مَٜ ٗاىثاىغ أؽشٗؼرِٞ دمر٘سآ إا أّٖعيٚ اىشدٌ ٍِ ٗظ٘د ّراض مَٜ ٗاىثاىغ أؽشٗؼرِٞ دمر٘سآ إا أّٖ  ::انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  --44

  (.(.55( ٗاىخشٝبح )( ٗاىخشٝبح )1212( ٗ)( ٗ)1111( ٗاىشنو )( ٗاىشنو )66اىؽذٝصح، ْٝمش اىعذٗه )اىؽذٝصح، ْٝمش اىعذٗه )

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )( انتقنٍبد انذذٌثخ فً اطبرٌخ انذكتىراه نه( انتقنٍبد انذذٌثخ فً اطبرٌخ انذكتىراه نه66جذول )جذول )

  انجبمعخانجبمعخ    دد

  انتقنٍبد انذذٌثخانتقنٍبد انذذٌثخ
  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد

انجبمعخ انجبمعخ 

  انمضتنصرٌخانمضتنصرٌخ

  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  ذدذدانعانع

11  GGIISS  ً00%%  00  3333%%  11  4422%%  55  5500%%  55  ّماًّما  

  GGPPSS  11  %%1100  44  %%3333  11  %%3344  00  %%00ذقْٞح ذقْٞح   22

33  SSPPSSSS  00%%  00  3333%%  11  88%%  11  3300%%  33  تشّاٍطتشّاٍط  

  GGooooggllee  eeaarrtthh  11  %%1100  22  %%1177  00  %%00  00  %%00تشّاٍط تشّاٍط   44

  00%%  00  110000%%  33  110000%%  1122  110000%%  1100  اىَعَ٘ اىَعَ٘ 
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--19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ
  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(20202020

  (.(.02020202--19931993نهجبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )نهجبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  انذكتىراهانذكتىراه  ( اننضجخ انمئىٌخ نهتقنٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ( اننضجخ انمئىٌخ نهتقنٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ1111شكم )شكم )

      
  (.(.66اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )    

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )نهنهٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ انذكتىراه ٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ انذكتىراه ( إعذاد انتقن( إعذاد انتقن1010شكم )شكم )

  
  ((66اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  انذكتىراه فًانذكتىراه فً  ( انتقنٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ( انتقنٍبد انذذٌثخ لاطبرٌخ55خرٌطخ )خرٌطخ )

  

  انتصنٍف دضت مقبٌٍش شجكبد اننقمانتصنٍف دضت مقبٌٍش شجكبد اننقم--ثبنثب: ثبنثب: 
ذرظذس ظاٍاح تغذاد اىعاٍااخ الأخشٙ فٜ اعرخذاٍٖا ىَقاٝٞظ شثناخ اىْقو مَا ّٗ٘عا، ار تيغد أعذد ذرظذس ظاٍاح تغذاد اىعاٍااخ الأخشٙ فٜ اعرخذاٍٖا ىَقاٝٞظ شثناخ اىْقو مَا ّٗ٘عا، ار تيغد أعذد   ::جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد  --11

( ّمشٝح فٜ ( ّمشٝح فٜ 1010ا عذد ّمشٝح اىشثناخ )ا عذد ّمشٝح اىشثناخ )( أؽشٗؼح، تيغد فٖٞ( أؽشٗؼح، تيغد ف1313ٖٞاؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )اؽاسٝػ اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )
( ( 11( ّمشٝاخ فٜ أؽشٗؼرِٞ، ّٗمشٝح اىرفاعو تيغ عذدٕا )( ّمشٝاخ فٜ أؽشٗؼرِٞ، ّٗمشٝح اىرفاعو تيغ عذدٕا )22عشش أؽشٗؼاخ، إٍا ّمشٝح ؽات٘سااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )عشش أؽشٗؼاخ، إٍا ّمشٝح ؽات٘سااّرماس فقذ تيغ عذدٕا )

  ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا أؽشٗؼح ٗاؼذج. ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا أؽشٗؼح ٗاؼذج. 
ر تيغللد أعللذاد اؽللاسٝػ ر تيغللد أعللذاد اؽللاسٝػ ذللأذٜ تاللذ ظاٍاللح تغللذاد فللٜ اعللرخذاٍٖا ٗذْ٘عٖللا ىَقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو، اذللأذٜ تاللذ ظاٍاللح تغللذاد فللٜ اعللرخذاٍٖا ٗذْ٘عٖللا ىَقللاٝٞظ شللثناخ اىْقللو، ا  ::جبمعةةخ انجصةةرحجبمعةةخ انجصةةرح  --00

( ّمشٝلاخ فلٜ استلع ( ّمشٝلاخ فلٜ استلع 44( أؽلاسٝػ، تيغلد فٖٞلا علذد ّمشٝلح اىشلثناخ )( أؽلاسٝػ، تيغلد فٖٞلا علذد ّمشٝلح اىشلثناخ )55اىذمر٘سآ اىرٜ اعلرخذٍد ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو )اىذمر٘سآ اىرٜ اعلرخذٍد ٍقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو )
( ّمشٝلح ٗاؼلذج اعلرخذٍرٖا أؽشٗؼلح ٗاؼلذج، ٗىلٌ ٝلرٌ اعلراَاه ( ّمشٝلح ٗاؼلذج اعلرخذٍرٖا أؽشٗؼلح ٗاؼلذج، ٗىلٌ ٝلرٌ اعلراَاه 11اؽاسٝػ، أٍا ّمشٝلح ؽلات٘س ااّرملاس فقلذ تيلغ علذدٕا )اؽاسٝػ، أٍا ّمشٝلح ؽلات٘س ااّرملاس فقلذ تيلغ علذدٕا )

  ّمشٝح اىرفاعو.ّمشٝح اىرفاعو.

ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد ٗظاٍاح اىثظشج فٜ اعرخذاٍٖا ىَقاٝٞظ شثناخ اىْقو، ار تيغد أعذاد اؽاسٝػ ذأذٜ تاذ ظاٍاح تغذاد ٗظاٍاح اىثظشج فٜ اعرخذاٍٖا ىَقاٝٞظ شثناخ اىْقو، ار تيغد أعذاد اؽاسٝػ   ::جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم--  33
( ّمشٝح فٜ أؽشٗؼرِٞ، ( ّمشٝح فٜ أؽشٗؼرِٞ، 22( اؽاسٝػ، تيغد فٖٞا عذد ّمشٝح اىشثناخ )( اؽاسٝػ، تيغد فٖٞا عذد ّمشٝح اىشثناخ )33اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )اىذمر٘سآ اىرٜ اعرخذٍد ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو )

  ( ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا أؽشٗؼح ٗاؼذج. ( ّمشٝح ٗاؼذج اعرخذٍرٖا أؽشٗؼح ٗاؼذج. 11غ عذدٕا )غ عذدٕا )أٍا ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فيٌ ٝرٌ اعرخذٍرٖا، ّٗمشٝح اىرفاعو تيأٍا ّمشٝح ؽات٘س ااّرماس فيٌ ٝرٌ اعرخذٍرٖا، ّٗمشٝح اىرفاعو تي
ذأذٜ تاذ اىعاٍااخ اىصلاشح اىغاتقح اىزمش فلٜ اعلرخذاٍٖا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، ار اعلرخذٍد ذأذٜ تاذ اىعاٍااخ اىصلاشح اىغاتقح اىزمش فلٜ اعلرخذاٍٖا ىَقلاٝٞظ شلثناخ اىْقلو، ار اعلرخذٍد   ::انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  --44

ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو فٜ أؽلشٗؼرِٞ فقلؾ، ّمشٝلح ؽلات٘س ااّرملاس فلٜ أؽشٗؼلح ٗاؼلذج ّٗمشٝلح اىرفاعلو فلٜ اؽشٗؼلح ٍقاٝٞظ شثناخ اىْقو فٜ أؽلشٗؼرِٞ فقلؾ، ّمشٝلح ؽلات٘س ااّرملاس فلٜ أؽشٗؼلح ٗاؼلذج ّٗمشٝلح اىرفاعلو فلٜ اؽشٗؼلح 
  (.(.66( ٗاىخشٝبح )( ٗاىخشٝبح )1414( ٗ )( ٗ )1313( ٗاىشنو )( ٗاىشنو )77اؼذج، ْٝمش اىعذٗه )اؼذج، ْٝمش اىعذٗه )ٗٗ
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  ..AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33( ٗتشّاٍط ( ٗتشّاٍط 66اّاخ ظذٗه )اّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞ  

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )انذكتىراه نهانذكتىراه نهنظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ نظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ ( ( 77جذول )جذول )

  خخ
  انجبمعبد انجبمعبد   

  نظرٌبد اننقمنظرٌبد اننقم

  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد
انجبمعخ انجبمعخ 

  انمضتنصرٌخانمضتنصرٌخ

  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد  %%  انعذدانعذد

  %%00  00  %%6677  22  %%8800  44  %%7777  1100  نظرٌخ انشجكبدنظرٌخ انشجكبد  11

22  
  نظرٌخ طبثىرنظرٌخ طبثىر

  الانتظبرالانتظبر
22  1155%%  11  2200%%  00  00%%  11  5500%%  

  %%5500  11  %%3333  11  %%00  00  %%88  11  نظرٌخ انتفبعمنظرٌخ انتفبعم  33

  %%110000  22  %%110000  33  %%110000  55  %%110000  1133  انمجمىع انكهًانمجمىع انكهً

--19931993ج ج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذاىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذ  اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ
  )طفؽاخ ٍرفشقح( )طفؽاخ ٍرفشقح( 20202020

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )انذكتىراه نهانذكتىراه نه( نظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ ( نظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ 1313شكم )شكم )

        
  (.(.77ظذٗه )ظذٗه )  تٞاّاختٞاّاخ  اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ  
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  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )انذكتىراه نهانذكتىراه نه  ( إعذاد مقبٌٍش انشجكبد فً اطبرٌخ( إعذاد مقبٌٍش انشجكبد فً اطبرٌخ1414شكم )شكم )

  
  ((77اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  

  (.(.02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )انذكتىراه نهانذكتىراه نهنظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ نظرٌبد اننقم فً اطبرٌخ ( ( 66خرٌطخ )خرٌطخ )

  
  ..AArrccGGIISS  PPrroo  22..77..33( ٗتشّاٍط ( ٗتشّاٍط 77اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  

غرخذٍح فٜ ظغشافٞح اىْقو )الأعي٘ب الإؼظائٜ ٍٗقاٝٞظ اىشثناخ ٗاىرقْٞاخ اىؽذٝصح (، غرخذٍح فٜ ظغشافٞح اىْقو )الأعي٘ب الإؼظائٜ ٍٗقاٝٞظ اىشثناخ ٗاىرقْٞاخ اىؽذٝصح (، ذْ٘عد الأعاىٞة اىنَٞح اىَذْ٘عد الأعاىٞة اىنَٞح اىَ  

ٗىَاشفح اعذادٕا ذٌ ظشد اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح اىخاطح فٜ ظغشافٞح اىْقو اىَْرعح ػَِ اىعاٍااخ اىاشاقٞح ٗىَاشفح اعذادٕا ذٌ ظشد اىشعائو ٗااؽاسٝػ اىعاٍاٞح اىخاطح فٜ ظغشافٞح اىْقو اىَْرعح ػَِ اىعاٍااخ اىاشاقٞح 
(، إر تيغ اىْراض اىنيٜ ٍِ (، إر تيغ اىْراض اىنيٜ ٍِ 20202020  ––  19199393اىَغرْظشٝح ( ىيَذج تِٞ )اىَغرْظشٝح ( ىيَذج تِٞ )  --ٍ٘طو ٍ٘طو   --تظشج تظشج   --اىَشَ٘ىح تاْٞح اىذساعح ) تغذاد اىَشَ٘ىح تاْٞح اىذساعح ) تغذاد 

( أعي٘ب، اذؼػ اُ ظاٍاح تغذاد ٕٜ الأمصش ٍِ تِٞ اىعاٍااخ اعرخذاٍا ىلاعاىٞة اىنَٞح فٜ ( أعي٘ب، اذؼػ اُ ظاٍاح تغذاد ٕٜ الأمصش ٍِ تِٞ اىعاٍااخ اعرخذاٍا ىلاعاىٞة اىنَٞح فٜ 226226الأعاىٞة اىنَٞح )الأعاىٞة اىنَٞح )
%(، ذيٖٞا ميٞح اىرشتٞح فٜ ظاٍاح اىثظشج فقذ تيغ %(، ذيٖٞا ميٞح اىرشتٞح فٜ ظاٍاح اىثظشج فقذ تيغ 4242( أعي٘تا تْغثح )( أعي٘تا تْغثح )9595ٗسعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو إر ؼذٝد ب)ٗسعائو ٗاؽاسٝػ ظغشافٞح اىْقو إر ؼذٝد ب)

%( ىنْٖا ذف٘قد فٜ اعرخذاٍٖا ىيرقْٞاخ اىؽذٝصح، أٍا ظاٍاح اىَ٘طو %( ىنْٖا ذف٘قد فٜ اعرخذاٍٖا ىيرقْٞاخ اىؽذٝصح، أٍا ظاٍاح اىَ٘طو 3535( أعي٘تا تْغثح )( أعي٘تا تْغثح )8080عاىٞة اىنَٞح )عاىٞة اىنَٞح )اعرخذاٍٖا ىلأاعرخذاٍٖا ىلأ
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( ( 1515%(،إٍا اىعاٍاح اىَغرْظشٝح فقذ تيغد إعذاد الأعاىٞة )%(،إٍا اىعاٍاح اىَغرْظشٝح فقذ تيغد إعذاد الأعاىٞة )1616( أعي٘ب تْغثح )( أعي٘ب تْغثح )3636فقذ تيغ ذبثٞقٖا ىلأعاىٞة اىنَٞح )فقذ تيغ ذبثٞقٖا ىلأعاىٞة اىنَٞح )
  (.(.1166( ٗ )( ٗ )1515( ٗ اىشنو )( ٗ اىشنو )88%(، ْٝمش اىعذٗه )%(، ْٝمش اىعذٗه )77أعي٘ب تْغثح )أعي٘ب تْغثح )

  ..((02020202--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )( الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ انذكتىراه نه( الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ انذكتىراه نه88جذول )جذول )

  انجبمعخانجبمعخ  

  انعذدانعذد

  انجبمعخ انمضتنصرٌخانجبمعخ انمضتنصرٌخ  جبمعخ انمىصمجبمعخ انمىصم  جبمعخ انجصرحجبمعخ انجصرح  جبمعخ ثغذادجبمعخ ثغذاد

9955  8800  3366  1155  

%%  %%  4422  %%3355  %%1166  %%77  

  226226اىَعَ٘  اىنيٜ = اىَعَ٘  اىنيٜ = 

--19931993اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج اىاَو اىَنرثٜ ىعشد فٖاسط ظاٍااخ عْٞح اىثؽس ىيَذج   ِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيِٚ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚاىَظذس: ٍاىَظذس: ٍ

  )طفؽاخ ٍرفشقح()طفؽاخ ٍرفشقح(20202020

جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح انذكتىراه نهانذكتىراه نه( اننضجخ انمئىٌخ نلأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ ( اننضجخ انمئىٌخ نلأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ 1515شكم )شكم )

((19931993--02020202))..  

  
  (.(.88يٚ تٞاّاخ ظذٗه )يٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عاىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد ع  

--19931993جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )جبمعبد عٍنخ انذراصخ نهمذح )  انذكتىراه فًانذكتىراه فً( إعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ ( إعذاد الأصبنٍت انكمٍخ فً رصبئم انمبجضتٍر واطبرٌخ 1616شكم )شكم )

02020202.).)  

  
  (.(.88اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )اىَظذس: ٍِ عَو اىثاؼصح تااعرَاد عيٚ تٞاّاخ ظذٗه )  
إىٚ إُ ْٕاك إىٚ إُ ْٕاك   ٕزا اىثؽسٕزا اىثؽسذثِٞ ٍِ خلاه ذثِٞ ٍِ خلاه ح، ح، ذاذدخ الأعاىٞة اىنَٞح فٜ ظغشافٞح اىْقو ٗذْ٘عد ذثاا ىع٘اّثٖا اىربثٞقٞذاذدخ الأعاىٞة اىنَٞح فٜ ظغشافٞح اىْقو ٗذْ٘عد ذثاا ىع٘اّثٖا اىربثٞقٞ  

ذفاٗخ ٗذثاِٝ مثٞش فٜ اىَْمٍ٘ح اىفنشٝح ٍا تِٞ ّراض اىعاٍااخ )سعائو اىَاظغرٞش ٗاؽاسٝػ اىذمر٘سآ( ْٕٗاك أعاىٞة ذفاٗخ ٗذثاِٝ مثٞش فٜ اىَْمٍ٘ح اىفنشٝح ٍا تِٞ ّراض اىعاٍااخ )سعائو اىَاظغرٞش ٗاؽاسٝػ اىذمر٘سآ( ْٕٗاك أعاىٞة 
مَٞح أمصش اعرخذاٍا دُٗ دٞشٕا، فَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح ٍٗااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ ٍٗااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس ٍِ أمصش مَٞح أمصش اعرخذاٍا دُٗ دٞشٕا، فَقاٝٞظ اىْضعح اىَشمضٝح ٍٗااٍو ذؽيٞو ااسذثاؽ ٍٗااٍو ذؽيٞو ااّؽذاس ٍِ أمصش 

اىٞة اىرٜ اع رخذٍد ػَِ ٍفًٖ٘ الأعاىٞة الإؼظائٞح، إٍا اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فناُ الأمصش اعرخذاٍا ّماً اىَايٍ٘اخ اىٞة اىرٜ اع رخذٍد ػَِ ٍفًٖ٘ الأعاىٞة الإؼظائٞح، إٍا اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فناُ الأمصش اعرخذاٍا ّماً اىَايٍ٘اخ اىٞة اىرٜ اع رخذٍد ػَِ ٍفًٖ٘ الأعاىٞة الإؼظائٞح، إٍا اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فناُ الأمصش اعرخذاٍا ّماً اىَايٍ٘اخ اىٞة اىرٜ اع رخذٍد ػَِ ٍفًٖ٘ الأعاىٞة الإؼظائٞح، إٍا اىرقْٞاخ اىؽذٝصح فناُ الأمصش اعرخذاٍا ّماً اىَايٍ٘اخ الأعالأع
(، فٜ ؼِٞ ؼاصخ ّمشٝح اىشثناخ عيٚ اعيٚ ٍاذه اعرخذاً ػَِ (، فٜ ؼِٞ ؼاصخ ّمشٝح اىشثناخ عيٚ اعيٚ ٍاذه اعرخذاً ػَِ GGPPSS( ّٗماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع )( ّٗماً ذؽذٝذ اىَ٘اقع )((GGIISSاىعغشافٞح اىعغشافٞح 

  ٍفًٖ٘ ّمشٝاخ اىْقو. ٍفًٖ٘ ّمشٝاخ اىْقو. 

  

  الاصتنتبجبدالاصتنتبجبد
د ظاّثا ذبثٞقٞا ٍَٖا ٍِ خلاه ذ٘فٞفٖا فٜ اىثؽس اىعغشافٜ اعلَٞا اىعاّلة اىثشلشٛ ىنصلشج د ظاّثا ذبثٞقٞا ٍَٖا ٍِ خلاه ذ٘فٞفٖا فٜ اىثؽس اىعغشافٜ اعلَٞا اىعاّلة اىثشلشٛ ىنصلشج اُ الأعاىٞة اىنَٞح شنياُ الأعاىٞة اىنَٞح شني  --11

اىَشنلاخ اىرٜ ذ٘اظٔ اىَعرَع مَشنلاخ اىْقو، اىثٞةح، اىري٘ز فغاعذخ ٕزٓ الأعاىٞة فٜ خذٍح اىَعرَع ٍِ خلاه اٝعاد اىَشنلاخ اىرٜ ذ٘اظٔ اىَعرَع مَشنلاخ اىْقو، اىثٞةح، اىري٘ز فغاعذخ ٕزٓ الأعاىٞة فٜ خذٍح اىَعرَع ٍِ خلاه اٝعاد 
  ؼي٘ه عشٝاح ذغرْذ إىٚ اعظ عيَٞح ٍْٗبقٞح.ؼي٘ه عشٝاح ذغرْذ إىٚ اعظ عيَٞح ٍْٗبقٞح.
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اعللاخ اىعاٍاٞللح ٍللِ سعللائو اىَاظغللرٞش ٗاؽللاسٝػ اىللذمر٘سآ ذللٌ اخرٞاسٕللا ىيبللشو اعللاخ اىعاٍاٞللح ٍللِ سعللائو اىَاظغللرٞش ٗاؽللاسٝػ اىللذمر٘سآ ذللٌ اخرٞاسٕللا ىيبللشو أفٖللشخ اىذساعللح آُ اديللة اىذسأفٖللشخ اىذساعللح آُ اديللة اىذس  --22
ٗالأعاىٞة اىنَٞح اىرٜ ذرفق ٍٗؼَُ٘ اىذساعح، ٍَا امغثٖا اىذقح ٗاى٘ػ٘غ فٜ ذَصٞيٖا ىيثٞاّاخ ٗاعرخلاص اىْرائط، فلٜ ٗالأعاىٞة اىنَٞح اىرٜ ذرفق ٍٗؼَُ٘ اىذساعح، ٍَا امغثٖا اىذقح ٗاى٘ػ٘غ فٜ ذَصٞيٖا ىيثٞاّاخ ٗاعرخلاص اىْرائط، فلٜ 

اىرقيٞذٝلح فلٜ اعلرنَاه اىثٞاّلاخ اىرقيٞذٝلح فلٜ اعلرنَاه اىثٞاّلاخ ؼِٞ ْٕاك ٍغااج فٜ تاؼٖا اعرخذاٍٖا الأعي٘ب اىنَٜ عيَا أّ َٝنِ اعلرخذاً اىبلشو ؼِٞ ْٕاك ٍغااج فٜ تاؼٖا اعرخذاٍٖا الأعي٘ب اىنَٜ عيَا أّ َٝنِ اعلرخذاً اىبلشو 
ٗاى٘ط٘ه إىٚ اىْرائط ٗرىل ىلإشاسج إىٚ ؼذاشح ٍ٘ػ٘عُٔ، عيلٚ اىانلظ فلٜ تاؼلٖا الأخلش إر ٝؽرلاض ٍ٘ػل٘  اىذساعلح ٗاى٘ط٘ه إىٚ اىْرائط ٗرىل ىلإشاسج إىٚ ؼذاشح ٍ٘ػ٘عُٔ، عيلٚ اىانلظ فلٜ تاؼلٖا الأخلش إر ٝؽرلاض ٍ٘ػل٘  اىذساعلح 

  ٗاىثٞاّاخ اىرٜ ذ٘طيد إىٖٞا اىذساعح اعرخذاً الأعي٘ب اىنَٜ ىنِ اىثاؼس ىعأ إىٚ اىبشو اىرقيٞذٝح فٜ اىراثٞش عْٖا .ٗاىثٞاّاخ اىرٜ ذ٘طيد إىٖٞا اىذساعح اعرخذاً الأعي٘ب اىنَٜ ىنِ اىثاؼس ىعأ إىٚ اىبشو اىرقيٞذٝح فٜ اىراثٞش عْٖا .
تاغ الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح فٜ اىشعائو ٗااؽاسٝػ ماّد عثاسج عِ ٗاظٖح ىياشع فقؾ تاغ الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح فٜ اىشعائو ٗااؽاسٝػ ماّد عثاسج عِ ٗاظٖح ىياشع فقؾ   ذ٘طيد اىذساعح إُذ٘طيد اىذساعح إُ  --33

  فيٌ ذغرخذً تشنو طؽٞػ ٗىٌ ٝمٖش أششٕا فٜ ّرائط اىشعائو ٗاىر٘طٞاخ.فيٌ ذغرخذً تشنو طؽٞػ ٗىٌ ٝمٖش أششٕا فٜ ّرائط اىشعائو ٗاىر٘طٞاخ.
  ––تظلشج تظلشج   ––تيغ ؼعٌ اىْراض اىنيٜ ىيذساعاخ اىايٞا ػَِ ذخظض ظغشافٞح اىْقو فٜ اىعاٍالاخ عْٞلح اىذساعلح تغلذاد تيغ ؼعٌ اىْراض اىنيٜ ىيذساعاخ اىايٞا ػَِ ذخظض ظغشافٞح اىْقو فٜ اىعاٍالاخ عْٞلح اىذساعلح تغلذاد   --44

ىَغرْظشٝح )شلاز ٗعثاُ٘( دساعح شَيد سعائو اىَاظغلرٞش ٗاؽلاسٝػ اىلذمر٘سآ، تيغلد إعلذاد اىذساعلاخ ىَغرْظشٝح )شلاز ٗعثاُ٘( دساعح شَيد سعائو اىَاظغلرٞش ٗاؽلاسٝػ اىلذمر٘سآ، تيغلد إعلذاد اىذساعلاخ اا  ––اىَ٘طو اىَ٘طو 
  %، ذيٖٞا ظاٍاح اىَ٘طو%، ذيٖٞا ظاٍاح اىَ٘طو3232( دساعح إٛ تْغثح ( دساعح إٛ تْغثح 2525%، ذيٖٞا ظاٍاح اىثظشج )%، ذيٖٞا ظاٍاح اىثظشج )4949( دساعح إٛ تْغثح ( دساعح إٛ تْغثح 3535فٜ ظاٍاح تغذاد)فٜ ظاٍاح تغذاد)

ّغلثح فلٜ إعلذاد سعلائو اىَاظغلرٞش ٗاؽلاسٝػ ّغلثح فلٜ إعلذاد سعلائو اىَاظغلرٞش ٗاؽلاسٝػ   %، شٌ ذأذٜ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح آر ذَٞضخ تأقلو%، شٌ ذأذٜ اىعاٍاح اىَغرْظشٝح آر ذَٞضخ تأقلو1111( دساعح إٛ تْغثح ( دساعح إٛ تْغثح 88))
  %.%.88( دساعح إٛ تْغثح ( دساعح إٛ تْغثح 66اىذمر٘سآ تِٞ اىعاٍااخ الأخشٙ آر تيغد )اىذمر٘سآ تِٞ اىعاٍااخ الأخشٙ آر تيغد )

تيللغ ؼعللٌ الأعللاىٞة اىَغللرخذٍح فللٜ سعللائو اىَاظغللرٞش ٗاؽللاسٝػ اىللذمر٘سآ ػللَِ ذخظللض ظغشافٞللح اىْقللو فللٜ تيللغ ؼعللٌ الأعللاىٞة اىَغللرخذٍح فللٜ سعللائو اىَاظغللرٞش ٗاؽللاسٝػ اىللذمر٘سآ ػللَِ ذخظللض ظغشافٞللح اىْقللو فللٜ     --55

( أعلي٘ب، ذ٘صعلد تلِٞ اعللرخذاً ( أعلي٘ب، ذ٘صعلد تلِٞ اعللرخذاً 226226ح )ح )اىَغرْظللشٝاىَغرْظللشٝ  ––اىَ٘طلو اىَ٘طلو   ––تظلشج تظلشج   ––اىعاٍالاخ اىَشلَ٘ىح تاْٞلح اىذساعللح تغلذاد اىعاٍالاخ اىَشلَ٘ىح تاْٞلح اىذساعللح تغلذاد 
الأعي٘ب الإؼظائٜ ٍٗقاٝٞظ شثناخ اىْقو ٗاىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح، ظلاءخ ظاٍالح تغلذاد تلأعيٚ ّغلثح فلٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة الأعي٘ب الإؼظائٜ ٍٗقاٝٞظ شثناخ اىْقو ٗاىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح، ظلاءخ ظاٍالح تغلذاد تلأعيٚ ّغلثح فلٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة 

( أعلي٘ب إٛ ( أعلي٘ب إٛ 8080%، ذيٖٞلا ظاٍالح اىثظلشج آر تيغلد إعلذاد الأعلاىٞة اىنَٞلح )%، ذيٖٞلا ظاٍالح اىثظلشج آر تيغلد إعلذاد الأعلاىٞة اىنَٞلح )4242( أعلي٘ب إٛ تْغلثح ( أعلي٘ب إٛ تْغلثح 9595اىنَٞح آر تيغد )اىنَٞح آر تيغد )
%، شللٌ ذللأذٜ اىعاٍاللح %، شللٌ ذللأذٜ اىعاٍاللح 1616( أعلي٘ب إٛ تْغللثح ( أعلي٘ب إٛ تْغللثح 3636ظاٍاللح اىَ٘طللو آر تيغلد إعللذاد الأعللاىٞة اىنَٞللح )ظاٍاللح اىَ٘طللو آر تيغلد إعللذاد الأعللاىٞة اىنَٞللح )  %، ذيٖٞللا%، ذيٖٞللا3535تْغلثح تْغلثح 

  %.%.77( أعي٘ب إٛ تْغثح ( أعي٘ب إٛ تْغثح 1515اىَغرْظشٝح آر تيغد إعذاد الأعاىٞة اىنَٞح )اىَغرْظشٝح آر تيغد إعذاد الأعاىٞة اىنَٞح )
عيٚ اىشدٌ اُ ظاٍالح تغلذاد ذَٞلضخ تلأعيٚ ّغلثح فلٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة اىنَٞلح ىنْٖلا ماّلد اقلو اعلرخذاٍا ىيرقْٞلاخ عيٚ اىشدٌ اُ ظاٍالح تغلذاد ذَٞلضخ تلأعيٚ ّغلثح فلٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة اىنَٞلح ىنْٖلا ماّلد اقلو اعلرخذاٍا ىيرقْٞلاخ   --66

  ٝصح ٍقاسّح ٍع ظاٍاح اىثظشج اىرٜ ذف٘قد تأعيٚ ٍاذه.ٝصح ٍقاسّح ٍع ظاٍاح اىثظشج اىرٜ ذف٘قد تأعيٚ ٍاذه.اىؽذاىؽذ

ذثللِٞ ٍللِ خلللاه اىذساعللح فللٜ ظغشافٞللح اىْقللو إُ ْٕللاك أعللاىٞة مَٞللح أمصللش اعللرخذاٍا دُٗ دٞشٕللا، فَقللاٝٞظ اىْضعللح ذثللِٞ ٍللِ خلللاه اىذساعللح فللٜ ظغشافٞللح اىْقللو إُ ْٕللاك أعللاىٞة مَٞللح أمصللش اعللرخذاٍا دُٗ دٞشٕللا، فَقللاٝٞظ اىْضعللح   --77
اىَشمضٝح ٍٗااٍو ذؽيٞو ااسذثلاؽ ٍٗااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس ٍلِ أمصلش الأعلاىٞة اىرلٜ اعلرخذٍد ػلَِ ٍفٖلً٘ الأعلاىٞة اىَشمضٝح ٍٗااٍو ذؽيٞو ااسذثلاؽ ٍٗااٍلو ذؽيٞلو ااّؽلذاس ٍلِ أمصلش الأعلاىٞة اىرلٜ اعلرخذٍد ػلَِ ٍفٖلً٘ الأعلاىٞة 

( ّٗمللاً ذؽذٝللذ اىَ٘اقللع ( ّٗمللاً ذؽذٝللذ اىَ٘اقللع GGIISS  ((ئٞح، إٍللا اىرقْٞللاخ اىؽذٝصللح فنللاُ الأمصللش اعللرخذاٍا ّمللاً اىَايٍ٘للاخ اىعغشافٞللح ئٞح، إٍللا اىرقْٞللاخ اىؽذٝصللح فنللاُ الأمصللش اعللرخذاٍا ّمللاً اىَايٍ٘للاخ اىعغشافٞللح الإؼظللاالإؼظللا
((GGPPSS.فٜ ؼِٞ ؼاصخ ّمشٝح اىشثناخ عيٚ اعيٜ ٍاذه اعرخذاً ػَِ ٍفًٖ٘ ّمشٝاخ اىْقو ،).فٜ ؼِٞ ؼاصخ ّمشٝح اىشثناخ عيٚ اعيٜ ٍاذه اعرخذاً ػَِ ٍفًٖ٘ ّمشٝاخ اىْقو ،)  
عاٍالاخ )سعلائو اىَاظغلرٞش عاٍالاخ )سعلائو اىَاظغلرٞش ذ٘طيد اىذساعح إىٚ إُ ْٕاك ذفاٗخ ٗذثاِٝ مثٞش فٜ اىَْمٍ٘ح اىفنشٝلح ٍلا تلِٞ ّرلاض اىذ٘طيد اىذساعح إىٚ إُ ْٕاك ذفاٗخ ٗذثاِٝ مثٞش فٜ اىَْمٍ٘ح اىفنشٝلح ٍلا تلِٞ ّرلاض اى  --88

  اىرثاِٝ فٜ اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح تِٞ ظاٍاح ٗأخشٙ.اىرثاِٝ فٜ اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح اىَغرخذٍح تِٞ ظاٍاح ٗأخشٙ.ٗاؽاسٝػ اىذمر٘سآ( ػَِ ذخظض ظغشافٞح اىْقو،ٗاؽاسٝػ اىذمر٘سآ( ػَِ ذخظض ظغشافٞح اىْقو،

  انمقتردبدانمقتردبد

ذ٘طللٜ اىذساعللح ؽيثللح اىذساعللاخ اىايٞللا تاخرٞللاس الأعللي٘ب اىنَللٜ الأٍصللو ٗالأّغللة اىللزٛ ٝرفللق ٍٗؼللَُ٘ اىذساعللح ذ٘طللٜ اىذساعللح ؽيثللح اىذساعللاخ اىايٞللا تاخرٞللاس الأعللي٘ب اىنَللٜ الأٍصللو ٗالأّغللة اىللزٛ ٝرفللق ٍٗؼللَُ٘ اىذساعللح   --11
  ٍْبقٞح ٗعقلاّٞح ٗؼقٞقح ٗراخ ٍغر٘ٙ شقح عاىٜ.ٍْبقٞح ٗعقلاّٞح ٗؼقٞقح ٗراخ ٍغر٘ٙ شقح عاىٜ.  ىيخشٗض تْرائطىيخشٗض تْرائط

ٝعة إُ ذخؼع فنشج اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح ٗااؼظائٞح إىلٚ ٍعَ٘علح ٍلِ ااعلظ ٗاىَالاٝٞش ٍْٖلا ٍلذٙ ٍلائَلح ٝعة إُ ذخؼع فنشج اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح ٗااؼظائٞح إىلٚ ٍعَ٘علح ٍلِ ااعلظ ٗاىَالاٝٞش ٍْٖلا ٍلذٙ ٍلائَلح   --22
  ذبثٞق أعي٘ب مَٜ ٍاِٞ دُٗ أخش فٜ ذؽيٞو تٞاّاخ اىمإشج اىَذسٗعح ٍٗذٙ ذَصٞيٖا ىيَعرَع.ذبثٞق أعي٘ب مَٜ ٍاِٞ دُٗ أخش فٜ ذؽيٞو تٞاّاخ اىمإشج اىَذسٗعح ٍٗذٙ ذَصٞيٖا ىيَعرَع.

عرخذاً ٍخريلف الأعلاىٞة اىنَٞلح ؼرلٚ ا ٝمٖلش ْٕلاك ذنلشاس فلٜ أعلي٘ب ٍالِٞ فلٜ عرخذاً ٍخريلف الأعلاىٞة اىنَٞلح ؼرلٚ ا ٝمٖلش ْٕلاك ذنلشاس فلٜ أعلي٘ب ٍالِٞ فلٜ ذ٘ظٞٔ ؽلاب اىذساعاخ اىايٞا تاذ٘ظٞٔ ؽلاب اىذساعاخ اىايٞا تا  --33
  ذؽيٞو اىثٞاّاخ ٍٗااىعرٖا ٍَا ٝؤدٛ إىٚ ذشاتٔ اىْرائط.ذؽيٞو اىثٞاّاخ ٍٗااىعرٖا ٍَا ٝؤدٛ إىٚ ذشاتٔ اىْرائط.

عيللٚ اىثاؼللس اىعغشافللٜ علل٘اء اعللرخذً اىبللشو ٗالأعللاىٞة اىنَٞللح أٗ اىبللشو اىرقيٞذٝللح فللٜ ٍااىعللح اىثٞاّللاخ، ذعْللة عيللٚ اىثاؼللس اىعغشافللٜ علل٘اء اعللرخذً اىبللشو ٗالأعللاىٞة اىنَٞللح أٗ اىبللشو اىرقيٞذٝللح فللٜ ٍااىعللح اىثٞاّللاخ، ذعْللة   --44

اىثؽس اىعغشافٜ ٗعذً اىَغااج فٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة اىنَٞلح لإعبلاء طلثغح اىثؽس اىعغشافٜ ٗعذً اىَغااج فٜ اعلرخذاً الأعلاىٞة اىنَٞلح لإعبلاء طلثغح   اىَغاط تعٕ٘ش عيٌ اىعغشافٞح ٗأعاعٞاخاىَغاط تعٕ٘ش عيٌ اىعغشافٞح ٗأعاعٞاخ
    ذشٞش إىٚ ؼذاشح ٍ٘ػ٘عُٔ.ذشٞش إىٚ ؼذاشح ٍ٘ػ٘عُٔ.

ذ٘طٜ اىذساعح ؽيثح اىذساعاخ اىايٞا تاذً اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح فلٜ اىشعلائو ٗااؽلاسٝػ م٘اظٖلح ىيالشع فقلؾ ذ٘طٜ اىذساعح ؽيثح اىذساعاخ اىايٞا تاذً اعرخذاً الأعاىٞة اىنَٞح فلٜ اىشعلائو ٗااؽلاسٝػ م٘اظٖلح ىيالشع فقلؾ   --55
  دُٗ اىخشٗض ٍْٖا تْرائط ذخذً ٍ٘ػ٘  اىذساعح.دُٗ اىخشٗض ٍْٖا تْرائط ذخذً ٍ٘ػ٘  اىذساعح.

ٍِ اىثٞاّاخ ٗذلشامٌ اىَايٍ٘لاخ ذ٘طلٜ اىذساعلح تااعرَلاد عيلٚ اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ىرَصٞلو الأفنلاس ٍِ اىثٞاّاخ ٗذلشامٌ اىَايٍ٘لاخ ذ٘طلٜ اىذساعلح تااعرَلاد عيلٚ اىرقْٞلاخ اىؽذٝصلح ىرَصٞلو الأفنلاس ى٘ظ٘د اىنٌ اىٖائو ى٘ظ٘د اىنٌ اىٖائو   --66
  اىعغشافٞح فؼلا عِ ذخضِٝ اىثٞاّاخ ٗذؽيٞيٖا ٗذفغٞشٕا ٗط٘ا إىٚ سعٌ اىخشائؾ.اىعغشافٞح فؼلا عِ ذخضِٝ اىثٞاّاخ ٗذؽيٞيٖا ٗذفغٞشٕا ٗط٘ا إىٚ سعٌ اىخشائؾ.

  انمصبدرانمصبدر
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